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Vorwort
Die physikaflsch-chemischen Eigenschaften der Oberfiãche spielen für die
Anwendung und die Funktion eines Bauteils eine zentrale RoHe. Dementsprechend
wurden in den ietzten Jahren die EntwickIungen auf den Gebieten der Modifikation
und Charakterisierung von Materiaioberflãchen stark intensiviert. Bekannte
Methoden für die Untersuchung von Oberflâchen wurden weiterenwickelt und
konzeptioneil vallig neue Techniken, wie beispielsweise die
Rastersondentechniken, geben uns heute vor aNem im mikroskopischen Bereich
em umfassendes Bud. Auch auf den Gebieten der Randschichtrnodifikation und der
Abscheidung dünner Schichten sind Entwicklungen festzustellen, die zu neuen
Herstellungsmethoden für bereits bekannte oder auch neuartige Materialien geführt
haben. Als Beispiele könnten hier elne Vielfalt von Materialien aufgefuhrt werden,
die mit piasmagestutzten Methoden abgeschieden werden.

In der Schweiz existieren auf diesen Gebieten sehr viele Aktivitäten, sowohi im
Bereich der Forschung und Entwicklung, als auch im Bereich der Herstellung von
modifizierten Oberflächen und dünnen Schichten oder dern Bau von Anlagen für
diesen Fabrikationsbereich.

Das vorliegende Handbuch steNt einen Anfang dar, urn diese Aktivitäten in der
Schweiz zusammenfassend darzustelien. Es soil einen Uberbiick vermittein über
die Tatigkeit von Hochschulinstituten und institutionen der Industrie auf den
Gebieten Oberfiächen und Schichten. In Deutschland wurde eine analoge Urnfrage
bereits früher durchgeführt und das Ergebnis irn Buch ‘SchOHT’ Handbuch der
Schicht-, Oberflâchen- und Halbleitertechnik’ 1990 durch das Forschungszentrum
Jülich GmbH und das VDI Technologiezentrum Düsseldorf publiziert. Diese
Institutionen haben uns für die Umfrage in der Schweiz ihren Fragebogen zur
Verfugung gestelit, was den Vorteil hat, daB die Umfragen in Deutschland und der
Schweiz nach demseiben Raster durchgeführt werden. Die in der Schweiz
erhobenen Daten stehen den deutschen Herausgebern zur Verfügung.

Wir haben uns bernüht, diesen ersten schweizerischen Katalog mägiichst
volistandig herausgeben zu können und haben dazu über tausend Fragebogen
verschickt. Im vorliegenden Handbuch sind rund zwei Drittel der dargesteilten
Gruppen Unternehmen zuzuordnen, die in dern Bereich der Schichtherstellung
oder dem Aniagenbau aktiv sind. Der Rest entfäiit auf Hochschulinstitutionen, die
sich hauptsãchlich mit der Oberflãchencharakterisierung beschaftigen. Der Wert
eines Katalogs dieser Art hangt natürlich davon ab, inwiefern er die aktuelle
Situation auf dem anvisierten Gebiet widerspiegeit. Es ist deshaib unsere Absicht,
periodisch eine Aktuaiisierung der Daten vorzunehrnen und auch neue
Institutionen in den Katalog aufzunehmen. Die Daten sollen neben dem gedruckten
Katalog auch über elektronische Medien zuganglich gemacht werden. Dazu
werden wir im Laufe des Jahres den Katalog auch als Diskettenversion vertreiben.

An dieser Stelle rnöchten wir uns beirn Bundesamt für Energiewirtschaft, Sektion
Energieforschung, für die finanzieile Starthilfe bqi diesem Projekt bedanken. Für

die Mitarbeit bei der Erfassung der Daten möchten wir den Herren P. Gantenbein
Dr. S. Siegmann, S. Albietz danken.

P. Qelhafen
Institut für Physik, Universität Basel



Geleitwort

Die FOrderung der Anwendung der OberIlächentechnik st eine der wichtigen
Aufgaben der Schweizerischen Gesellschaft für Oberllächentechnik SGO
SST.
Das vorliegende Handbuch soil dazu elnen Beitrag leisten.

Der inhait des Buches entstand durch die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen
Universität und technischem Verein unter lnanspruchnahme internationaler
Zusammenarbeit: Herr Professor Dr. P. Oelhafen mit semen Mitarbeitern von
der Universität Basel erarbeiteten den grOssten Tell des inhaltes auf Grund einer
Befragungsaktion, die sich auf Unterlagen des VDI abstützte. Elne Arbeitsgruppe
der SGO-SST unter der Verantwortung von Herrn P. Huber der Firma Plasma
Technik AG trug vor aHem zu den anwendungstechnischen Aspekten des
Buches bel. Die SGO-SST schiiessiich übernahm die Verantwortung für Druck
un Vertrieb. An dieser Stelle sel der Schweizerischen Akademie der technischen
Wissenschaften und der Stiftung der Erne AG zur Forderung der Gaivanotechnik
für ihre grosszügige finanzielle Unterstutzung dazu gedankt. Gedankt sel hier
auch der Geschäftsführerin der SGO-SST, Frau C. Escher, die sich urn alle
praktischen Aspekte der Herausgabe des Buches mit Fachkenntnis und
Effizienz kümmerte.

Die Herausgeber hoffen, dass das Buch bei den Benützern und Anwendern von
Oberflächentechnik Ankiang findet und sein Erfoig die Herausgabe von weiteren
aktualisierten Auflagen erlaubt.

Dr. H. Tannenberger

Präsident der
Schweizerischen Geseilschaft
für Oberflächentechnik SGO-SST



lnhaltsverzeichnis zum SchOHT-Handbuch für die Schweiz

Tell A (grun) Was wollen wir mit dem Handbuch erreichen

Teil B (geib) Fachteil: Theorie;
Ausgangsmaterialien,
Hilfsstoffe und deren Behandlung;
Herstellung von Schichten, Haibleitern;
Analyse und Charakterisierung;
Tribologie und spezielle Vertahren der
Prozel3kontrolle

Tell C (rosa) Material- und Funktionenverzeichnis

Teil D (weiss) Firmen- und lnstitutsportraits

Hinweise zur Benutzung des SchOHT-Handbuches:

An zwei Beispielen soIl gezeigt werden, wie die gewunschten Informationen
schnell gefunden werden kännen.

Bedarf an einer Funktionalschicht
Eine Firma mul3 das Korrosionsproblem an elnem ihrer Bauteile Iösen. Sie sucht
deshalb eine andere Firma, die Beschichtungen zum Korrosionsschutz von
Bauteilen anbietet. Der Einstieg in das Handbuch geschieht dann über den Tell
C: Material- und Funktionenverzeichnis. Dort findet der Anwender unter dem
schwarz hinterlegten Titel, 02 Korrosionsschutz, die Referenznamen der
Firmen, die im Bereich Korrosionsschutz-Beschichtungen tatig sind. Im Teil 0
findet man nun unter diesen Referenznamen die Portraits (Adresse,
Ansprechpartner usw.) der Firmen.

Bedarf an einer Herstellungs- oder Analysemethode
Eine Firma oder em Institut sucht einen Partner mit einer ESCA
Schicht/Oberflàchenanalysemethode (AES, XPS, UPS). Im Teil B: Fachteil:
Theorie; Ausgangsmaterialien, Hilfsstoffe und deren Behandlung; Herstellung von
Schichten, Halbleitern; Analyse und Charakterisierung; Tribologie und spezielle
Verfahren der ProzeBkontrolle, findet man unter den entsprechenden Titein die
Referenznamen, der Firmen und Institute, die diese Methoden anbieten. lm Teil
D findet man nun unter diesen Reterenznamen die Portraits (Adresse,
Ansprechpartner usw.) der Firmen und Institute.



Was wollen wir mit dem Handbuch erreichen?

Ueber die Bedeutung der Oberflächentechnik im modernen Maschinen-und
Apparatebau wurde an vorangehenden Steilen geschrieben. Wie aber findet
sich der Anwender z.B. der Konstrukteur in der Vieifalt der Moglichkeiten,
welche vom Eirisatzhãrten bis zum lonenimpiantieren reichen, zurecht? Das
selbe gilt natOrlich auch für die Moglichkeiten der Charakterisierungen dor
Oberflãchen.
In der heutigen Ausbildung werden verschiedene Beschichtungs-und
Charakterisierungsverfahren vorgesteilt. Aus Literatur und Werbung in
Fachzeitschriften sind ebenfalls Angaben über Eigenschaften einsehbar. Was
wir aber mit diesem Handbuch erreichen wollen ist, dem Anwender in kurzer
Form die Merkmale und Grenzen der einzelnen Verfahren, deren
Wjrtschaftiichkeit, sowie auch die Firmen, weiche die Verfahren anbieten,
aufzeigen.
So soil, dies als Beispiel, der Anwender sehen ob für scm Problem, das
Aufbringen einer verschleissbestãndigen Schicht in einer Bohrung von 20mm
Durchmesser, em Ansatz für eine wirtschaftlichen Losung besteht und wer
diese alienfalis anbietet.
Aus diesem Grund sind in der Foige in Tabellenform die Verfahrensmerkmale
einiger im Handbuch aufgefuhrten Beschichtungsarten aufgefuhrt. Selbst
verständlich Iässt sich dies nur in einer unscharfen Abgrenzung tun. Der
Anwender, weicher em Materiaiprobiem ais Oberfiachenprobiem erkannt hat,
soil und kann nicht zum Spezialisten für Schichten ausgebildet werden,
sondern er soil em Werkzeug erhalten, weiches ihm erlaubt, einen ersten
Schritt in die richtige Richtung zu tun. Mit dem Fachmann, aufgeiistet in den
entsprechenden Firmenportraits, soil die Problemlosung gemeinsam erarbeitet
werden.
Das vorliegende Handbuch, dessen Handhabung auf der nächsten Seite
eingehender erlãutert wird, soil em einfaches und schnelles Werkzeug sein,
funktioneile Oberflãchen zu erzielen.

Peter Huber
Suizer Metco AG



Verfahrensmerkmale

Spektrum der Schicht- sehr gross
werkstoffe

Beschichtbare Grund
materialien
- metallische moglich
- Kunststoffe möglich
- Keramik nur bedingt mOglich

Bauteilgrosse
- unteres Limit gegeben durch Halterung
- oberes Limit Beschichtung vor Ort

maglich

Tauglichkeit für
- Serienbeschichtung geeignet
- Einzelteilbeschichtung geeignet

Preis pro beschichtete
Fläche mittel - (hoch)

Partielle Beschichtung

Totale Beschichtung

mOglich

moglich

Temperaturbelastung
während des Be
schichtungsvorganges

gering

Innenbeschichtung Mm. Durchmesser
30mm

Schichtstreuung/
Homogenitât gut

übliche Schichtdicke
> 1 ,um nicht moglich

1-lOum nicht moglich
10-100,um moglich
grosser lOOum üblich
Uber 1 mm moglich bei metallischer

Schicht



PVD
ysical Vapor
Deposition

Verfahrensmerkmale

Spektrum der Schicht- gross
werkstoffe

Beschichtbare Grund
materia Ii en
- metallische moglich
- Kunststoffe moglich
- Keramik moglich

Bauteilgrosse
- unteres Limit gegeben durch Halterung
- oberes Limit bis hin zu kontinuierlichen

Anlagen

Tauglichkeit für
- Serienbeschichtung geeignet
- Einzelteilbeschichtung geeignet

Preis pro beschichtete mittel - hoch,
Fläche

Partielle Beschichtung moglich

Totale Beschichtung moglich

Temperaturbelastung
während des Be- mittel (300-500°C)
schichtungsvorganges

Innenbeschichtung nur sehr beschrãnkt
moglich
(schlechte Streu
fahigkeit)

Schichtstreuung/ gut
Homogenitât

übliche Schichtdicke
> 1 ,um üblich

1-lOpm üblich
10-100um moglich
grosser 100pm nein
über 1 mm nein



Verfahrensmerkmale

Spektrum der Schicht- begrenzt
werkstoffe

Beschichtbare Grund
materialien
- metallische moglich
- Kunststoffe
- Keramik moglich

Bauteilgrosse
- unteres Limit gegeben durch Halterung

- oberes Limit gegeben durch Rezipient

Tauglichkeit für
- Serienbeschichtung geeignet
- Einzelteilbeschichtung bedingt geeignet

Preis pro beschichtete
Fläche mittel - hoch

Partielle Beschichtung moglich

Totale Beschichtung moglich

Temperaturbelastung hoch (800-1000°C)
während des Be- geringer wenn Plasma
schichtungsvorganges unterstützt

Innenbeschichtung moglich

Schichtstreuung/ sehr gut
Homogenitât

übliche Schichtdicke
>lum

1-10,um
10- 100 ,um
grosser 100um
Uber 1 mm

möglich
moglich



Verfahrensmerkmale

Qalvanisieren,
stromlos Abscheiden

Anodisieren

Spektrum der Schicht- begrenzt / gross
werkstoffe

Beschichtbare Grund
materialien
- metallische moglich
- Kunststoffe moglich über Zwischen
- Keramik schichten

Bauteilgrösse
- unteres Limit sehr klein
- oberes Limit sehr gross (vor Ort moglich)

Tauglichkeit für
- Serienbeschichtung ja
- Einzelteilbeschichtung ja

Preis pro beschichtete
Fläche tief

Partielle Beschichtung moglich

Totale Beschichtung mOglich

Temperaturbelastung
während des Be- keine
schichtungsvorganges

Innenbeschichtung moglich

Schichtstreuung/
Homogenität gut

übliche Schichtdicke
>lpm ja

1-1Oum ja
10-100Mm ja
grosser 100Mm selten
über 1 mm selten
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Verfahrensmerkmale

Spektrum der Schicht- begrenzt
werkstoffe

Beschichtbare Grund
materialien
- metallische moglich
- Kunststoffe
- Keramik bedingt möglich

Bauteilgrosse
- unteres Limit gegeben durch Halterung
- oberes Limit einige m2

Tauglichkeit für
- Serienbeschichtung gut
- Einzelteilbeschichtung gut

Preis pro beschichtete
Fläche mittel - hoch

Partielle Beschichtung besonders geeignet
( Reparatur)

Totale Beschichtung moglich

Temperaturbelastung
während des Be- hoch (Verzug)
schichtungsvorganges

Innenbeschichtung nicht moglich

Schichtstreuung/
Homogenitat gut

übliche Schichtdicke
>1Mm

1-1O,4Jm
1O-100,um ja
grosser 100,um ja
über 1 mm ja (inkl.Freiform)
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Theorie B.2

Ausgangsmaterialien, Hilfsstoffe
und deren Behandlung

Herstellung von Schichten,
Oberflächen, Haibleitern
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Tribologie und spezielle
Verfahren der ProzeBkontrolle

B.3 - B..6

B,6 - B.37

B.38 - B-57

B.57 - B.64
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B.1.-l

THEORIE Plasma - Wand - Wechselwirkungen

B.1.-l B.1.-l 8

Bandstruktur - Rechnungen

B.1.-I 1

epfi-physique-appliquOe
ethz-festkorperphysik
ethz-hochstfrequenzelektronik
ibm-physik/hi
uni-neuchatel-microtechnique

Berechnung der räumlichen Anordnung von Elektronen
und lonen- Verteilungen

B.1.-I 2

epfl-micro-/optoIectronique
epfi-physique-appliquée
ethz-festkorperphysik
ibm-physik/N
psi-zurich
sgs-thomson-microeiectronics
uni-bern-laser

Thermodynamik der Schichtbildung

B.1.-l 3

CSEM
epfl-ceramique
schlierhoIz-metaIIveredelung
uni-bern-laser

Kinetische Gastheorie

B.1.-l 4

epfi-Ipas

CSEM
epfl-physique-des-plasmas
uni-bem-massenspektroskopie
uni-neuchâtei microtechnique

Weitergehende Fachthemen
B.1.-l 9

abb-semiconductors (Technologie Leistungshalbleitethauelemente)
baumann-plasma (Thermische Beschichtungsverfahren)
chromwerk (Oberflächentechnik, Chemie, Elektronik)
epfl-ceramique (Alterung ferroelektrischer Dunnschichten)
epfl-chimie-physique (Photovoltaique, Photochimie, Photoelectrochimie)
epfl-Ipas (Laser - Oberflächen Wechselwirkungen)
epfl-Imch (Elektrochemie)
epfl-microscopie-électronique (Blldkontrastanalyse und Bildsimulieren von
Qben’lächen, Grenzen und Schichten im TEMJHRTEM)
epfl-physique-des-plasmas (Plasma Simulation (Partikel Simulation))
ethz-festkOrperphysik/elektr.mikroskopie (Strukt. Charaktensierung mit
hochaufi. Elektronenmikroskopie, Elektronendiffraktion, Röntgen- Mikroanalyse)
ethz-festkörpeTphysik (Segregation an Ober- & Grenzflächen)
ibm-physik/hi (ab-initlo Molekulardynamik, Supraleitung)
imeto (Wiederveiwertbarkeit von Galvanikschlämmen)
mt (Eiektromagnetische Abschirmung)
ntb (Dynamische Streutheorie [X-Ray Rocking Cuivesj, Mikromechanik)
polyaqua (WasserkreislauffUhrung/Abwasser,l
psi-zurich (Beugungsoptik, Optimielung dieL Filter)
rieter-mateiialprufung (VerschleiI3mechanismen)
uni-neuchâtel microtechnique (Transporitheone)

Theorie der Wechselwirkung strukturwirksamer
Teilchen- und Photonenstrahiung

B.1.-I 5

epfi-chimie-physique
epfi-physique-appliquée

Absorptions-, Emissions- und Streuprozesse von
Teilchen an Oberflächen

B.1.-l 6

CSEM
empa-organische-chemie
ibm-physik/hi
mt
sgs-thomson-microeiectronics
uni-bem-laser
uni-bem-massenspektroskopie

Theorie der Strukturdefekte

8.1.-I 7

CSEM
epfl-micro-/optoelectronique
nth
sgs-thomson-microelectronics
uni-neuchátei microtechnique

B.2



B.2.-II

AUSGANGSMATERIALIEN, HILFSSTOFFE Substrat - Herstellung

UND DEREN BEHANDLUNG B.2.-II if Lohnbehandlung

B.2.-II

Substrat - Herstellung

B.2.-II 1 a Forschung & Entwicklung

baumer-electric
CSEM
empa-metailkunde
epfl-chimie-physique
epfi-Imch /
epfl-micro-/optolectrorNque
ethz-quantenelektronik
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
leybold
mt
preci-coat
uni-geneve-dpmc
uni-lausanne-physique expénmentale
vibro-meter
zeiss

cmt
CSEM
leybold
mt
senstech

Kristall - Herstellung

B.2.-II 2a Forschung & Entwicklung

epfi-physique-appliquee
ethz-quantenelektronik
ibm-physik/hi
leybold
uni-geneve-clpmc
uni-lausanne-physique-expérimentale
zeiss

Kristall - Herstellung

B.2.-II 2b Produkte - Herstellung

epfl-physique-appliquee
leybold
zeissSubstrat Herstellung

8.2.-Il lb Produkte -- Herstellung

B.2.I1 2c

Kristall Herstellung

Produkte - Vertriebbalzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
cmt
CSEM
elfo
ethz-technische-chemie rys
leybold
mt
senstech
vibro-meter
zeiss

epfl-physique-appliquée
leybold
zeiss

Kristall - Herstellung

B.2.-II 2d Komponenten und Anlagen - Herstellun

leybold
zeiss

Substrat Herstellung

B.2.-II 1 c Produkte -- Vertrieb

8.2.11 2e

Kristall - Herstellung

- VertriebAn)agenKomponentebalzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
CSEM
elfo
leybold
mt
schaefer
vibro-meter
x-tronix
zeiss

Substrat - Herstellung

B.2.-lI id Komponenten und Anlagen - 1-lerstellung

ciposa-microtechniques
CSEM
leybold
senstech
zeiss

Substrat - Herstellung

B.2.-II 1 e Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ciposa-microtechniques
CSEM
leybold
x-tronix
zeiss

leybold
schaefer
x-tronix
zeiss

Kristall - Herstellung

B.2.-lI 2f Lohnbehandlung

leybold

8.3



B.2.-II 3a

Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle Behandlungsverfahreri für Substrate und Kristalle

8.2.-Il 3a Forschung & Entwicklung B.2.-Il 3e Komponenten und Anlagen - Vertrieb

abb-semiconductors
balzers-dunnschicht-komporienten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
battelle
baumer-electric
CSEM
empa-metailkunde
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epfl-céramique
epfl-chimie-physique
epfl-lmch
epfi-micro-/optoeiectronique
epti-physique-des-piasmas
ethz-afif
ethz-quanteneiektronik
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
knecht-optik
leybold
lüem-oberflächentechnik
observatowe-cantonal
psi-zurich
rieter-materialprufung
satis-vacuum
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
sulzer-surface-tech
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-experimentale
uni-neuchatel-microtechnique

baizers-vakuumtechnik&instrumente
begal
ciposa-microtechniques
impreva
leybold
Iuem-oberflãchentechnik
satis-vacuum
suIzer-innotec-chemie/korroson
suizer-surface-tech

Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle
8.2.-Il 3f Lohnbehandlung

bürox
bwb-oberflâchentechnik
cmt
dOrrer-metaliveredelung
galvor
hartchrom
howigra-dickschichttechnik
impreva
leybold
maurer
mevag-metailveredelung
schlierholz-metallveredelung
senstech
sturzenegger-korrosionsschutz
suizer-innotec -chemie/korrosion
suizer-surface-tech
w+f
wullimann-anodisierungBehandlungsverfahren für Substrate und

B.2.-ll 3b Produkte - Herstellung

Kristalle

8.2.-li
Schichtausgangsmaterialien

4a Forschung & Entwickiungabb-semiconductors
balzers-dünnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
baumer-electric
begal
cmt
dorix
howigra-dickschichttechnik
leybold
Iüem-oberllâchentechnik
rieter-materialprüfung
senstech
suizer-surface-tech

Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalie
B.2.-II 3c Produkte •- Vertrieb

balzers-vakuumtechnik&instrumente
baumer-electric
begal
hilpert-electronics
leybold
Iüem-oberflâchentechnik
suizer-surface-tech

baizers-optik
battelle
CSEM
empa-metailkunde
epfl-céramique
epfl-micro-/optoeiectronique
epfl-physique-des-plasmas
ethz-afif
ethz-technische-chemie pnns
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
Ieyboid
psi-zurich
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflttchen
uni-fribourg-chimie-physique
uni-genève-physique-appiiquee/biomedicale
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-experimentale
uni-zurich-physikalische-chemie
vilab

hichtausgangsma

B.2.-il3dkomponenten
Substrate und Kristalie B.2.-Il 4b Produkte - Hersteliung

und Anlagen - Herstellung

balzers-vakuumtechnik&instrumente
begal
ciposa-microtechniques
leyboid
lüem-ob&fiãchentechnik
satis-vacuum
senstech
suizer-innotec-chemieikorrosion
sulzer-surtace-tech

baizers-optik
ethz-technische-chemie rys
leybold
suizer-innotec-chernie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberf}ttchen

Schichtausgangsmaterialien
B.2.-lI 4c Produkte - Vertrieb

baizers-optik
leybold
suizer-innotec-chemie/korrosion
x-tronix

B.4



B.2.-II 4d

Schichtausgangsmaterialien Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmateriali
B.2.-II 4d Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-II 5e Komponenten und Anlagen - Vertrieb

CSEMleybold
howigra-dickschichttechnik
luem-oberflächentechnikvacotec
satis-vacuum

Schichtausgangsmaterialien

B.2.-II 4e Komponenten und Anlagen - Vertrieb Behandlungsverfahren für Schichtausan9smateriaIj
B.2.-II 5f Lohnbehandlung

Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien

B.2.-II 5a Forschung & Entwicklung

balzers-dunnschicht-komponenten
battelle
baumer-electric
CSEM
epfl-chimie-physique
ethz-aflf
ethz-technische-chemie rys
ibm-physik/hi
Iüem-oberflächentechnik

psi-zurich
satis-vacuum
suizer-innotec-werkstoffe/oberfiächen
uni-genève-dpmc
uni-lausarine-physique-experimentale
uni-neuchatel-microtechnique

Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien
B.2.-II 5b Produkte - Herstellung

balzers-dünnschicht-komponenten
baumer-electric
CSEM
epfl-physique-appliquée
ethz-technische-chemie rys
howigra-dickschichttechnik
lüem-oberflächentechnik

bürox
CSEM
howigra-dickschichttechnik
maurer
mooser-metailveredelung
schiierholz-metallveredelung

Hilfsstoffe

B.2.-II 6a Forschung & Entwicklung

balzers-dünnschicht-kornponenten
battelle
CSEM
empa-organische-chemie
epfl-chimie-physique
Iüem-oberflächentechnik
psi-zurich
sturzenegger-korrosionsschutz
suizer-surface-tech
uni-geneve-dpmc
uni-Iausanne-physique-expementaIe

Hilfsstoffe

B.2.-II 6b Produkte - Herstellung

balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-mei3technik
cmt
elfo
lüem-oberfiâchentechnik
senstech
suizer-surface-tech

Hilfsstoffe
B.2.-II 6c Produkte - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-mel3technik
Iüem-oberttâchentechnik
suizer-surface-tech

Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien Hiifsstoffe
B.2.-II 5c Produkte - Vertrieb B.2.-II 6d Komponenten und Anlagen - Herstellun

CSEM luem-oberflâchentechnik
epfl-physique-appiiquée senstech
howigra-dickschichttechnik sturzenegger-korrosionsscht
Iuem-oberflãchentechnik suizer-surface-tech

Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien Hilfsstoffe
B.2.-II 5d Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-II Ge Komponenten und Anlagen - Vertrieb

CSEM luem-oberilächentechnik
howigra-dickschichttechnik suizer-surface-tech
iepco
luem-oberflachentechnik

8.5

leybold
vacotec
x-tronix

Schichtausgangsmaterialien

8.2.-Il 4f Lohnbehandlung

dorrer-metaliveredelung
impreva
leybold



B.2.-ll 6f

Hilfsstoffe HERSTELLUNG VON SCHICHTEN,
B.2.-ll 6f Lohnbehandlung OBERFLACHEN, HALBLEITERN

B.2.-Ill
bronnimann-Iackerungen
cmt
eric-martin
galvor
maurer
senstech
sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-surface-tech

MORPHOLOGISCHE PLANUNG

B.2.-llI 1

Computer Simulation
Verfahren zur Praparation der Hilfsstoffe B.2.-lll 1.1 a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.2.-ll 7a Forschung & Entwicklung

battelle
CSEM
epfl-Imch
ethz-af if
Iuem-oberfiachentechnik
observatoire-cantonal
satis-vacuum
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-expérimentale

abb-semiconductors
CSEM
epti-chimie-physique
epfl-micro-/optoeiectronique
uni-bern-laser

iüem-oberflächentechnik

Computer Simulation

B.2.-lll 1.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

abb-semiconductors
Verfahren zur Präparation der

8.2.-Il 7b Produkte - Herstellung
Hilfsstoffe

Computer Simulation

rodukte - Herstellung

luem-oberflächentechnik

Keine Nennung
Verfahren zur Praparation der

B.2.-II 7c Produkte - Vertrieb

Hilfsstoffe

B.2.-lIl 1.ld Produkt:-Vertrieb

bema
CSEM
leyboid
iuem-oberfiächentechnik
satis-vacuum
iwatani-surmetal horvath

Keine Nennung
Praparation

B.2.-ll
v;fahrezur

t und

8.2.-Ill 1 .le

Computer Simulation

- HerstellungKomponenten und

Keine Nennung

bema
CSEM
leybold
Iuem-oberflachentechnik
satis-vacuum
schaefer
iwatani-surmetal horvath

Keine Nennung

Computer Simulation

B.2.-llI 1.lf Komponenteri und Anlagen - Vertrieb

ahren zur Präparation

B.2.-Il ; Komponenten und Anlagen-Vertrieb

8.2.-Ill

Design/Engineering

Experiment

Keine Nennung

Verfahren zur Präparation der Hilfsstoffe

B.2.-ll 7f Lohnbehandlung

abb-semiconductors
baumer-electric
epfl-micro-/optoelectronique
hightec-mc
ibm-physik/hi
nth
psi-zurich
satis-vacuum
senstech

Computer Aided Design / Enginee

B.2.ll 8

Weitergehende Fachthemen B.2.-IIl 1.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

abb-semiconductors

brunner-hartchrom (Elektrolylkompositionen)
ascom-favag

empa-organische-chemie (chemische Oberflächenmodifikation)
baumer-mei3technik

epfi-physique-des-piasmas (Plasmareinigung)
reinhardt-microtech

ethz-technische-chemie prins (Katalysatoren)
ethz-werkstoffchemie (Passiv Rime)
hartchrom (Applizieron galvanischer Schichten [N4 Cr])
iepco (definiertes Mikrostrahlen in Stufen)
imeto (Anwendung von Buntmetalien wie Ni, Cu, Sn, Zn)
uni-fribourg-festkorperphysik (Plasmabehandlung)
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B.2.-III 1 .2c

Computer Aided Design / Engineering LITHOGRAPHIE
B.2.-III 1 .2c Produkte - Herstellung B.2.-III 2

ascom-favag
baumer-mef3technik
schlapfer-mel3technik Photo - Belichtung

B .2. - III 2.1 a Forschung & Entwicklung - Experiment

Computer Aided Design / Engineering

B.2.-III 1 .2d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung

Computer Aided Design I Engineering

B.2.-IIt 1 .2e Komponenten und Anlagen - Herstellung

satis-vacuum

asulab
balzers-dunnschicht-komponenten
battete
epfl-micro-/optoelectronique
ethz-afif
ethz-hochstfrequenztechnik
ibm-physik/N
n
psi-zurich
senstech
uni-geneve-dpmc

Computer Aided Design / Engineering
Photo - Belichtung

B.2.-III 1 .2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb
B.2.-III 2.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

burox
mettler-electronic abb-semiconductors

schlierholz-metaUveredelung ascom-favag

senstech balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-meI3technik
cmt
dickfilm-system
hightec-mc
reinhardt-microtech
senstech

Photo - Belichtung

B.2.-III 2.lc Produkte - Herstellung

ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
dickfilm-system
hightec-mc

Photo - Belichtung
B.2.-III 2.ld Produkte - Vertrieb

Keine Nennung

Photo - Belichtung
B.2.-III 2.le Komponenten und Anlagen - Herstellun

aioxyd

Photo - Belichtung
B.2.-III 2.lf Komponenten und Anlagen Vertrieb

Keine Nennung

Photo - Belichtung
B.2.-1112.lg Lohnbehandlung

blOsch
cmt
senstech
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B.2.-IlI 2.2a

UV - Belichtung e - Belichtung

8.2.-Ill 2.2a Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-IIl 2.3c Produkte - Herstellung

baizers-dünnschicht-komponenten
batteNe
epfi-cOramique
epfi-micro-/optoelectronique
ethz-hochstfrequenztechnik
ethz-quanteneiektronik
ibm-physik/hi
nib
psi-zurich
sgs-thomson-microeiectronics

Keine Nennung

e - Belichtung

B.2.-lIl 2.3d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung

e Belichtung

B.2.-III 2.2b

- Belichtung

- Theorie

8.2.-Ill 2.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Forschung & Entwicklung

ascom-favag
baumer-electric
baumer-mel3technik
cmt
dickfilm-system
elfo
sgs-thomson-microelectronics

e - Belichtung

B.2.-lII 2.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

e - Belichtung

UV - Belichtung

B.2.-III 2.2c Produkte - Hersteliung

B.2.-III 2.3g Lohnbehandlung

Keine Nennung

Keine Nennung

ascom-favag
baumer-electric
baumer-mel3technik
dickfilm-system
hilpert-electronics

-y - Belichtung

B.2.-III 2.4a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung

UV - Belichtung -y - Belichtung
B.2.-III 2.2d Produkte - Vertrieb B.2.-Ill 2.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung Keine Nennung

UV - Belichtung I ‘y- Belichtung
B.2.-IIl 2.2e Komponenten und Anlagen - HersteIlun12111

2.4c Produkte - Herstellung

aloxyd
ciposa-microtechniques Keine Nennung

UV - Belichtung - Belichtung

B.2.-III 2.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-IlI 2.4d Produkte - Vertrieb

ciposa-microtechniques Keine Nerinung

UV - Belichtung -y - Belichtung
B.2.-III 2.29 Lohnbehandlung B.2.-lII 2.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung

cmt Keine Nennung

e - Belichtung
- Belichtung

B.2.-lII 2.3a Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-llI 2.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

baizers-dunnschicht-komponenten
ethz-hOchstfrequenztechnik
ibm-physik/hi
psi-zurich

Keine Nennung

Belichtung

e - Belichtung

- Theorie

B.2.-III 2.4g Lohnbehandlung

B.2.-lII 2.3b Forschung & Entwicklung Keine Nennung

abb-semiconductors
baizers-dunnschicht-komponenten

Teilchen - Belichtung
B.2.-lII 2.5a Forschung & Entwicklung - Experiment

ethz-quantenelektronik
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8.2.-Ill 2.5b

Teilchen - Belichtung ABTRAGETECHNIKEN
B.2.-lll 2.5b Forschung & Entwicklung - Theorie B.2.-lII 3

abb-semiconductors

Strahien, Läppen, Polieren
Teilchen - Belichiung B.2.-III 3.la Forschung & Entwicklung - Experiment

B.2.-III 2.5c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

Teilchen - Belichtung

B.2.-lll 2.5d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung

Teilchen - Belichtung

B.2.-lIl 2.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

Teilchen - Belichtung

B.2.-llI 2.5f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

batteNe
baumer-electric
brunner-hartchrom
CSEM
empa-metalikunde
empa-werkstofftechnologie
epfl-céramique
epfl-lmch
ethz-afif
ethz-quantenelektronik
fubag-metallveredelung
galvor
hartchrom
ibm-physik/hi
iepco
preci-coat
psi-zurich
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-geneve-dpmc
uni-lausanne-physique-experimentale
vibro-meter

Teilchen - Belichtung Strahlen, Läppen, Polieren
B.2.-llI 2.5g Lohnbehandlung B.2.-IIl 3.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung fubag-metatveredelung
iepco

Strahien, Läppen, Polieren
B.2.-lIl 3.lc Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
aloxyd
amt
ascom-favag
balzers-dünnschicht-komponentan
baumann-plasma
baumer-electric
berna
brunner-hartchrom
chc-hutterli-obertlächentechnik
CSEM
egro
iepco
kistler-instrumente
lüem-oberflächentechnik
preci-coat
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen
vibro-meter

Strahien, Läppen, Polieren
B.2.-IIl 3.ld Produkte - Vertrieb

amt
ascom-favag
baumann-plasma
chc-hutterli-oberftâchentechnik
CSEM
hilpert-electronics
iepco
lüem-oberttachentechnik
preci-coat
schlapfer-mel3technik
vibro-meter
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B.2.-III 3.le

Strahien, Läppen, Polieren Elektropolieren

B.2.-III 3.le Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-III 3.2d Produkte - Vertrieb

chc-hutterli-oberflächentechnik chc-hutterli-oberflâchentechnik
iepco CSEM
luem-oberflãchentechnik learonal
schlapfer-mel3technik

Elektropolieren

B.2.-III 3.11
Strahlen,LaPPen,

Vertrieb
B.2.-III 3.2e Komponenten und Anlagen - Herstellung

chc-hutterli-oberfIächentechnk

Elektropolieren

B.2.-III 3.21 Komponenten und Anlagen - Vertrieb

chc-hutterH-oberflächentechnikStrahien Läppen,

B.2.-IlI 3.lg Lohnbehandlung

Polieren

B.2.111 3.2g

Elektropolieren

Lohnbehandlungaloxyd
baumann-plasma
bema
blOsch
brOnnimann-lackierungen
brunner-hartchrom
bürox
chc-hutterii-oberflächentechnik
CSEM
dorrer-metallveredelung
egro
empa-metailkunde
eric-martin
fubag-metaJlveredelung
galvanic-wadenswil
galvor
hartchrom
iepco
liechti-metallveredelung
preci -coat
schlierholz-metallveredelung
senstech
steiger-galvanotechnik
sturzenegger-korrosionsschutz
w+f
winkeihausen

Elektropolieren

B.2.-Ill 3.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
brunner-hartchrom
CSEM
empa-metalikunde
epfl-chimie-physique
epfl-Imch
hartchrom
nib
observatoire-cantonal
uni-lausanne-physique-experimentale

Elektropolieren

B.2.-III 3.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch

blösch
brunner-hartchrom
chc-hutterli-oberflâchentechnik
cmt
CSEM
egro
empa-metalikunde
hartchrom
schlierholz-eloxal
vuilleumier-galvanik

nai3chemisches Atzen
B.2.-HI 3.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

baizers—ciUnnschicht-komponenten
baltelle
baumer-ejectric
brunner-hartchrom
empa-metalikunde
epfl-céramique
epfl-chimie-physique
epfl-Imch
ethz-afif
ethz-hOchsttrequenztechnik
elhz-quantenelektronik
ethz-technische-chemie rys
galvor
hartchrom
ibm-physik/hi
nib
psi-zurich
reinhardt-microtech
sgs-thomson-microelectronics
uni-genève-dpmc

naBchemisches Atzen
B.2.-III 3.3b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch

Elektropolieren
B.2.-III 3.2c Produkte - Herstellung

brunner-hartchrom
chc-hufferli-oberflächentechnjk
CSEM
egro
kistler-instrumente
learonal

baumann-plasma
chc-hutterli-oberflachentechnik
iepco
Iuem-oberllachentechnik
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B.2.-lII 3.3c

naBchemisches Atzen Plasmaätzen

B.2.-lIl 3.3c Produkte - Herstellung B.2.-llI 3.4a Forschung & Entwicklung - Experiment

abb-semiconductors
ascom-favag schuler
balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
baumer-mef3technik
begal
brunner-hartchrom
chc-hutterli-oberflächentechnik
cmt
dorix
hightec-mc
kistler-instrumerite
Iearonal
reinhardt-microtech
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

nal3chemisches Atzen

B.2.-lII 3.3d Produkte - Vertrieb

ascom-favag
baumer-mel3technik
begal
chc-hutterli-oberflächentechnik
hightec-mc
hilpert-electronics
learonal

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
battelle
baumer-electric
CSEM
empa-metaNkunde
epfl-lmch
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-des-plasmas
ethz-hochstfrequenztechnik
hightec-mc
ibm-physik/hi
leybold
observatoire-cantonal
preci-coat
psi-zurich
satis-vacuum
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchãtel-microtechnique

Plasmaätzen

8.2.-Ill 3.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch
eptl-physique-des-plasmas
satis-vacuum

nal3chemisches Atzen Plasmaätzen

8.2.-Ill 3.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-IlI 3.4c Produkte - Herstellung

chc-hutterii-oberflächentechni
photochemie

nal3chemisches Atzen

B.2.-lII 3.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

chc-hutterti-oberflachentechnik

abb-semiconductors
ascorn-favag
baizers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
baumer-electric
bema
hightec-mc
kistier-instrumente
preci-coat

nal3chemisches Atzen
Plasmaätzen

B.2.-llI 3.3g Lohnbehandlung
8.2.-Ill 3.4d Produkte - Vertrieb

blôsch
brunner-hartchrom ascom-favag

bürox balzers-dunnschicht-komponenten

chc-hutterli-oberflächentechnik balzers-vakuumtechnik&instrumente
hightec-mc
preci-coat

cmt
empa-metailkunde
galvor
hartchrom
mevag-metailveredelung
schlierholz-metallveredelung
senstech
wullimann-anoclisierung

Plasmaätzen

B.2.-llI 3.4e Komponenten und Anlagen - Herstellun

balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
leybold
satis-vacuum

Plasm aätzen

B.2.-llI 3.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-eiektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
leybold
polyscience
satis-vacuum
vacotec
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B.2.-III 3.4g

Plasmaätzen Ionenstrahlätzen (IBE)

B.2.-III 3.4g Lohnbehandlung B.2.-III 3.6a Forschung & Entwicklung - Experiment

bema
CSEM
preci-coat
satis-vacuum
senstech

Reaktives Plasmaätzen (RIE)

B.2.-IIl 3.5a Forschung & Entwicklung Experiment

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
battelle
empa-metailkunde
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-des-plasmas
ethz-hOchstfrequenztechnik
ibm-physiklhl
leybold
observatoire-cantonal
psi-zurich
uni-fribourg-festkorperphysik

balzers-dunnschicht-kornponenten
battelle
CSEM
empa-werkstofftechnologie
epfl-lmch
ethz-afif
ethz-festkOrperphysik/elektr.mikroskopie
ethz-technische-chemie prins
ibm-physik/hi
psi-zurich
satis-vacuum
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-lausanne-physique-experimentale

Ionenstrahlätzen (IBE)
B.2.-III 3.6b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch
satis-vacuum

Ionenstrahlätzen (IBE)

B.2.-III 3.5bForschung&Entwicklung-Theorie

B.2.-III 3.6c Produkte - Herstellung

epfl-physique-des-plasmas

abb-semiconductors
baizers-dunnschicht-komponenten

Ionenstrahlätzen (IBE)
Reaktives Plasmaätzen (RIE) B.2.-III 3.6d Produkte - Vertrieb

B.2.-III 3.5c Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
baizers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente

Keine Nennung

Ionenstrahlätzen (IBE)
B.2.-III 3.6e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Reaktives Plasmaätzen (RIE)

B.2.-III 3.5d Produkte - Vertrieb

baizers-dunnschicht-komponenten
baizers-vakuumtechnik&instrumerite

Reaktives Plasmaätzen (RIE)
B.2.-III 3.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung

baizers-vakuumtechnik&instrumente
leybold

Ionenstrahlätzen (IBE)
B.2.-III 3.61 Komponenten und Anlagen - Vertrieb

satis-vacuum
schaefer

Ionenstrahlätzen (IBE)
B.2.-III 3.6g Lohnbehandlung

Reaktives Plasmaätzen
B.2.-III 3.51 Komponenten und Anlagen- Vertrieb

B.2.111 3.:a :::Ch:zn:thatzen
nperimentEntwicklubaizers-vakuumtechnik&instrumente

leybald
polyscience
vacotec
x-tronix

battelle
ibm-physik/hi
psi-zurich

Reaktives Plasmaätzen (RIE) Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE)
B.2.-III 3.5g Lohnbehandlung B.2.-III 3.7b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung Keine Nennung

Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE)
B.2.-III 3.7c Produkte .- Herstellung

satis-vacuum

satis-vacuum

Keine Nennung
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8.2.-Ill 3.7d

Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE) AUFTRAGETECHNIKEN
8.2.-Ill 3.7d Produkte - Vertrieb B.2.-III 4

Keine Nennung

________________________________________

PVD
Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE) JB.2.-III 4.1

B.2.-lII 3.7e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung Aufdampfen

Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE)
B.2.-III 4.1 .la Forschung & Entwicklung - Experiment

B.2.-lII 3.7f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

schaefer

Reaktives Ionenstrahlätzen (RIBE)

B.2.-lIl 3.7g Lohnbehandlung

Keine Nennung

Laserätzen

B.2.-lll 3.8a Forschung & Entwicklung - Experiment

asulab
epfi-Ipas
uni-bem-laser
uni-lausanne-physique-expérimentale

Laserätzen

B.2.-lll 3.8b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Ipas
uni-bem-taser

Laserâtzen

B.2.-lll 3.8c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

asutab
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
baizers-optik
balzers-vakuumtechnik&instwmente
battelle
biOsch
empa-werkstofftechnologie
epfl-ceramique
epfl-chimie-physique
eptl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-appliquée
ethz-afif
ethz-höchstfrequenzeiektronik
ethz-technische-chemie prins
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
kattbrunner
knecht-optik
leybold
nth
psi-zurich
satis-vacuum
sgs-thomson-microelectronics
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-bern-elektronenmikroskopie
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-geneve-physique-appiiquee/biomedicale
uni-geneve-dpmc
uni-iausanne-physique-expeimentaIe
uni-neuchatel-microtechnique
vibro-meter

Laserätzen Aufdampfen

B.2.-IlI 3.8d Produkte - Vértrieb IB.2.-111 4.1.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

Laserätzen
8.2.-Ill 3.8e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

baizers-dunnschicht-komponenten
batzers-elektronik
baizers-optik
ethz-werkstoffchemie
leyboid
satis-vacuum
sgs-thomson-microelectronics
vibro-meter

Laserätzen Aufdampfen
B.2.-llI 3.8f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-Ill 4.1.1 c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

Laserätzen

B.2.-lll 3.8g Lohnbehandlung

Keine Nennung

abb-semiconductors
ascom-favag schuler
balzers-dünnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
baumer-mei3technik
epfl-physique-apphquée
knecht-optik
sgs-thomson-microeiectronics
vibro-meter

B. 13



B.2.-III 4.1.ld

Aufdampfen Sputtern

B.2.-III 4.1.ld Produkte - Vertrieb B.2.-III 4.1.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

ascom-favag
baIzers-dOnnschcht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
baumer-mef3technik
knecht-optik
schlapfer-mef3technik
vibro-meter
x-tronix

Aufdam pfen

B.2.-III 4.1.le Komponenten und Anlagen - Herstellung

balzers-elektronik
baizers-optik
balzers-vakkumtechnik&instrumente
battelie
leybold
satis-vacuum
vacotec

Aufdampfen

B.2.-III 4.1.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-elektronik
balzers-optik
balzers-vakkumtechnik&instrumente
leybold
satis-vacuum
schaefer
vacotec
x-tronix

A uf dam pfen

B.2.-III 4.1.lg Lohnbehandlung

balzers-dunnschicht-komponenten
blOsch
kaltbrunner
leybold
satis-vacuum

asulab
balzers-dunrischicht-komponenten
balzers-elektronik
baizers-optik
balzers-verschleir3schutz
battete
baumer-electric
blösch
brunner-hartchrom
CSEM
empa-metailkunde
epfl-céramique
epfl-chimie-physique
epfl-Imch
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-appliquée
ethz-afif
ethz-hochstfrequenzelektronik
ethz-werkstoflchemie
hightec-mc
ibm-physik/hi
kaltbrunner
leybold
preci-coat
psi-festkOrperforschung
psi-zurich
reinhardt-microtech
satis-vacuum
senstech
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-bern-elektronenmikroskopie
uni-fribourg-festkOrperphysik
uni-geneve-physique-appliquóeThiomedicale
uni-geneve-dpmc
uni-lausanne-physique-experimentale
uni-neuchãtel-microtechnique
vibro-meter
vilab

Sputtern

8.2.-Ill 4.1.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

ba]zers-dunnschtcht-komponenten
baizers-elektronik
baizers-optik
epfl-céramique
epfl-lmch
ethz-werkstoffchemie
leybold
satis-vacuum
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotecwerkstotfe/oberflâchen
vibro-meter

Sputtern
8.2.-Ill 4.1 .2c Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
baizers-dunnschicht-komponenten
balzers-verschleil3schutz
baumer-electric
baumer-mel3technik
CSEM
epfi-physique-appliquee
hightec-mc
kistler-instrumente
preci-coat
reinhardt-microtech
senstech
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotec-werkstoffeloberttâchen
vilab
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B.2.-III 4.1 .2d

Sputtern Arcverfahren

B.2.-lll 4.1 .2d Produkte - Vertrieb B.2.-lll 4.1 .3d Produkte - Vertrieb

battelle
blösch
CSEM

B.2.-lll 4.1 .2e Kom

Sputtern

Anlagen - Herstellung

8.2.-Ill 4.1 .3f Komponent:n und Anlagen - Vertrieb

ponenten und

balzers-elektronik
baIzers-optk
baIzers-verschei13schutz
battelle
CSEM
eybold
satis-vacuum
vacotec

blôsch
iwatani-surmetal horvath

Sputtern I Hybridverfahren
B.2.-III 4.1 .2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

‘B.2.-IIl 4.1 .4a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-elektronik
baizers-optik
balzers-verschleil3schutz
leybold
satis-vacuum
schaefer
vacotec
x-tronix

balzers-verschleif3schutz
CSEM
epfl-physique-appliquee

Hybridverfahren

B.2.-IIl 4.1 .4b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine NennungSputtern

B.2.-1114.1.2gLohnbehandlung

B.2.lIl4.1.4c

Hybridverfahren

Produkte - Herstellungbalzers-dünnschicht-komponenten
balzers-verschleif3schutz
blOsch
CSEM
kaltbrunner
leybold
preci-coat
satis-vacuum
senstech
vilab

ascom-favag
balzers-verschleil3schutz
CSEM
dickfilm-system
epfl-physique-appliquée
howigra-dickschichttechnik

ridverfahren

B.2.-llI 4.1.3a

Arcverfahren

Experiment

B.2.-lIl 4.1.4d Produkte - Vertrieb

Forschung & Entwicklung -

battelle
blösch
CSEM
ethz-afif
kaltb runner

ascom-favag
balzers-verschleil3schutz
dickfilm-system
howigra-dickschichttechnik

Hybridverfahren
8.2.-Ill 4.1 .4e Komponenten und Anlagen - Herstellun

Arcverfahren

B.2.-IIl 4.1 .3b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

balzers-verschleil3schutz
CSEM
howigra-dickschichttechnik

Hybrid ye rfa h re n
Arcverfahren B.2.-lll 4.1.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

8.2.-Ill 4.1 .3c Produkte - Herstellung
balzers-verschleil3schutz

CSEM howigra-dickschichttechnik
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balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-verschieif3schutz
baumer-electric
baumer-mel3technik
hightec-mc
preci-coat
schlapfer-mel3technik
senstech
vibro-meter
vilab
x-tronix

Keine Nennung

Arcverfahren

B.2.-Ill 4.1 .3e Komponenten und Anlagen - Herstellun

Arcverfahren

B.2.-lll 4.1.3g Lohnbehandlung

blOsch
CSEM
kaltbrunner



B.2.-lll 4.1.4g

Hybridverfahren MetaII-Organische Molekularstrahlepitaxie (MOMBE)

B.2.-1114.1.4gLohnbehandlung B.2.-1114.1.6dProdukte - Vertrieb

balzers-verschieil3schutz x-tronix
CSEM
howigra-dickschchttechnik sche Molekularstrahle (MOMBE)

B.2.111

Molekularstrahlepitaxie
(MBE)Experiment

B.2.-lll4.1.6e Komponenten und Anlag:n- Herstellung

4.1.5aForschung & Entwicklung - Kene Nennung

balzers-vakuurntechnik&instrumente
epfl-micro-/optoelectronique
ethz-afif
ethz-festkorperphysik/elektrmikroskopie
ethz-quantenelektronik
ibm-physik/hi

MetalI-Organische Molekularstrahlepitaxie (MOMBE)
8.2.-Ill 4.1 .6f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

x-troriix

Molekularstrahlepitaxie (MBE)
Metall-Organische Molekularstrahlepitaxie (MOMBE)

B.2.-1114.1.5bForschung & Entwicklung - Theorie
B.2.-1114.1.6gLohnbehandlung

Keine Nennung
ibm-physik/hi

Molekuiarstrahlepitaxie (MBE) I CVD

B.2.-lIl 4.1 .5c Produkte - Herstellung
B.2.-lIl 4.2

baIzers-vakuumtechnik&nstrumente
Hochtemperatur CVD

B.2.-llI 4.1

4.2.1 a Forschung & Entwicklung - Experiment

Produkte - Vertrieb

balzers-vakuumtechnik&instrumente
x-tronix

battelle
bema
CSEM
epfl-micro-/optoelectronique
iwatani-surmetal
satis-vacuum
vilab

Molekularstrahlepitaxie (MBE)

8.2.-Ill 4.1.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Hochtemperatur-CVD

B.2.-llI 4.2.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

Molekularstrahlepitaxie (MBE)
8.2.-Ill 4.1 .5f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-vakuumtechnik&instrumente
schaefer
x-tronix

CSEM
vilab

Metall-Organische Molekularstrahlepitaxie (MOMBE)
8.2.-Ill 4.1 .6a Forschung & Entwicklung - Experiment

Hochtemperatur-CVD
8.2.-Ill 4.2.le Komponenten und Anlagen - Herstellung

CSEM
epfl-micro-/optoelectronique
ibm-physik/hi
uni-zürich

MetaIl-Organische Molekularstrahlepitaxie (MOMBE)
B.2.-Ill 4.1.6b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

battelle
berna
CSEM
iwatani-surmetal
satis-vacuum suter

Hochtemperatur CVD

B.ii
Molekul:r:trahlepitaxie (MOMBE)

8.2.-Ill 4.2.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Produkte

Keine Nennung

bema
CSEM
iwatani-surmetal
satis-vacuum

balzers-vakuumtechnik&instrumente

satis-vacuum

CSEM
vilab

Hochtemperatur-CVD

8.2.-Ill 4.2.lc Produkte - Herstellung

Molekularstrahlepitaxie

8.2.-Ill 4.1.5g Lohnbehandlung

(MBE)

8.2.-Ill 4.2.ld

Hochtemperatur-CVD

Produkte - VertriebKeine Nennung
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8.2.-Ill 4.2.19

Hoc h tempera t u r-C V D Ni ed e rte m p e rat u r- CV D

B.2.-IIl 4.2.lg Lohnbehandlung B.2.-III 4.2.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

bema baIzers-vakuumtechnk&instrumente
CSEM battelle
watan-surmetaI berna
satis-vacuum CSEM
vilab epfI-micro-/optoeectronique

iwatani-surmetal

battelle
bema
CSEM
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-appliquOe
nib
satis-vacuum

nib
satis-vacuum
uni-basel-elektronenspektroskopie

Niedertemperatur-CVD

B.2.-lll 4.2.3b Forschung & Entwicklung - Theorie

satis-vacuum

Niedertemperatur CVD

B.2.111

Mitteltemperatur-CVD

- Theorie

8.2.-Ill 4.2.3c Produkte - Hersteliung

4.2.2b Forschung & Entwicklung

________

ebb-semiconductors
ascom-favag
balzers-vakuumtechnik&instrumente

Mitteltemperatur-CVD Niedertemperatur-CVD

8.2.-Ill 4.2.2c Produkte - Herstellung B.2.-lll 4.2.3d Produkte - Vertrieb

ascom-favag
CSEM

ascom-favag

epfi-physique-appliquée
hNpe ri-electronics

Niedertemperatur-CVD
Mitteltemperatur-CVD B.2.-lll 4.2.3e Komponenten und Anlagen - Herstellun

B.2.-lIl 4.2.2d Produkte - Vertrieb
battelle
bemaascom-favag
iwatani-surmetalCSEM
satis-vacuum

Mitteltemperatur-CVD
B.2.-Ill 4.2.2e Komponenten und Anlagen

- Herstellungi
Niedertemperatur-CVD

B.2.-llI 4.2.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb
battelle
bema bema
CSEM iwatani-surmetal
satis-vacuum satis-vacuum

Mitteltemperatur-CVD 1 Niedertemperatur-CVD
B.2.-IlI 4.2.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb 8.2.-Ill 4.2.3g Lohnbehandlung

bema bema
CSEM watani-surmetal
satis-vacuum sails-vacuum
schaefer

Photo-CVD
Mitteltemperatur-CVD B.2.-llI 4.2.4a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.2.-Ill 4.2.2g Lohnbehandlung
uni-basel-eiektronenspektroskopie

Photo-CVD

B.2.-llI 4.2.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

Photo-CVD
B.2.-lll 4.2.4c Produkte - Herstellung

Keine Nennung
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Mitteltemperatur-CVD

B.2.-llI 4.2.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

satis-vacuum

bema
CSEM
satis-vacuum



B.2.-III 4.2.4d

Photo-CVD Ionenstrahl-CVD

B.2.-III 4.2.4d Produkte - Vertrieb B.2.-III 4.2.6b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung satis-vacuum

Photo-CVD Ionenstrahl-CVD
B.2.-III 4.2.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-III 4.2.6c Produkte - Herstellung

Keine Nennung Keine Nennung

Photo-CVD Ionenstrahl-CVD
8.2.-Ill 4.2.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-III 4.2.6d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung

Photo-CVD Ionenstrahl-CVD
B.2.-III 4.2.4g Lohnbehandlung 8.2.-Ill 4.2.6e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung satis-vacuum

Elektronenstrahl-CVD Ionenstrahl-CVD
B.2.-III 4.2.5a Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-IlI 4.2.6f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

knecht-optik satis-vacuum
satis-vacuum schaefer

Elektronenstrahl-CVD Ionenstrahl-CVD
B.2.-IlI 4.2.5b Forschung & Entwicklung - Theorie B.2.-lII 4.2.69 Lohnbehandlung

satis-vacuum satis-vacuum

Elektronenstrahl-CVD MetaII-Organisches CVD
B.2.-lll 4.2.5c Produkte - Herstellung B.2.-lIl 4.2.7a Forschung & Entwicklung - Experiment

knecht-optik

Elektronenstrahl-CVD

B.2.-III 4.2.5d Produkte - Vertrieb

knecht-optik

battelle
CSEM
epfl-lpas
ibm-physik/hi
iwatan-surmetal
psi-zurich
satis-vacuum

Elektronenstrahl-CVD MetaIl-Organisches CVD

B.2.-III 4.2.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-lII 4.2.7b Forschung & Entwicklung - Theorie

satis-vacuum epflipas
ibm-physik/hi
satis-vacuum

nenstrahl
B.2.-III 4.2.5f Komponenten und Aniagen - Vertrieb

B.2.-IIl 4.2.7c
Met&I-Organisches CVD
Produkte - Herstellung

satis-vacuum
schaefer

CSEM

Elektronenstrahl-CVD
MetaIl-Organisches CVD

B.2.-1114.2.5gLohnbehandlung
B.2.-1114.2.7dProdukte - Vertrieb

satis-vacuum
Keine Nennung

Ionenstrahl-CVD
MetaII-Organisches CVO

B.2.-lIl 4.2.6a Forschung & Entwicklung - Experiment
B.2.-lll 4.2.7eKomponenten und Anlagen - Herstellung

knecht-optik
battellesatis-vacuum
CSEMuni-basel-elektrorienspektroskopie
watani-surmetal
satis-vacuum
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B.2.-Ill 4.2.7f

MetalI-Organisches CVD Plasma-CVD

B.2.-III 4.2.7f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-IIl 4.3.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

iwatani-surmetal
satis-vacuum

MetaII-Organisches CVD

B.2.-III 4.2.7g Lohnbehandlung

CSEM
sabs-vacuum

balzers-elektronik
baizers-optik
bema
iwatani-surmetal
polyscience
satis-vacuurn
vacotec
x-tronix

Plasma -C VD

8.2.-Ill

PLASMABESCHICHTuNGEN B.2.-1114.3.lgLohnbehandlung

Plasm a-C VD

B.2.-III 4.3.la Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-elektronik
baizers-optik
battelle
baumer-electric
berna
blösch
CSEM
empa-metalikunde
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-des-plasmas
ibm-physik/hi
iwatani-surmetal
observatoire-cantonal
preci-coat
psi-zurich
satis-vacuum
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchatel-microtechnique

balzers-dunnschicht-komponenten
berna
blösch
iwatani-stjrmetal
preci-coat
satis-vacuum

Metall-Organisches Plasma-CVD

B.2.-Ill 4.3.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
epfl-physique-des-plasmas
satis-vacuum

MetaIl-Organisches Plasma-CVD

B.2.-lll 4.3.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-physique-cies-plasmas
satis-vacuum

Metall-Organisches Plasma-CVD

B.2.-llI 4.3.2c Produkte Herstellung

Keine Nennung
Plasm a-C VD

B.2.-llI 4.3.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie Metall-Organisches Plasma-CVD

B.2.-llI 4.3.2d Produkte - Vertrieb
balzers-elektronik
baizers-optik
epfl-physique-des-plasmas

Keine Nennung

satis-vacuum
lasma CVD

B.2.-lll 4.3.1 c Produkte-

B.2.-lll 4.3.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

Herstel lung

ascom-favag
balzers-dünnschicht-komponenten
baumer-electric
preci-coat

MetalI-Organisches Plasma-CVD
B.2.-lll 4.3.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Plasm a-C VD

B.2.-lll 4.3.ld Produkte - Vertrieb
Metall-Organisches Plasma-CVD

8.2.-Ill 4.3.2g Lohnbehandlungascom-favag
balzers-dünnschicht-komponenten
baumer-electric
preci-coat

Plasm a-C VD

B.2.-IlI 4.3.1 e Komponenten und Anlagen - Herstellung

balzers-elektronik
baizers-optik
battelle
bema
iwatani-surmetal
satis-vacuum

battelle
satis-vacuum

satis-vacuum

satis-vacuum
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8.2.-Ill 4.3.3a

Plasmapolymerisation Plasmaspritzen

B.2.-III 4.3.3a Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-III 4.3.4c Produkte - Herstellung

balzers-elektronik
baizers-optik
CSEM
epfl-physique-des-plasmas
observatoire-cantonal
satis-vacuum
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-fribourg-festkörperphysik

amt
baumann-plasma
CSEM
rieter-materialprufung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
sufzer-surface-tech

maspritzen

B.2.-III - Theorie

B.2.-III 4.3.4d Produkt: - Vertrieb

______

Forschung & Entwicklung

balzers-elektronik
epfl-physique-des-plasmas
satis-vacuum

amt
baurnann-ptasma
CSEM
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflâchen
suizer-surface-tech brenner

Plasmapolymerisation Plasmaspritzen

8.2.-Ill 4.3.3c Produkte - Herstellung B.2.-III 4.3.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

Plasmapolymerisat ion

B.2.-IlI 4.3.3d Produkte - Vertrieb

battelle
CSEM
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen
suizer-surface-tech

x-tronix Plasmas

B.2.111

Plasmapolymerisation

Herstellung

B.2.-III 4.3.4f Komponenten un: Anlagen - Vertrieb

4.3.3e Komponenten und Anlagen -

balzers-elektronik
baizers-optik
sabs-vacuum

baumann-plasma
CSEM
schaefer
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflttchen
suizer-surface-tech

Plasmapolymerisation

I Plasmaspritzen
B.2.-III 4.3.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.2.-IlI 4.3.4g Lohnbehandlung

balzers-elektronik
baizers-optik
satis-vacuum

Plasmapolymerisation

B.2.-III 4.3.3g Lohnbehandlung

baumann-plasma
bema
buser-oberflächentechnik
CSEM
sulzer-innotec-chemielkorrosion
sulzer-innotec-werkstoffeloberliächen
suizer-surface-tech

satis-vacuum
Plasmaspritzen

B.2.-lll 4.3.4a
Plasmaspritzen

- Experiment

B.2.-III 4.3.5aForschung & Entwickluhg - Experiment

Forschung & Entwicklung

amt
battelle
buser-oberflttchentechnik
CSEM
empa-werkstofftechnologie
rieter-matenalprufung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech

battelle
suizer-surface-tech

sulzer-surface-tech

aspritzen

B.2.-lIl 4.3.4b

Plasmaspritzen

- Theorie
B.2.-III 4.3.5cProdukte - Herstellung

Forschung & Entwicklung

suizer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech

Niederdruck - Plasmaspritzen
B.2.-lll 4.3.5b Forschung & Entwicklung - Theorie

suizer-surface-tech

Niederdruck - Plasmaspritzen
8.2.-Ill 4.3.5d Produkte - Vertrieb

suzer-surfece-tech
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B.2.-III 4.3.5e

Niederdruck - Plasmaspritzen Niederdruck-Lichtbogen-Spritzen

B.2.-III 4.3.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-III 4.3.7a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
ciposa-microtechniques

Keine Nennung

suizer-surface-tech Niederdruck Lichtbogen Sprit

B.2.111
Niederdruck - Plasmaspritzen

Vertrieb

B.2.-III 4.3.7b Forschung & Entwicklung -Theorie

omponenten und Anlagen - Keine Nennung

ciposa-microtechniques
schaefer
suizer-surface-tech

Niederdruck-Lichtbogen-Spritzen
B.2.-III 4.3.7c Produkte - Herstellung

Keine NennungNiederdruck - Plasmaspritzen

B.2.-III 4.3.5g Lohnbehandlung

B.2.-IIIbührer
suizer-surlace-tech

Keine Nennung

Lichtbogen-Spritzen
B.2.-IIP 4.3.6a Forschung & Entwicklung - Experiment Niederdruck-Lichtbogen-Spritzen

B.2.-III 4.3.7e Komponenten und Anlagen - Herstellun
buser-oberflachentechnik
suizer-irinotec-werkstoffe/obertiächen Keine Nennung

Lichtbogen-Spritzen Niederdruck-Lichtbogen-Spritzen
B.2.-III 4.3.6b Forschung & Entwicklung - Theorie B.2.-III 4.3.7f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

sulzer-innotec-werkstoffe/oberfláchen schaefer

Lichtbogen-Spritzen Niederdruck-Lichtbogen-Spritzen
B.2.-III 4.3.6c Produkte - Herstellung B.2.-III 4.3.7g Lohnbehandlung

amt Keine Nennung
baumann-plasma
mt
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen NENSTRAHLVERFAHREN

B .2 .-III 4.3.6d
pr0 :: 4lonenstrahlgestutzte Verfahren

4.4.la Forschung & Entwicklung - Experimentamt
baumann-plasma
mt
sulzer-innotec-werkstoffe/oberfiâchen balzers-dünnschicht-komponenten

balzers-elektronik
satis-vacuum
uni-Iausanne-physique-expementaIeLichtbogen-Spritzen

B.2.-III 4.3.6e Komponenten und Anlagen - Herstellung

B.2.111sulzer-inriotec-chemie/korrosion

Lichtbogen-Spritzen
B.2.-III 4.3.6f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

baumann-plasma
schaefer
suizer-irinotec-chemie/korrosion

balzers-elektronik
satis-vacuum

IonenstrahlgestUtzte Verfahren
B.2.-III 4.4.lc Produkte - Herstellung

balzers-dunnschicht-komponenten
Lichtbogen-Spritzen

8.2.-Ill 4.3.6g Lohnbehandlung lonenstrahlgestUtzte Verfahren
B.2.-lll 4.4.ld Produkte - Vertrieb

baumann-plasma
bema
buhrer balzers-dUnnschicht-kornponenten

buser-oberflâchentechnik
mt
sturzenegger-korrosionsschutz
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberftächen
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8.2.-Ill 4.4.le

lonenstrahlgestützte Verfahren lonenplattieren

B.2.-lII 4.4.le Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-llI 4.4.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-eiektronik
satis-vacuum

bazers-dunnschicht-kornponenten
baIzers-opk
balzers-verschleiBschut2
CSEM
prec-coatlonenstrahlgestützte Verfahren

B.2.-III 4.4.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

lone n p1 at tie re n

B.2.-III 4.4.3b Forschung & Entwicklung - Theorie
bazers-eIektronik
polyscience
satis-vacuum

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-optik

lonenstrahlgestützte

B.2.-lll 4.4.lg Lohnbehandlung

B.2.-lll 4.4.3c

lonenplattieren

Produkte - Herstellungbalzers-dunnschicht-komponenten
satis-vacuum

lonenstrah Ideposit ion

8.2.-Ill 4.4.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-elektronik
epfl-micro-/optoelectronique
ethz-techriische-chemie pnns
ibm-physik/hi
satis-vacuum
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-fribourg-festkOrperphysik
uni-lausanne-physique-expérimentale

baIzers-dünnschcht-komponenten
balzers-verschleil3schutz
CSEM
preci-coat

lonenplattieren

B.2.-lll 4.4.3d Produkte - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-verschieii3schutz
preci-coat

lonenplattieren
lonenstrahldeposition B.2.-lll 4.4.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung

8.2.-Ill 4.4.2b Forschung & Entwicklung - Theorie
balzers-optik

balzers-eiektronik balzers-verschleil3schutz
satis-vacuum leybold

lonenstrahldeposition lonenplattieren
8.2.-Ill 4.4.2c Produkte - Herstellung 8.2.-Ill 4.4.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

baizers-optikKeine Nennung
balzers-verschleil3schutz
leyboldlonenstrahldepos

B.2.-lIl 4.4.2d Produkte - Vertrieb

B.2.-lll 4.4.3g

lonenplattieren

LohnbehandKeine Nennung

lonenstrahldeposition

B.2.-lIl 4.4.2e Komponenten und Anlagen - Herstellung

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-verschleil3schutz
preci-coat

balzers-elektronik
satis-vacuum

lonenstrahideposition
8.2.-Ill 4.4.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Abscheidung ionisierter Cluster (ICB)
8.2.-Ill 4.4.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

balzers-elektronik
polyscience
satis-vacuum
schaefer Keine Nennung

lonenstrahldeposition Abscheidung ionisierter Cluster (ICB)
B.2.-lll 4.4.2g Lohnbehandlung B.2.-lIl 4.4.4c Produkte - Herstellung

satis-vacuum Keine Nennung
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Abscheidung ionisierter Cluster (ICB)
B.2.-lIl 4.4.4a Forschung & Entwicklung - Experiment

uni-lausanne-physique-expenmentale



B.2.-llI 4.4.4d

Abscheidung ionisierter Cluster (ICB) Laser-CVD

B.2.-lll 4.4.4d Produkte - Vertrieb B.2.-lll 4.5.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung eptl4pas
uni-bern-aser
uni-zurich-physikalische-chemieAbscheidung

B.2.-llI 4.4.4e Komponenten
und

Anlagen-Herstellung

B.2.111 4.5.2b

Laser-CVD

- TheorieForschung & EntwicklungKeine Nennung

epfl-IpasAbscheidung
B.2.-lIl 4.4.4f Kompon:nten und nrtrieb

B.2.-lll 4.5.2c Produkte HerstellungKeine Nennung

Keine Nennung

B.2.-lll 4.4.:gLen

Cluster (ICB)

B.2.-Ill 4.5.2d Produkte-VertriebKeine Nennung

Keine NennungLASERBESCHICHTIJNG
B.2.-1l14.5 ] Laser-CVD

B.2.-lll 4.5.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

ibm-physik/hi
uni-bern-laser
uni-lausanne-physique-expérimentale

Keine Nennung

Laser-CVD
B.2.-lll 4.5.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

Laser-PVD

B.2.-lll 4.5.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie
B.2.-lll 4.5.2g Lohnbehandiung

Keine Nennung

Laser-P V 0

____________________________________________________

B.2.-lll 4.5.lc Produkte - Herstellung Laser-Galvanik
B.2.-lll 4.5.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung
ethz-werkstoffchemie

Laser-PVD

B.2.-lll 4.5.ld Produkte - Vertrieb Laser-Galvanik
B.2.-lll 4.5.3b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung
ethz-werkstotfchemie

Laser-PVD
B.2.-lll 4.5.le Komponenten und Anlagen - Herstellung Laser-Galvanik

B.2.-lll 4.5.3c Produkte - Herstellung
Keine Nennung

Keine Nennung

Laser-PVD
B.2.-lll 4.5.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.2.-lIl 4.5.3d Produkt:-V:rtrieb
vacotec
x-tronix Keine Nennung

Laser-PVD Laser-Galvanik
B.2.-llI 4.5.lg Lohnbehandlung B.2.-lll 4.5.3e Komponenten und Anlagen - Herstellun

Keine Nennung Keine Nennung

La ser-G a Ivan ik
B.2.-lll 4.5.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung
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Laser-P V 0

B.2.-lll 4.5.la Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung



B.2.-III 4.5.3g

Laser-Galvanik Laser-Spritzen

B.2.-III 4.5.3g Lohnbehandlung B.2.-III 4.5.5f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung

Laser-Legieren Laser-Spritzen

B.2.-III 4.5.4a Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-III 4.5.5g Lohnbehandlung

suIzer-nnotec-chemie/korrosion suzer-innotec-chemie/korrosion
svlzer-innotec-werkstofte/oberflächen
uni-bern-laser

ELEKTROLYTISCHE UND CHEMISCHE BESCHICHTUNG
(GALVANOTECHNIK)

Laser-Legieren
B 2 -m 4 6

B.2.-III 4.5.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

sulzer-innotec-werkstoffe!oberfiächen
heidung (gepul

B.2.-III 4.5.4c

B.2.-1114.6laFor:Chung & Entwicklung Et

sulzer-innotec-werkstoffe/obertlächen

Laser-Legieren

B.2.-III 4.5.4d Produkte - Vertrieb

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Laser-Legieren

B.2.-III 4.5.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung

battelle
brunner-hartchrcm
CSEM
epfl-lmch
estoppey-reber
ethz-technische-chemie rys
flühmann
galvor
hartchrom
earonal
lüem-oberftâchentechnik
ntb
suzer-innotec-chernie/korrosion

rochemische Abscheidung (gepuister Strom)

B.2.III

Laser-Legieren

Vertrieb

B.2.-lii 4.6.lbForschung & Entwicklung - Theorie

Komponenten und Anlagen -

sulzer-innotec-werkstofte/oberfiächen

epfl-lmch
estoppey-reber
hartchrom
IUem-oberflâchentechnik

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Laser-Legieren elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom)
B.2.-III 4.5.4g Lohnbehandlung B.2.-III 4.6.lc Produkte - Herstellung

suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen

Keine Nennung

brunner-hartchrom
estoppey-reber
learonal
luem-oberflächentechnik

B .2. -III 4.5.5 a Forschung&Entwicklung - Experiment

B.

(gepuister Strom)
suizer-innotec-chemie/korrosion

Laser- Sp r i tze n

B.2.-III 4.5.5b Forschung & Entwicklung - Theorie

learonal
Iüem-oberflttchentechnik

elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom)

B.2.-III 4.5.5c

Laser-Spritzen

B.2.-III 4.6.leKomponenten und Anlagen - Herstellung

Produkte - Herstellung

Keine Nennung

battelle
estoppey-reber
uem-oberftachentechnik

B 2

Laser-Spritzen
elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom)

.-III 4.5.5d Produkte - Vertrieb
IB.2.-111 4.6.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

La se r-S p ritze n

B.2.-III 4.5.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

üem-oberflächentechnik
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B.2.-III 4.6.lg

elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom) elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)

B.2.-III 4.6.lgLohnbehandlung B.2.-III 4.6.2d Produkte - Vertrieb

begblOsch

earonal
hightec-mcbrunner-hartchrom

luem-obertIächentechnik
cmt

preci-coat
estoppey-reber
fluhmann
gaivor
hartchrom
Iuem-oberf!ächentechnik
mevag-metailveredelung
steiger-galvanotechnik
winkeihausen

elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)

B.2.-III 4.6.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

battefle
blosch
brunner-hartchrom
chromwerk
CSEM
epfl-chimie-physique
epfl-lmch
estoppey-reber
ethz-hochstfrequenzelektronik
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
fluhmann
tubag-metailveredelung
galvor
hartchrom
ibm-physik/hi
learonal
Iüem-oberflächentechnik
nib
preci-coat
psi-zurich
reinhardt-microtech
schlierholz-metallveredelung
sulzer-innotec-chemie/oberflächen
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-bem-anorganische-chemie
uni-fribourg-festkorperphysik

elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)
B.2.-IlI 4.6.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch
estoppey-reber
ethz-werkstoffchemie
fubag-metailveredelung
hartchrom
Iüem-oberflächentechnik
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)
B.2.-III 4.6.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

battelle
begal
estoppey-reber
Iuem-oberflachentechnik
photochemie
schherholz-metallveredelung

elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)
B.2.-III 4.6.2g Lohnbehandlung

blOsch
brunner-hartchrom
chromwerk
cmt
CSEM
dOrrer-metallveredelung
egro
eric-martin
estoppey-reber
fluhmann
fubag-metailveredelung
galvanic-wadenswil
gaivanik-ziltener
galvor
hartchrom
Iuem-oberflâchentechnik
mevag-metailveredelung
mooser-metaliveredelung
preci-coat
schlierholz-eloxal
schlierholz-metallveredelung
steiger-galvanotechnik
vuilleumier-galvanik
winkeihausen
wullimann-anodisierung

elektrochemische Abscheidungelektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)
(mit Dispersion harter Materialien)

B.2.-III 4.6.2c Produkte - Herstellung IB.2.-III 4.6.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

begat
brunner-hartchrom battelle

ciorix blösch

egro CSEM

elfo epfl-lmch

estoppey-reber estoppey-reber

hightec-mc flühmann

kistler-instrumente hartchrom

learonal learonal

luem-oberflachentechnik luem-oberflächentechnik

preci-coat rieter-materialprufung

reinhardt-microtech sulzer-innotec-werkstoffe/oberfláchen
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elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)
B.2.-III 4.6.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

begat
uem-oberflächentechnik
schllerholz-metallveredelung



B.2.-III 4.6.3b

elektrochemische Abscheidung fremdstromlose Abscheidung
(mit Dispersion harter Materialien) B.2.-III 4.6.4c Produkte - Herstellung

B.2.-III 4.6.3b Forschung & Entwicklung - Theorie
begat

epfl-Imch brunner-hartchrom

estoppey-reber estoppey-reber

hartchrom kistler-instrumente

luem-oberfiächentechnik learonal

sulzer-innotec-werkstotte/obertlâchen luem-oberflächentechnik

elektrochemische Abscheidung fremdstromlose Abscheidung

(mit Dispersion harter Materialien) B.2.-III 4.6.4d Produkte - Vertrieb

B.2.-III 4.6.3c Produkte - Herstellung
begat
learonalestoppey-reber
Iüem-oberflâchentechnik

learonal
IUem-oberflächentechnik

fremdstromlose Abscheidung

elektrochemische Abscheidung IB.2.-111 4.6.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung
(mit Dispersion harter Materialien)

B.2.-III 4.6.3d Produkte - Vertrieb begat
estoppey-reber
lüem-oberfiãchentechnik
photochemie

elektrochemische Abscheidung
fremdstromlose Abscheidung

(mit Dispersion harter Materialien) 1B.2.-III 4.6.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.2.-III 4.6.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung

battelle
estoppey-reber
luem-oberflächentechnik

begat
luem-oberflachentechnik

fremdstromlose Abscheidung
B.2.-III 4.6.4g Lohnbehandlung

elektrochemische Abscheidung
(mit Dispersion harter Materialien)

8.2.-Ill 4.6.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

IUem-oberflâchentechnik

elektrochemische Abscheidung
(mit Dispersion harter Materialien)

B.2.-III 4.6.3g Lohnbehandlung

blösch
dorrer-metallveredelung
estoppey-reber
galvanic-wadenswil
hartchrom
luem-obertlàchentechnik

blosch
brOnnimann-Iac1erungen
bruriner-hartchrom
chromwerk
CSEM
dorrer-metallveredelung
eric-martin
estoppey-reber
lluhmann
fubag-metaliveredelung
galvanic-wadenswil
galvor
lüem-oberflächentechnik
maurer
mevag-metailveredelung
schlierholz-metauveredelung
steiger-galvanotechnik

fremdstromlose Abscheidung I dip-coating I spin-coating

B.2.-Ill 4.6.4a Forschung & Entwicklung - Experiment
B.2.-lll 4.6.5a Forschung & Entwicklung - Experiment

blOsch
brunner-hartchrom
chc-hutterli-oberflächentechnik
CSEM
epfl-chimie-physique
estoppey-reber
fluhmann
fubag-metailveredelung
galvor
hightec-mc
learonal
Uem-oberfiächentechnik

battelte
empa-organische-chemie
epfl-ceramique
epfl-chimie-physique
ethz-afif
ethz-hOchstfrequenzelektronik
ethz-quantenelektronik
observatoire-cantonal
psi-zurich
uni-basel-elektronenspektroskopie

coating / spin coating

B.2.111
fremdstromlose Abscheidung

Theorie

B.2.-Ill 4.6.5bForschung & Entwicklung - Theorie

4.6.4b Forschung & Entwicklung -

estoppey-reber
fubag-metaliveredelung
Iuem-oberflächentechnik

empa-organische-chemie
epfl-ceramique

learonal
lQem-oberflächentechnik
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B.2.-llt 4.6.5c

dip-coating I spin-coating OBERFLACHEN - BEHANDLUNGSTECHNIKEN

B.2.-llI 4.6.5c Produkte - Herstellung 8.2.-Ill 5

abb-semiconductors
aloxyd
ascom-favag
hightec-mc

ION ENSTRAHL - TECHNIKEN

B.2.-llI 5.1

dip-coating I spin-coating

B.2.-lll 4.6.5d Produkte - Vertrieb I lonenstrahlmischen

B.2.-llI 5.1.la Forschung & Entwicklung - Experiment
ascom-favag

CSEMhightec-mc
uni-basef-eIeronenspektroskopie

dip-coating I spin-coating

B.2.-lll 4.6.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung
8.2.-Ill 5.1.lb Fh&Etkl - Theorie

Keine Nennung

coating I spin-coating

B.2.-lll 4.6.5fKornponenten und Anlagen - Vertrieb
B.2.IIl 5.1.lc

lonenstrahlmischen

Produkte - Herstellung
Keine Nennung

CSEM

dip-coating I spin-coating
lonenstrahlmischenB.2.-1114.6.5gLohnbehandlung

B.2.-1115.1.ldProdukte - Vertrieb
aloxyd
cmt
sturzenegger-korrosionsschutz

Keine Nennung

lonenstrahlmischen

B.2.-Ill 5.1.le Komponenten und Anlagen - Herstellun

Keine Nenriung

lonenstrahlmischen

B.2.-IIl 5.1.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

lonenstrahlmischen

B.2.-lll 5.1.lg Lohnbehandlung

Keine Nennung

lonenstrahlpolieren

B.2.-IIl 5.1 .2a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-dunnscNcht-komponenten
ibm-physik/hi

lonenstrahlpolieren

B.2.-III 5.1 .2b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

lonenstrahipolieren

8.2.-Ill 5.1 .2c Produkte - Herstellung

balzers-dunnschicht-komponenten

lonenstrahlpolieren

B.2.-IIl 5.1.2d Produkte - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten
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battefle



B.2.-IlI 5.1.2e

lonenstrahlpolieren Laserumschmelzen
B.2.-IIl 5.1 .2e Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-llI 5.2.2c Produkte - Herstellung

Kene Nenriung Keine Nennung

lonenstrahlpolieren Laserumschmelzen
B.2.-lll 5.1 .2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb 8.2.-Ill 5.2.2d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung

lonenstrahlpolieren Laserumschmelzen
B.2.-lIl 5.1.2g Lohnbehandlung B.2.-llI 5.2.2e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung Keine Nennung

LASERVERFAI-IREN Laserumschme.lzen

6.2.-Ill 5.2 B.2.-lll 5.2.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

erhärten

B.2.-11l5.2.laForschung & Entwicklung - Experiment
8.2.1115.2.2g

Laserumschrnelzen

Lohnbehandl
suizer-nnotec-werkstoffe/oberfIächen

Laserhärten

B.2.-lll 5.2.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie Laserglasieren
B.2.-lll 5.2.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

uni-bern-laser

Laserhärten
B.2.-llI 5.2.lc Produkte - Herstellung Laserglasieren

8.2.-Ill 5.2.3b Forschung & Entwicklung - Theorie

uni-bem-laser

Laserhärten

8.2.-Ill 5.2.ld Produkte - Vertrieb Lasergiasieren

B.2.-lll 5.2.3c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

Laserhârten
8.2.-Ill 5.2.le Komponenten und Anlagen - Herstellung

B.2.lll 5.2.3d produkte-vertrieb

Keine Nennung

serhärten

B.2.-III 5.2.lf Kompon:nten und Anlagen - Vertrieb
B.2.IIl 5.2.3e

Laserglasieren

- HerstellungKomponenten und Anlagen

Keine Nennung

Laserhärten
B.2.-Ill 5.2.lg Lohnbehandlung

B.2.Ill 5.2.f
Lasergiasieren

- VertriebKomponenten und Anlagen

Keine Nennung

Laserumschmelzen

_________

8.2.-Ill 5.2.2a Forschung & Entwicklung - Experiment
B.2.l11 5.2.3g

Lasergasieren

Lohnbehand
rieter-materialprufung
suizer-innotec-chemie/korrosion Keine Nennung
uni-bern-laser

PLASMA-BEHANDLUNG
Laserurnschmelzen lB 2 -III 5 3

8.2.-Ill 5.2.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

uni-bem-laser

sulzer-innotec-werkstofte/oberflachen

sulzer-innotec-chemie/korossion

sulzer-innotec-werkstoffeioberflâchen

sulzer-innotec-werkstoffe!oberfiâchen

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächer

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
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B.2.-lIl 5.3.la

Plasma-Aktivieren Plasma-Warme-Behandlung

B.2.-IIl 5.3.la Forschung & Entwicklung - Experiment B.2.-III 5.3.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

baIzers-dunnschcht-komponenten
baIzers-eektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
empa-metailkunde
epfl-ceramique
epfl-physique-des-plasmas
observatoire-cantonal
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchátel-microtechnique

Keine Nennung

Plasma-Warme-Behandlung
B.2.-lll 5.3.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

polyscience

sma Warme-Behandlung

B.2.-IIl 5.3.1 b Fo

Plasma-Aktivieren
- Theorie

B.2.-llI 5.3.2gLohnbehandlung

rschung & Entwicklung

balzers-elektronik
epti-physique-des-plasmas

Keine Nennung

s Plasma Warme Behandlung

B.2.-IIl 5.3.lc

Plasma-Aktivieren
B.2.-III 5.3.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

rodukte - Herstellung

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente

Puls-Plasma-Warme-Behandlung
B.2.-III 5.33b Forschung & Entwicklung - Theorie

Plasma Aktivieren
B.2.-llI 5.3.ld Produkte -- Vertrieb

B.2.llI
Puis-Plasma-Wärme-Behandlung

Produkte - Herstelbalzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente

Keine Nennung
lasma Aktivie

8.2.-Ill 5.3.le Komponenten und Anlagen - Herstellung

B.lll
Puls-Plasma-Wärme-Behandlung

5.3.3d Produkte - Vertrieb
balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente

Keine Nennung

Plasma-Aktivieren
Puls-Plasma-Wärme-Behandlung

8.2.-Ill 5.3.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb
B.2.-lll 5.3.3e Komponenten und Anlagen - HerstelIun

Keine Nennung

Keine Nennung

balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente Keine Nennung

polyscience

Puls Plasma Wärme Behandlung

B.2.-Ill 5.3.lg Lo
Plasma-Aktivieren B.2.-lll 5.3.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

hnbehandlun
Keine Nennung

s Plasma Wärme Be

B.2.-lll
Plasma-Warme-Behandlung

Experiment
B.2.-lll 5.3.3g Lohnbehandlung

handlung

5.3.2a Forschung & Entwicklung -

Keine Nennung

___________________________________________________

THERMOCI-IEMISCHE VERFAHREN
Plasma-Wärme-Behandlung B.2.-lll 5.4 )

B.2.-lll 5.3.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

Alum in ieren

B.2.-lll 5.4.la Forschung & Entwicklung - Experiment
Plasma-Wärme-Behandlung

B.2.-lll 5.3.2c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

8.2.-Ill
Plasma-Warme-Behandlung

8.2.-Ill 5.4.lb Forschung&Entwicklung - Theorie

5.3.2d Produkte Keine Nennung

nib

senstech

Keine Nennung

ascom-favag

ascom-favag
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B.2.-III 5.4.lc

Aluminieren Borieren

B.2.-Ill 5.4.lc Produkte - Herstellung B.2.-llI 5.4.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung CSEM
reter-materiaIprufung

Aluminieren
B or i e re nB.2.-III 5.4.ld Produkte - Vertrieb

B.2.-lII 5.4.3b Forschung & Entwicklung - Theorie
Keine Nennung

Keine Nennung

Alum inieren

B.2.-III 5.4.le Komponenten und Anlagen - Herstellung Borieren

___________________________________________________

8.2.-Ill 5.4.3c Produkte - Herstellung
Keine Nennung

CSEM

Alum inieren

B.2.-lll 5.4.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb Borieren

_________________________________________________

B.2.-IIl 5.4.3d Produkte - Vertrieb
Keine Nennung

Keine Nennung

Alum inieren
B or i e re nB.2.-lll 5.4.lg Lohnbehandlung

JB.2.-III 5.4.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung
Keine Nennung

Keine Nennung

B.2.-III 5.4.2a Forschung&Entwicklung - Experiment
B.2.-IIl 5.4.3f Anlagen - VertriebKompone

CSEM
suzer-innotec-werkstoffe/oberfiächen Keine Nennung

Aufkohlen Borieren
B.2.-lll 5.4.2b Forschung & Entwicklung - Theorie B.2.-lll 5.4.3g Lohnbehandlung

sulzer-ir,notec-werkstoffe/oberllächen CS EM

Aufkohlen Einsatzhärten
8.2.-Ill 5.4.2c Produkte - Herstellung B.2.-III 5.4.4a Forschung & Entwicklung - Experiment

empa-werkstofftechnoogie
szernnc*ecerkstoffe,oberflachen

suernnotecNerksoffe/oberfIächen

8.2.-Ill 5.4.2d Produkte-V:rtrieb

B.2.-lll 5.4.4b
Einsatzhärten

- TheorieForschung & EntwicklungsuIzer-nnotec-werkstoffe/oberfláchen

sulzer-innotec-werkstotfe/oberflachen

8.2.-Ill 5.4.2e Komponent:: und Anlagen - Herstellung

8.2.-Ill 5.4.4c Produkte Herstellung

sulzer-innotec-werkstofte/oberflächenAufkohlen

B.2.-lIl 5.4.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

8.2.-Ill 5.4.4d
Produ:t:::

Keine Nennung

suIzer-nnotec-werkstoffe/oberfIächenufkohlen

B.2.-lll 5.4.2g Lohnbehandlung

B.2.-IIl 5.4.4e
Einsatzhärten

- HerstellungKomponenten und AnlagenCSEM
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen egro
w+f
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B.2.-III 5.4.4f

Einsatzhârten Nitrieren

B.2.-III 5.4.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-III 5.4.6d Produkte - Vertrieb

schaefer ascom-favag
sutzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Einsatzhärten
Nit r i e re nB.2.-III 5.4.4g Lohnbehandlung

‘B.2.-III 5.4.6e Komponenten und Anlagen - Herstellun
bema
sulzer-innotec-chemie/korrosion Keine Nennung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
w+f Nit r i e re n

Entkohlen
B.2.-III 5.4.6f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.2.-III 5.4.5a Forschung & Entwicklung - Experiment

Nitrieren

B.2.-III 5.4.5b Fors

Entkohlen

Theorie

B.2.-III 5.4.6g Lohnbehandlung

chung & Entwicklung -

Keine Nennung

berna
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen
w+f

Entkohlen
Nitrocarburieren und CarbonitrierenB.2.-III 5.4.50 Produkte - Herstellung

‘B.2.-III 5.4.7a Forschung & Entwicklung - Experiment
Keine Nennung

rieter-materialprufung
satis-vacuum
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächenEntkohlen

B.2.-III 5.4.5d Produkte - Vertrieb

Nitrocarburieren und Carbonitrieren

B.2.-III 5.4.7b Forschung & Entwicklung - Theorie
Keine Nennung

satis-vacuum
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflàchen

schaefer

Keine Nennung carburieren und Carbonitrieren

B.2.-III 5.4.5f Kompo

Entkohlen

Anlagen - Vertrieb

B.2.-lII 5.4.7c Produkte - Herstellung

nenten und sulzer1nnotec-werkstoffe/oberfIächen

Keine Nennung carburieren und Carb

B.2.-III 5.4.5g Lohnb

Entkohlen
8.2.-Ill 5.4.7d Produkte - Vertrieb

onitrieren

ehandlung sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen

w+f Nitrocarburieren und Carbonitrie

B.2.-III 5.4.6a

Nitrieren

Experiment

B.2.-lIl 5.4.7e Komponenten und Anlagen -Herstellun

Forschung & Entwicklung - satis-vacuum

rieter-matealprüfung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik

satis-vacuum

Nitrieren

B.2.-III 5.4.6b Forschung & Entwicklung - Theorie I Nitrocarburieren und Carbonitrieren
B.2.-III 5.4.7g Lohnbehandlung

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Nit r i e re n

B.2.-III 5.4.6c Produkte - Herstellung

ascom-favag
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

satis-vacuum
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
w+f

nib

Entkohlen

B.2.-lIl 5.4.5e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Nitrocarburieren und Carbonitrieren
B.2.-IlI 5.4.7f Komponenten und Anlagen - Vertrieb
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B.2.-IIl 5.4.8a

Silizieren und Titanieren DOTIERUNGSTECHMKEN
B.2.-llI 5.4.8a Forschung & Entwicklung - Experiment 8.2.-Ill 6

nth
satis-vacuum
uni-neuchãteI-mcrotechnique Diffusion

B.2.-IlI 6.la Forschung & Entwicklung - Experiment

Silizieren und Titanieren

B.2.-llI 5.4.8b Forschung & Entwicklung - Theorie

satis-vacuurn

Silizieren und Titanieren

8.2.-Ill 5.4.8c Produkte - Herstellung

Keine Nennung

Silizieren und Titanieren
8.2.-Ill 5.4.8d Produkte - Vertrieb

Keine Nennung

Silizieren und Titanieren

8.2.-Ill 5.4.8e Komponenten und Anlagen - Herstellung

abb-semiconductors
battelle
brunner-hartchrom
CSEM
epti-chimie-physique
epfl-Imch
eptI-micro-/optoelectronique
epfl-physique-appliquee
estoppey-reber
ethz-aflf
ethz-quantenelektronik
ethz-technische-chemie
llühmann
galvor
hartchrom
earonal
Iüem-obertlttchentechnik

rys

nib
sgs-thomson-microelectronics
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen

satis-vacuum

8.2.-Ill 5.4.8f

Silizieren und Titanieren

- Vertrieb

8.2.-Ill 6.lb Forschung&Entwicklung - Theorie

Komponenten und Anlagen

satis-vacuum

Silizieren und Titanieren
B.2.-Ill 5.4.8g Lohnbehandlung

epfl-Imch
estoppey-reber
hartchrom
Iüem-oberflttchentechnik
nib
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflttchen

Diffusion
B.2.-lll 6.lc Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
ascom-favag
brunner-hartchrom
estoppey-reber
learonal
Iüem-oberflãchentechnik
nib
sgs-thomson-microetectronics
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Diffusion
8.2.-Ill 6.ld Produkte - Vertrieb

ascom-favag
learonal
luem-oberilächentechnik

Diffusion
8.2.-Ill 6.le Komponenten und Anlagen - Herstellung

battelle
estoppey-reber
lüem-oberflttchentechnik

Diffusion
B.2.-IlI 6.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb

lüem-oberfláchentechnik
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8.2.-Ill 6.lg

Diffusion lonenimplantation

B.2.-lll 6.lg Lohnbehandlung 8.2.-Ill 6.2d Produkte - Vertrieb

blOsch ascom-favag
brunner-hartchrom bega]
cmt hightec-mc

learonal
üem-oberffächentechnik
preci-coat

estoppey-reber
fiuhmann
galvor
hartchrom
Iüem-oberftächentechnik
mevag-metaflveredeiung
steiger-galvanotechnik
winkeihausen

lonenimplantation

B.2.-lll 6.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

abb-semiconductors
battelle
biOsch
brunner-hartchrom
chromwerk
CSEM
epfl-chimie-physique
epfIimch
epfl-physique-appliquée
estoppey-reber
ethz-afif
ethz-hOchstfrequenzeIektronik
ethz-quanterielektronik
ethz-technische-chemie prins
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
fIuhmann
fubag-metaliveredelung
galvor
hartchrom
ibm-physik/hi
learonal
lüem-oberfIächeritechnik
nib
preci-coat
psi-zurich
psi-ethz-ionenstrahiphysik
reinhardt-microtech
schllerholz-metallveredeiung
suizer-innotec-chemie/korrosion
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-bem-anorganische-chemie
uni-fribourg-festkOrperphysik

lonenim plantation
B.2.-llI 6.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-Imch
estoppey-reber
ethz-werkstoffchemie
fubag-metaliveredelung
hartchrom
Iuem-obertlachentechnik

lonenim plantation
B.2.-lll 6.2c Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
ascom-favag
begal
brunner-hartchrom
dorix
egro
elfo
estoppey-reber
hightec-mc
kistier-instrumente
learonal
Iüem-oberflâchentechnik
preci-coat
reinhardt-microtech

lonenim plantation

B.2.-lll 6.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

battelle
begal
estoppey-reber
luem-oberflachentechnik
photochemie
schlierholz-metallveredelung

lonen implantation

B.2.-lll 6.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

begal
Iüem-oberflâchentechnik
schaefer
schlierholz-metallveredelung

lonen implantation
B.2.-lll 6.2g Lohnbehandlung

blOsch
brunner-hartchrom
chromwerk
cmt
CSEM
dorrer-metallverectelung
egro
eric-martin
estoppey-reber
flühmann
fibag-metaIiveredelung
galvanic-wadenswil
galvanik
galvor
hartchrom
Iüem-oberttächentechnik
mevag-metaliveredelung
mooser-metailveredelung
preci-coat
schherholz-eloxal
schlierholz-metallveredelung
steiger-galvanotechnik
vuilleumier-galvanik
winkeihausen
wullimann-anodisierurig

LasergestUtzte Diffusion
B.2.-lll 6.3a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
blOsch
CSEM
epfl-Imch
estoppey-reber
flühmann
hartchrom
learonal
Iüem-oberflâchentechnik
beter-materialprUfung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflâchen
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B.2.-III 6.3b

Lasergestutzte Diffusion Ausheilverfahren

B.2.-III 6.3b Forschung & Entwicklung - Theorie B.2.-III 6.4b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfi-Imch estoppey-reber
estoppey-reber fubag-metaliveredelung
hartchrom uem-oberflächentechnik
luem-oberflächentechnik ntb
suizer-innotec-werkstoffe/oberflâchen sgs-thomson-microelectronics

LasergestUtzte Diffusion Ausheilverfahren

8.2.-Ill 6.3c Produkte - Herstellung B.2.-IlI 6.4c Produkte - Herstellung

estoppey-reber abb-semiconductors
learonal ascom-favag
lüem-oberflächentechnik balzers-dunnschicht-komponenten

begal
brunner-hartchrom
estoppey-reber
kistler-instrumente
learonal
Iüem-oberflachentechnik

sgs-thomson-microelectronics

Lasergestutzte Diffusion I Ausheilverfahren
B.2.-III 6.3e Komponenten und Anlagen

- HerstellunglB2 Ill 6.4d Produkte - Vertrieb

batteile
estoppey-reber
Iuem-oberfiächentechnik

ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
begal
learonal
luem-oberfiâcheritechnikLasergestutzte Diffusion

8.2.-Ill 63f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.Ill 6.4e

Ausheilverfahren

- HerstellungKomponenten und AnlagenIüem-oberflâchentechnik

LasergestUtzte Diffusion

B.2.-IIl 6.3g Lohnbehandlung

blOsch
dorrer-metallveredelung
estoppey-reber
gaIvanic-wadenswt
hartchrom
iüem-oberflachentechnik

begal
estoppey-reber
iuem-oberflâchentechnik
photochemie

Ausheilverfahren

8.2.-Ill 6.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

begal
luem-obertlächentechnik

Iverfahren

B.2.-III 6.4a Forschung& Entwicklung - Experiment

8.2.-Ill 6.4g

Ausheilverfahren

Lohnbehandl
abb-semiconductors
balzers-dunnschicht-komponenten
blOsch blOsch

brunner-hartchrom bronnimann-Iackierungen

chc-hutterli-oberflàchentechnik brunner-hartchrom

CSEM chromwerk

epfl-chimie-physique CSEM

estoppey-reber dOrrermetailveredelung
ethz-afif eric-martin

ethz-technische-chemie rys estoppey-reber

fIühmann fiühmann

fubag-metailveredelung tUbagmetailveredelung

galvor galvanic-wadenswil

hightec-mc galvor

ibm-physik/hi Iüem-oberflächentechnik
learonal maurer

Iuem-oberfiächentechnik mevag-metailveredelung
schlierholz-metallveredelung

sgs-thomson-microelectronics steiger-galvanotechnik
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8.2.-Ill 7

FUGETECHNIKEN IM FEINWERKBAU Kleben

fl.2.-1117 B.2.-1117.lg Lohnbehandlung

Kleben

B.2.-III 7.la Forschung & Entwicklung - Experiment

asulab
battelle
baumer-electric
empa-organische-chemie
ethz-afif
ethz-hOchstfrequenzelektronik
ibm-physik/hi
ntb
psi-zurich
senstech
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen
uni-fribourg-festkOrperphysik
vibro-meter

Kieben

B .2. -III 7.1 b Forschung & Entwicklung - Theorie

empa-organische-chemie
sulzer-innotec-werkstoffe/obertlachen

Kleben

B.2.-III 7.1 c Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
baumer-mei3techriik
egro
hightec-mc
kistler-instrumente
ntb
preci-coat
schlapfer-mel3technik
senstech
vibro-meter

egro
mettler-electronic
preci-coat
senstech
suizer-innotec-chemie/korrosion

Löten

B.2.-lll 7.2a Forschung & Entwicklung - Experiment

blOsch
CSEM
empa-metalikunde
epti-chimie-physique
ethz-aflf
ethz-hOchstfrequenzelektronik
nth
senstech
sgs-thomson-microelectronics
sulzer-innotec-werkstofte/oberflachen
vibro-meter

Löten

B.2.-III 7.2b Forschung & Entwicklung - Theorie

sgs-thomson-microeiectronics
sulzer-innotec-werkstoffe/oberfiächen

Löten

8.2.-Ill 7.2c Produkte - Herstellung

abb-semiconductors
ascom-favag
egro
hightec-mc
howigra-dickschichttechnik
kistler-instrumente
nib
preci-coat
schlapfer-mel3technik
senstech
sgs-thomson-microelectronics
vibro-meter

8.2.-Ill 7.ld Produkte -Vertrieb

B.2.-lll 7.2d Produkte -Vertriebascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
baumer-mel3technik
hightec-mc
hilpert-electronics
preci-coat
schlapfer-mel3technik
vibro-meter

ascom-favag
hightec-mc
hilpert-electronics
howigra-dickschichttechnik
preci-coat
schlapfer-mel3technik
vibro-meter

Kleben Löten
B.2.-llI 7.le Komponenten und Anlagen - Herstellung B.2.-lll 7.2e Komponenten und Anlagen - Herstellun

ciposa-microtechniques howigra-dickschichttechnik

Kieben Löten
B.2.-lll 7.lf Komponenten und Anlagen - Vertrieb 8.2.-Ill 7.2f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ciposa-microtechniques howigra-dickschichttechnik
polyscience
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8.2.-Ill 7.2g

Läten Bonden

B.2.-lII 7.2g Lohnbehandlung B.2.-IIl 7.4c Produkte - Herstellung

blOsch abb-semiconductors
egro ascom-favag
howigra-dickschichttechnik baumer-electric
mettler-electronic baumer-mef3technik
preci-coat hightec-mc
senstech kistier-instrumente
suizer-innotec-chemie/korrosion nib
w+f schlttpter-mel3technik

sgs-thomson-microelectronics
vibro-meter

B.2.-lll 7.3a Forschung&Entwicklung - Experiment

B.2.-IIl 7.4d Produkte - Vertriebasulab

Laser-Löten

B.2.-Ill 7.3b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

ascom-favag
baumer-mef3technik
hightec-mc
hilpert-electronics
schläpfer-mel3technik
vibro-meter

Laser-Löten
Bonden

B.2.-III 7.3c Produkte - Herstellung
B.2.-lII 7.4e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung
Keine Nennung

Laser-Löten
Bonden

B.2.-III 7.3d Produkte - Vertrieb
B.2.-IIl 7.4f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

hpert-electronics
Keine Nennung

Laser-Löten
Bonden

B.2.-IlI 7.3e Komponenten und Anlagen - Herstellung
B.2.-IIl 7.4g Lohnbehandlung

Keine Nennung
mettler-electronic

Laser-Löten
Elektronenstrahl-SchweiBen

B.2.-lII 7.3f Komponenten und Anlagen - Vertrieb
B.2.-llI 7.5a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung
sulzer-innotec-werlcstoffe/obertlbchen
vibro-meter

Laser Läten
B.2.-III 7.3g Lohnbehandiung

B.2.111 7.5b

Elektronenstrahl-SchwejBen

TheorieForschung & Entwicklung -

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflbchen

B.2.-III 7.4a Forschung&Entwicklung - Experiment

B.2.111 7.5c

Elektronenstrahl-SchweiBen

Produkte - Herstellung
asulab
battelle
epfl-chimie-physique kistler-instrumente
ethz-afif sulzerinnotecwerkstoffe/oberflachen
ethz-hOchstfrequenzelektronik vibro-meter
ibm-physik/hi
nib
psi-zurich
sgs-thomson-microelectronics
vibro-meter

Elektronenstrahl-Schwejl3en
8.2.-Ill 7.5d Produkte - Vertrieb

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
vibro-meter

8.2.-Ill 7.4b Forschung&Entwicklung - Theorie

8.2.-Ill 7.5e

Elektronenstrahl-SchweiBen

HerstellungKomponenten und Anlagen -

Keine Nennung

Keine Nennung

sgs-thomson-microelectronics
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B.2.-IlI 7.5f

Elektronenstrahl-Schweil3en SONSTIGE VERFAHREN

B.2.-IlI 7.5f Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.2.-IlI 8

Keine Nennung

Elektronenstrahl-SchweiBen

B.2.-lII 7.5g Lohnbehandlung

suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Laser-Sc hweiBen

B.2.-lIl 7.6a Forschung & Entwicklung - Experiment

sulzer-nnotec-werkstoffe/oberflächen

Laser-Schwei8en

B.2.-Ill 7.6b Forschung & Entwicklung - Theorie

sulzer-nnotec-werkstoffe/ober1Iachen

Laser-Schweif3en

B.2..lll 7.6c Produkte - Herstellung

kistler-instrumente
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen

baumer-electric (Schweil3en)
biösch (Verbindungstechnik Metall-Keramik)
brOnnimann-lackierungen (Lackieren, Pulverbeschichten)
bürox (Anodisieren von Aluminium)
bwb-oberflächentechnik (Anodisation von Aluminium)
chc-hutterli-oberflàchentechnik (Trowalisieren, Gleitschleifen)
eric-martin (Plattieren)
epco (Reibungs- und VerschleiI3senkung durch angewandte Tribe/ogle)
maurer (Lackieren, Pu?verbeschichten)
ntb (Anodisches Bonden)
observatoire-cantonal (Oberflbchenoxidation von Legierungen)
preci-coat (Lackieren)
schlierholz-metallveredelung (Selektiv- Verede/ung)
sturzenegger-korrosionsschutz (thermisches Spritzen, pulvermetaliurgische
Verbunde)
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen (Hochgeschwindigkeits F?ammspritzen)
suizer-surface-tech (Hochgeschwindigkeits Flammspritzen)
w+f (Schweif3en, AuftragsschweiBen, Lackieren)
ascom-favag
battelle
baumann-plasma
bema
buser-oberfiãchentechnik
cmt
egro
empa-organische-chemie
impreva
mt

Laser-SchweiBen WEITERGEHENDE FACHTHEMEN

B.2.-IIl 7.6d Produkte - Vertrieb 8.2.-Ill 9

hilpert-electronics
su)zer-innotec-werkstoffe/oberfiachen

Laser-SchweiBen

B.2.-lII 7.6e Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

Laser-SchweiBen

B.2.-lIl 7.6f Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

Laser-SchweiBen

B.2.-IlI 7.6g Lohnbehandlung

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen

ciposa-microtechniques (“Offset-Aufdrucken dUnner Schichten, z.B. Po/yirnid
für LCD-Anzeigen)
cmt (E?ektro?ytisch Atzen)
epfl-ceramique (rasches thermisches Tempem)
epfl-micro-/optoelectronique (Czochra?ski Kristallwachstum)
ethz-quantenelektronik (Langmuir-Blodgett Schichten)
ethz-werkstoffchemie (spontane Flimbi/dung auf Substrat)
iepco (Anderung der Paarungseigenschaften an Werkstoffen)
ntb (Mikromechanik)
w+f (Phosphatieren, BrUnieren)
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B.3-lV

ANALYSE UND TEM Transmission Electron Microscopy

CHARAKTERISIERUNG B.3.-IV Olg In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle

B.3.-IV

_____________

epfl-microscopie-electronique
nib

TEM Transmission Electron Microscopy HRTEM High Resolution Transmission Electron
B.3.-IV Ola Forschung & Entwicklung - Experiment Microscopy

B.3.-IV 02a Forschung & Entwicklung - Experiment
abb-semiconductors
baizers-eiektronik
batzers-vakuumtechnik&instrumente
ciba-geigy-physik
empa-organische-chemie
epfl-céramique
epfl-chimie-physique
epfi-imch
epfi-microscopie-électronique
epfl-physique-appliquée
ethz-afif
ethz-festkorperphysik/elektr.mikroskopie
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi
nib
psi-festkörperforschung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-bem-eiektronenmikroskopie
uni-genève-physique-apphquée/biomedicale
zeiss

ebb-semiconductors
balzers-vakuumtechnik&instrumente
epfl-ceramique
epfl-microscopie-Olectronique
epfl-physique-apphquée
ethz-af if
ethz-festkorperphysik/elektr.mikroskopie
ibm-physik/hi
psi-festkOrperforschung
zeiss

epfi-microscopie-électronique
ethz-festkOrperphysilcleiektr.mikroskopie
ibm-physik/hi
zeissTEM Transmission Electron Microscopy

HRTEM High Resolution Transmission Electron
B.3.-IV 01 b Forschung & Entwicklung - Theorie

B.3.-IV 02c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Microscepfi-microscopie-électronique
ethz-festkorperphysikleiektr.mikroskopie
ibm-physik/hi
nib
zeiss

epfi-microscopie-éiectronique
zeiss

TEM Transmission Electron Microscopy HRTEM High Resolution Transmission Electron
B.3.-IV Olc Komponenten und Anlagen - Herstellung Microscopy

B.3.-IV 02d Komponenten und Anlagen - Vertrieb
abb-semiconductors
epfl-microscopie-eiectronique

zeissnib
zeiss

HRTEM High Resolution Transmission Electron
TEM Transmission Electron Microscopy Microscopy

B.3.-IV Old Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-lV 02e Komponenten und Anlagen - Anwendung

ieica epfl-microscopie-eiectronique

nib ethz-festkdrperphysik/eiektr.mikroskopie
zeiss zeiss

TEM Transmission Electron Microscopy I HRTEM High Resolution Transmission Electron

B.3.-lV Ole Komponenten und Anlagen - Anwendungj Microscopy

_________________________________________________

B.3.-IV 02f Lohnanalyse

_____

epfi-microscopie-électronique
ethz-festkOrperphysik/eiektr.mikroskopie Keine Nennung
nib
suizer-innotec-werkstoffe/oberfiächen
zeiss HRTEM High Resolution Transmission Elec

B.3.-IVO

Transmission Electron Microscopy B.3.-lV 02g ln-situ-AnaiytikiProzeBkontrolie

Lohnanalyse Keine Nennung

ciba-geigy-physik
epfi-microscopie-éiectronique
nib
suizer-innotec-chemie/korrosion
suizer-innotec-werkstoffe/oberfiächen
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HRTEM High Resolution Transmission Electron
Microscopy

B.3.-IV 02b Forschung & Entwicklung - Theorie



B.3.-lV 03a

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy SEM Scanning Electron Microscopy

B.3.-lV 03a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-lV 04a Forschung & Entwicklung - Experiment

abb-semiconductors
balzers-vakuumtechnik&instrumente
empa-organische-chemie
epfl-microscopie-electronique
epfl-physique-appliquee
ethz-afif
ibm-physik/hi
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-bern-elektronenmikroskopie
zeiss

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy

B.3.-IV 03b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-microscopie-electronique
zeiss

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy
B.3.-lV 03c Komponenten und Anlagen - Herstellung

ascom-favag
zeiss

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy
B.3.-IV 03d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ascom-tavag
zeiss

asulab
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
balzers-verschleif3schutz
battelle
brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metalikunde
empa-werkstofftechnologie
epfl-céramique
epfl-microscopie-électronique
epfl-physique-appiiquée
ethz-afif
ethz-hOchstfrequenzelektronik
hightec-mc
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi
kaltbrunner
ntb braun
preci-coat
psi-zurich
rieter-materialprufung
sulzer-innotec-werkstoffe/obertlâchen
uni-bern-elektronenmikroskopie
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-geneve-dpmc
uni-geneve-physique-appliqueelbiomedicale
uni-lausanne-physique-experimentale
zeiss

SEM Scanning Electron Microscopy
STEM Scanning Transmission Electron Microscopy B.3-lv 04b Forschung & Entwicklung - Theorie

B.3.-lV 03e Komponenten und Anlagen - Anwendung
epfl-microscopie-electronique

epfl-microscopie-electronique nib
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen rieter-materialprufung
zeiss zeiss

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy SEM Scanning Electron Microscopy
B.3.-IV 03f Lohnanalyse B.3.-IV 04c Komponenten und Anlagen - Herstellun

epfl-microscopie-électronique ascom-favag
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen nib

zeiss

STEM Scanning Transmission Electron Microscopy
B.3.-IV 03g In-situ-Analytik_/ Prozel3kontrolle I SEM Scanning Electron Microscopy

B.3.-IV 04d Komponenten und Anlagen - Vertrieb
hartchrom

ascom-favag
leica
nib
x-tronix
zeiss

SEM Scanning Electron Microscopy
B.3.-lV 04e Komponenten und Anlagen - Anwendung

empa-metalikunde
epfl-microscopie-électronique
ethz-festkorperphysik/elektr.mikroskopie
nib
sulzer-innotec-werkstotfe/oberflächen
suizer-surface-tech
zeiss
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B.3.-IV 04f

SEM Scanning Electron Microscopy EBIC Electron Beam Induced Current
B.3.-lV 04f Lohnanalyse B.3.-IV 06a Forschung & Entwicklung - Experiment

baizers-dunnschicht-komponentefl
brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metailkunde
empa-werkstofftechnologie
epfl-microscopie-éleCtronique
iepco
kaitbrunner
nib
preci-coat
suizer-innotec-chemie/korrosion
suizer-innotec-werkstoffe/oberfiächen
w+f

ebb-semiconductors
epfl-microscopie-éiectronique
ibm-physik/hi

EBIC Electron Beam Induced Current
B.3.-lV 06b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

EBIC Electron Beam Induced Current
B.3.-IV 06c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung
SEM Scanning Electron Microscopy

B.3.-IV 04g In-situ-Analytik I Proze3kontrolle

B.3..lV :: K:mpon:undngenertrieb
epfi-microscopie-électronique
fiuhmanri

eikaitbrunner
zeiss

CL Cathodoluminescense I EBIC Electron Beam Induced Current

B.3.-IV 05a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 06e Komponenten und Anlagen - Anwendung

ciba-geigy-physik
CSEM
epfl-microscopie-électronique
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi

epfl-microscopie-Ofectronique
zeiss

EBIC Electron Beam Induced Current
B.3.-IV 06f Lohnanalyse

CL Cathodoluminescense
B.3.-lV 05b Forschung & Entwicklung - Theorie

EBIC Electron Beam Induced Current
B.3.-IV 06g In-situ-Analytik / Proze8kontrolle

Keine Nennung

CL Cathodoluminescense
B.3.-IV 05c Komponenten und Anlagen - Herstellung

ECP Electron Channeling Pattern
B.3.-IV 07a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung

CL Cathodoluminescense
B.3.-IV 05d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

x-tronix
zeiss

epfi-microscopie-Oiectronique
ethz-afif
ibm-physik/hi
uni-bern-eiektronenmikroskopie

Electron Channeling Patte

B.3.-lV 05e
Ciom

Cathodoluminescense
Anwendung

B.3.-lv 0Th Forschung & Entwicklung - Theorie
ponenten und Anlagen -

epfi-microscopie-éiectronique
zeiss

Keine Nennung

Electron Channeling Pattern

B.3.1V 05f
CLCathodoluminescense

B.3.-IV 07: Komponenten und Anlagen - Herstellung

analyse Keine Nennung

epfl-microscopie-Oiectronique

Keine Nennung

Keine Nennung

ciba-geigy-physik
epfl-microscopie-eiectronique

CL Cathodoluminescense
B.3.-IV 05g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle

ECP Electron Channeling Pattern
B.3.-IV 07e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung

epti-microscopie-éiectronique
ethz-festkorperphysikIeiektrmikroskopie
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ECP Electron Channeling Pattern
B.3.-IV 07d Komponenten und Anlagen - Vertrieb



B3.-lV 07f

ECP Electron Channeling Pattern STM Scanning Tunneling Microscopy
B.3.-lV 07f Lohnanalyse B.3.-lV 09b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfi-rnicroscopie-eiectronique ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
uni-iausanne-physque-experimentaleElectron ling Pattern

B .3. -IV 079 ln-situ-AnalytiklProzeBkontrolle

B .3. 1V
STM Scanning Tunneling Microscopy

Komponenten und AnlagenKeine Nennung

CSEMElectron Energy Loss Spectroscopy

STM Scanning Tunneling Microscopy
B.3.-lVO8a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-IV 09d Komponenten und Anlagen - Vertriebepfi-ceramique
epfl-microscopie-eiectronique
epfl-physique-appliquee
ibm-physik/hi
uni-basei-elektronenspektroskopie
uni-lausanne-physique-experimentale
zeiss

CSEM
leica
schaefer

Tunneling Micros

B.3.-lVa:b

Electron Energy Loss Spectroscopy B.3.-IV 09e Komponenten und Anlagen -Anwendun

Forschung & Entwicklung - Theorie

zeiss
Scanning Tunneling

B.3.-lVC:c
Electron Energy Loss Spectroscopy B.3.-lV 09f Lohnanalyse

Microscopy

Komponenten und Anlagen - Herstellung

leybold
zeiss

CSEM
iepco

Scanning Tunneling Microscopy

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy B.3.-IV
0T

In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

B.3.-IV 08d Komponenten und Anlagen - Vertrieb CSEM

CSEM

leybold
x-tronix
zeiss

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
B.3.-IV 08e Komponenten und Anlagen - Anwendung

epfl-microscopie-eiectronique
zeiss

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
B.3.-IV 08f Lohnanalyse

epfl-microscopie-electronique

AFM Atomic Force Microscopy
B.3.-lV 1 Oa Forschung & Entwicklung - Experiment

CSEM
empa-metailkunde
epfi-Imch
epfi-physique-appiiquée
ethz-aflf
ethz-quanteneiektroriik
ethz-technische-chemie prins
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
psi-zurich
uni-fribourg-festkôrperphvsik
uni-genève-physique-appliqueeibiomedicaie

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy I AFM Atomic Force Microscopy

B.3.-IV 08g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle IB.3.-lV lOb Forschung & Entwicklung - Theorie

epti-microscopie-electronique ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi

STM Scanning Tunneling Microscopy F AFM Atomic Force MicroscopyB.3.-IV 09a Forschung & Entwicklung - Experiment
B.3.-IV lOc Komponenten und Anlagen - Herstellung

CSEM
empa-metalikunde
epfi-micro-/optoiectronique
epfl-physique-appiiquee
ethz-afif
ethz-quanteneiektronik
ethz-technische-chemie prins
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-geneve-dpmc /
uni-genève-physique-appiiquéeibiomedicale
uni-iausanne-physique-expenmentaie

CSEM

AFM Atomic Force Microscopy
B.3.-lV lOd Komponenten und Anlagen - Vertrieb

CSEM
schaefer
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B.3.-IV lOe

AFM Atomic Force Microscopy HREELS High Resolution Electron Energy Loss

B.3.-IV lOe Komponenten und Anlagen - Anwendung Spectroscopy

B.3.-IV 12b Forschung & Entwicklung - Theorie
CSEM

zeiss
Atomic Force

B.3.-IV 1 Of
AFM Microscopy

HREELS High Resolution Electron Energy Loss

B.3.-lV 12c Komponente Anlagen - Herstellung

AFM Atomic Force Microscopy

B 3 IV log In-situ-Analytik_I Proze(3kontrolle
HREELS High Resolution Electron Energy

SXM Further Scanning Microscopy Techniques
B.3.-lv l2d KomponentenundAnlagen - Vert:ieb

B.3.-IV ii a Forschung & Entwicklung - Experiment

CSEM
ethz-quanteneiektronik
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
uni-genève-physique-appNquOe/biomdicale
uni-lausanne-physique-expéhmentale

HREELS High Resolution Electron Energy Loss
Spectroscopy

B.3.-IV 12e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Zeiss

CSEM

CSEM

zeiss

zeiss

SXM Further Scanning Microscopy Techniques HREELS High Resolution Electron Energy Loss

B.3.-IV llb Forschung & Entwicklung - Theorie Spectroscopy
B.3-IV 12f Lohnanalyse

ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi Keine Nennung
uni-lausanne-physique-expérimentaie

HREELS High Resolution Electron Energy Loss
SXM Further Scanning Microscopy Techniques Spectroscopy

B.3.-IV llc Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-IV 12g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

CSEM Keine Nennung

SXM Further Scanning Microscopy Techniques AES Auger Electron Spectroscopy
B.3.-IV lid Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 13a Forschung & Entwicklung - Experiment

CSEM
hilpert-electronics

SXM Further Scanning Microscopy Techniques
B.3.-lV lie Komponenten und Anlagen - Anwendung

CSEM

SXM Further Scanning Microscopy Techniques
B.3.-lV hf Lohnanalyse

CSEM

empa-metalikunde
empa-organische-chemie
epfl-ceramique
epfI-chimie-physique
epfl-Imch
epfi-physique-appiiquOe
ethz-afif
ethz-technische-chemie prins
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
psi-festkOrperforschung
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-fribourg-festkOrperphysik
uni-geneve-dpmc
uni-genève-physique-appliquee-/biomdicale
uni-iausanne-physique-expenmentale

Scanning Microscopy Techniques
B.3.-iVligi:-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

B.3.lV
AES Auger Electron Spectroscopy

Forschung & Entwicklung
CSEM

empa-metaiikunde
empa-organische-chemie
epfl-imch

HREELS Resolution Electron Energy Loss

AES Auger Electron Spectroscopy
rstellung

B.3.-IV 12a Forschung&Entwicklung - Experiment

B.3.-lV i3c Komponenten und Anlagen - Heibm-physik/hi
psi-festkOrperforschung
uni-fribourg-chimie-physique
uni-lausanne-physique-experimentaie
zeiss

ieybold
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B.3.-IV 13d

AES Auger Electron Spectroscopy XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

B.3.-IV 13d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-lV 15a Forschung & Entwicklung - Experiment

epfl-physque-appiiquée
eybdd
x-tronix

AES Auger Electron Spectroscopy

B.3.-IV 1 3e Komponenten und Anlagen - Anwendung

empa-metailkunde

AES Auger Electron Spectroscopy

B.3.-lV 1 3f Lohnanalyse

empa-metalikunde

empa-metailkunde
empa-organische-chemie
epfl-chimie-physique
epfl-Imch
epfl-physique-appiiquee
ethz-afif
ethz-technische-cherriie prins
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
uni-basei-elektronenspektroskopie
uni-fribourg-festkOrperphysik
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-expdrimentale

X Ray Photoelectron Spectroscopy

AES Auger Electron Spectroscopy
8.3 IV Forschung & Entwicklung - Theorie

B.3.-IV 13g In-situ-Analytik I Prozeflkontrolle

hartchrom

empa-metatkunde
empa-organische-chemie
epfI-Imch
uni-iausanne-physique-expenmentale

SAM Scanning Auger Microprobe XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
B.3.-lV 14a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 15c Komponenten und Anlagen - Herstellun

empa-metalikunde
empa-organische-chemie
epfI-lmch
ibm-physik/hi
uni-genève-dpmc

SAM Scanning Auger Microprobe
B.3.-IV 14b Forschung & Entwicklung - Theorie

leybold

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
B.3.-lV 15d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

epfl-physique-appliquée
leybold
x-tronix

empa-metailkunde
empa-organische-ohemie
epfl-Imch

Scanning Auger Microprobe

B.3.-lV l4Kt und Anlagen - Herstellung
XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

B.3.-lV 15f Lohnanaleyboid

SAM Scanning Auger Microprobe
B.3.-IV 14d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

leybold
x-tronix

SAM Scanning Auger Microprobe
B.3.-IV 14e Komponenten und Anlagen - Anwendung

CSEM
empa-metalikunde

empa-metailkunde
galvor

UV Photoelectron Spectros

B.3.lV
SAM Scanning Auger Microprobe

B.3.-lv 16: Forschung & Entwicklung - Experiment

hnanalyse

empa-metailkunde

epfI-chirnie-physique
epfl-physique-appiiquae
ibm-physik/N
uni-baseI-elektronenspektroskopie
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-lausanne-physique-expebmentale

B.3.lV
SAM Scanning Auger

ozeBkontrolle
UPS UV - Photoelectron Spectroscopy

situ-Analytik I

B.3.-IV 1Gb Forschung & Entwicklung - Theoriefluhmann
hartchrom

uni-lausanne-physique-expérimentale

B.43

empa-metailkunde

empa-metailkunde

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
B.3.-IV 15e Komponenten und Anlagen - Anwendun

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy
B.3.-IV 15g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle



B.3.-IV 16c

UPS UV - Photoelectron Spectroscopy MD Work Function Spectroscopy
B.3.-IV 16c Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-IV 18b Forschung & Entwicklung - Theorie

leybold epfl-physique-appiquee

UPS UV - Photoelectron Spectroscopy MD Work Function Spectroscopy
B.3.-IV 16d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV lBc Komponenten und Anlagen - Herstellung

epfl-physique-appquée Keine Nennung
eybold

UPS UV - Photoelectron Spectroscopy MI) Work Function Spectroscopy

B.3.-IV 16e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 18d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung

UPS UV - Photoelectron Spectroscopy Ml Work Function Spectroscopy

B.3.-IV 16f Lohnanalyse B.3.-IV 18e Komppnenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung Kene Nennung

UPS UV - Photoelectron Spectroscopy MD Work Function Spectroscopy
B.3.-IV 16g In-situ-Analytik I ProzeOkontrolle B.3.-lV 18f Lohnanalyse

Keine Nennung Keine Nennung

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy MI’ Work Function Spectroscopy
B.3.-IV 17a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 18g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

Keine Nennung Keine Nennung

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy LEED Low Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 17b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-lV 19a Forschung & Entwicklung - Experiment

Kene Nennung

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy
B.3.-IV 1 7c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

ethz-afif
ethz-technische-chemie prins
ibm-physik,’hI
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-geneve-dpmc
uni-genève-physiqueappIiqude/biomdicaIe
un-ausanne-physique-expeñmentaIe

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy LEED Low Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 17d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 19b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung Keine Nennung

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy LEED Low Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 17e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 19c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung leybold

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy LEED Low Energy Electron Diffraction
B.3.-lV 17f Lohnanalyse B.3.-IV 19d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung eybold
x-tronix

MIES Metastable Induced Electron Spectroscopy
B.3.-IV 17g In-situ-Analytik I Prozeflkontrolle LEED Low Energy Electron Diffraction

B.3.-IV 19e Komponenten und Anlagen - Anwendung
Kene Nennung

Keine Nennung

MI) Work Function Spectroscopy
B.3.-IV 18a Forschung & Entwicklung - Experiment I LEED Low Energy Electron Diffraction

8.3.-IV 19f Lohnanalyse

_______

epfl-physique-appliquee
etbz-technsche-chemie pnnS Keine Nennung
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B.3.-IV 19g

LEED Low Energy Electron Diffraction HREED Reflective High Energy Electron Diffraction
B.3.-lV 19g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle B.3.-lV 21e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Kene Nennung epfI-microscopie-eectronique

HEED High Energy Electron Diffraction HREED Reflective High Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 20a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 21f Lohnanalyse

uni-bern-elektronenmikroskopie epfI-microscopie-eIectronque

uni-geneve-dpmc

Reflective ergy Electron Diffraction

B.3.lV

HEED High Energy Electron Diffraction
B.3.-lV2l g In-situ-Analytik / Proze8kontrolle

Forschung & Entwicklung

Keine Nennung

Kene Nennung

________________________________________________________

LAMMA Laser Microprobe Analysis
HEED High Energy Electron Diffraction I8.3.-lv 22a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-lV 20c Komponenten und Anlagen - Herstellung
epfI-pas

Kene Nennung unbaseI-elektronenspektroskopie

HEED High Energy Electron Diffraction LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 20d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 22b Forschung & Entwicklung - Theorie

x-tronix epfI-pas

HEED High Energy Electron Diffraction LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 20e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 22c Komponenten und Anlagen - Herstellun

Keine Nennung leybold

HEED High Energy Electron Diffraction LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 20f Lohnanalyse B.3.-IV 22d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung leybold

HEED High Energy Electron Diffraction LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 20g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle B.3.-IV 22e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung Keine Nennung

HREED Reflective High Energy Electron Diffraction LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 21a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-lV 22f Lohnanalyse

epfI-micro4optoIectronque

epfl-mcroscopie-eIectronique

ethz-af if
ibm-physik/hi

Keine Nennung

LAMMA Laser Microprobe Analysis
B.3.-IV 22g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

HREED Reflective High Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 21b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

HREED Reflective High Energy Electron Diffraction
B.3.-IV 21c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

HREED Reflective High Energy Electron Diffraction
B.3.-IV .21d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

x-tronix

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy
B.3.-IV 23a Forschung & Entwicklung - Experiment

baizers-dunnschicht-komponenten

balzers-vakuumtechnik&instrumente

epfi-céramique

epfl-lmch

epfl-micro-/optoIectronique

ethz-aflf

ethz-technische-chemie prins

psi-ethz-ionenstrahphysik

uni-bem-rnassenspektroskopie

uni-genève-physique-appliqude/biomJicaie

Keine Nennung
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B.3.-IV 23b

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer
B.3.-IV 23b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 24g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

bazers-vakuumtechnik&instrumente Keine Nennung
epfl-Imch

Secondary Neut

B .3.

Secondary Ion
und nlag:Hetel lung

B .3. -IV 25 a Forschung & Entwickiung-Experiment
Komponenten

baIzers-vakuumtechnik&nstrumente
balzers-vakuumtechnik&instrumente

leybold
ethzafif
ethz-technische-chemie prins

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy SNMS Secondary Neutral Mass Spectroscopy
B.3.-IV 23d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 25b Forschung & Entwicklung - Theorie

balzers-vakuumtechnik&nstrumente bazers-vakuurntechnik&instrumente
Ieybod
x-tronix

Secondary Neutral Mass Spectroscopy

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy B.3.-1V25C Komponenten und Anlagen - Herstellung

B.3.-IV 23e Komponenten und Anlagen - Anwendung

balzers-vakuumtechnik&Jnstrumente

baIzers-vakuumtechnik&nstrumente
Ieybod

SNMS Secondary Neutral Mass Spectroscopy
SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy IB.3.-lv 25d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.3.-IV 23f Lohnanalyse

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente

balzers-vakuumtechnik&instrumente
leybold
x-tronx

SIMS Secondary Ion Mass Spectroscopy SNMS Secondary Neutral Mass Spectroscopy
B.3.-IV 23g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle B.3.-IV 25e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung baizers-vakuumtechnik&instrurnente

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer SNMS Secondary Neutral Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 25f Lohnanalyse

epfl-Imch Keine Nennung

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer SNMS Secondary Neutral Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 25g In-situ-Analytik I ProzeOkontrolle

epfl-Imch Keine Nennung

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24c Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-IV 26a Forschung & Entwicklung - Experiment

Kene Nennung epfl-physique-des-plasmas

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 2Gb Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung Kene Nennung

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 26c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung Keine Nenriung

IMMA Ion Microprobe Mass Analyzer GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy
B.3.-IV 24f Lohnanalyse B.3.-IV 26d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung
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B.3.-IV 26e

GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy ISS Ion Scattering Spectroscopy

B.3.-IV 26e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 28d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung leybold

GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy ISS Ion Scattering Spectroscopy

8.3.-lV 26f Lohnanalyse B.3.-IV 28e Komponenten und Anlagen - Anwendun

Keine Nennung empa-metalikunde

GDMS Glow Discharge Mass Spectroscopy ISS Ion Scattering Spectroscopy

B.3.-IV 26g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle B.3.-lV 28f Lohnanalyse

Keine Nennung empa-metalikunde

FIM Field Ion Mass Spectroscopy ISS Ion Scattering Spectroscopy

B.3-lV 27a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 28g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

ethz-technische-chemie prins Keine Nennung

FIM Field Ion Mass Spectroscopy [ RBS Rutherford Backscattering

B.3.-IV 27b Forschung & Entwicklung - Theorie I8.3.-lV 29a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nerinung

FIM Field Ion Mass Spectroscopy

B.3.-lV 27c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

baizers-dünnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
epfl-physique-apptquee
ethz-aflt
ethz-quantenelektronIk
ntb
psi-ethz-ionenstrahlphysik
uni-neuchâtel-physique

FIM Field Ion Mass Spectroscopy I RBS Rutherford Backscattering
B.3.-lV 27d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

‘B.3.-IV 29b Forschung & Entwicklung - Theorie

Kene Nennung
nib

FIM Field Ion Mass Spectroscopy
RBS Rutherford Backscattering

B.3.-lV 27e Komponenten und Anlagen - Anwendung
B.3.-lV 29c Komponenten und Anlagen - HersteIlun

Keine Nennung
nib

FIM Field Ion Mass Spectroscopy
RBS Rutherford Backscattering

B.3.-lV 27f Lohnanalyse
B.3.-IV 29d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung
nib

FIM Field Ion Mass Spectroscopy
RBS Rutherford Backscattering

B.3.-IV 27g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle
B.3.-lV 29e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung
nib

ISS Ion Scattering Spectroscopy

I RBS Rutherford Backscattering
B.3.-lV 28a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-IV 29f Lohnanalyse

empa-metallkunde
ethz-technische-chemie prins baIzers-dunnschcht-komponenten

uni-basel-elektronenspektroskopie nib

ISS Ion Scattering Spectroscopy I RBS Rutherford Backscattering

B.3.-IV 28b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-lV 29g In-situ-Analytik / Proze6kontrolle

Keine Nennung

ISS Ion Scattering Spectroscopy I MEIS Medium Energy Ion Scattering

B.3.-IV 28c Komponenten und Anlagen - Herstellung IB.3.-lV 30a Forschung & Entwicklung - Experiment

leybold Keine Nennung
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B.3-IV 30b

MEIS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Spectroscopy
B.3.-lV 30b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 32a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung ethz-technische-chemie prins

MEIS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Spectroscopy
B.3.-IV 30c Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-IV 32b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung Keine Nennung

MEIS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Spectroscopy
B.3.-IV 30d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 32c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung Keine Nennung

MEIS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Spectioscopy
B.3.-IV 30e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 32d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung x-tronix

MEtS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Spectroscopy
B.3.-IV 30f Lohnanalyse B.3.-IV 32e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung Keine Nennung

MEIS Medium Energy Ion Scattering TDS Thermal Desorption Speätroscopy
B.3.-IV 30g In-situ-Analytik / Proze(3kontrolle B.3.-lV 32f Lohnanalyse

Keine Nennung Keine Nennung

STA Scattering of Thermal Atoms TOS Thermal Desorption Spectroscopy
B.3.-IV 31a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 32g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

Keine Nennung Keine Nennung

STA Scattering of Thermal Atoms PSO / ESO Photon / Electron Stimulated Desorption
B.3.-IV 31 b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 33a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung epfl-chimie-physique
epfi-Ipas

STA Scattering of Thermal Atoms
B.3.-IV 31c Komponenten und Anlagen - HerstelIunJ PSD I ESD Photon I Electron Stimulated Desorption

B.3.-IV 33b Forschung & Entwicklung - Theorie
Kene Nennung

epfl-Ipas

STA Scattering of Thermal Atoms
B.3.-IV 31d Komponenten und Anlagen - Vertrieb PSO I ESD Photon I Electron Stimulated Desorption

B.3.-IV 33c Komponenten und Anlagen - Herstellung
Keine Nennung

Keine Nennung

Scattering of Thermal Atoms
B.3.-IV

31:TA
Komponenten und Anlagen - Anwendung

B..-IV
ESO Photon I Electron Stimulated Desorption

nenten und
Keine Nennung

x-tronix

STA Scattering of Thermal Atoms
B.3.-IV 31f Lohnanalyse PSD I ESD Photon I Electron Stimulated Desorption

B.3.-IV 33e Komponenten und Anlagen - Anwendung
Keine Nennung

Keine Nennung

Scattering of
B.3.-IV 31g In-situ-Analytik

Therm:I Atoms

B.:.lv
tnIa1tI0fl

Stimulated Desorption

Keine Nennung
Keine Nennung
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B.3.-IV 33g

PSD I ESD Photon / Electron Stimulated Desorption EDS / WDS Energy / Wavelength Dispersive X-Ray
B.3.-lV 33g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle Spectroscopy

B.3.-IV 35b Forschung & Entwicklung - Theorie

rieter-materialprufung

Electron Microprobe I X-Ray Microprobe
EDS / WDS Energy I Wavelength Dispersive X-RayB.3.-lV34a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-IV 35c Komponenten und Anlagen - HerstellunçCSEM
empa-metatkunde
epfl-chimie-physique
ethz-afif
ibm-physik’hl
psi-zurich
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-expérimentale

Keine Nennung

x-tronixEMP Electron Microprobe I X-Ray Microprobe
B.3.-lV 34b Forschung & Entwicklung - Theorie J EDS I WDS Energy / Wavelength Dispersive X-Ray

Spectroscopy
B.3.-lV 35e Komponenten und Anlagen - Anwendung

EMP Electron Microprobe I X-Ray Microprobe
B.3.-IV 34c Komponenten und Anlagen - Herstellung

epfl-microscopie-éIectronque
ethz-festkOrperphysik/elektr.mikroskopie

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Keine Nennung Wavelength

B.3.-IV34dKom
Microprobe

Aiagen-Vertri:b
B.3.-IV

:::scoY

Dispersive X-Ray

ponenten und
balzers-dunnschicht-koniponenten

x-trcnix CSEM
zeiss epfl-microscopie-électronique

preci-coat

Electron Microprobe I X Ray Mic
B.3.-lV34e Komponenten und Anlagen - Ad

B.3.-IV :5
1:ie:

Dispersive X-Ray

nalytik I Prozel3kontrolempa-metailkuncie
suizer-innotec-werkstoffe/oberflächen
zeiss epfl-microscopie-electronique

EMP Electron Microprobe / X-Ray Microprobe PIXE Particle Induced X-Ray Emission
B.3.-IV 34f Lohnanalyse B.3.-lV 36a Forschung & Entwicklung - Experiment

CSEM
empa-metalikunde

ibm-physik/hi

schiierholz-metallveredelung
psi-ethz-ionenstrahlphysk

sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
Particle Induced X Ray Emission

EMP Electron Microprobe I X-Ray Microprobe B.3.-lV
l::

Forschung & Entwicklung - Theorie
B.3.-IV_34g In-situ-Analytik__/ Prozel3kontrolle

schiierholz-metallveredelung

Keine Nennung

Particle Induced X Ray Emis
EDS I WDS Energy / Wav:Iength Di:er:ive X-Ray B.3.-IV 36c Komponenten und Anlagen -H:rstellung

B.3.-IV 35a Forschung & Entwick xperiment

asulab
baizers-dunnschicht-komponenten
CSEM
epfl-céramique
epfl-chimie-physique
optl-microscopie-eiectronique
hoffn,ann-Ia-roche
ibm-physik/hi
preci-coat
rieter-materialprufung

Keine Nennung

Keine Nennung

EDS / WDS Energy / Wavelength Dispersive X-Ray
Spectroscopy

B.3.-IV 35d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

PIXE Particle Induced X-Ray Emission
B.3.-IV 36d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

PIXE Particle Induced X-Ray Emission
B.3.-IV 36e Komponenten und Anlagen - Anwendung

psi-ethz-iorienstrahiphysik
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B.3.-lV 36f

PIXE Particle Induced X-Ray Emission XRD X-Ray Diffraction

B.3.-IV 36f Lohnanalyse B.3.-IV 37f Lohnanalyse

schlierholz-metallvered&ung

PIXE Particle Induced X-Ray Emission

B.3.-lV 36g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

schlierholz-metallveredelung

ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metalikunde
empa-werkstofftechnologie
nib
schlierholz-metallveredeiung
sulzer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

XRD X-Ray Diffraction
XRD X-Ray Diffraction

B.3.-IV 37a Forschung & Entwicklung - Experiment
B.3.-lV 37g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle

asulab
balzers-vakuumtechnik&instrumente
balzers-verschlei6schutz
battelle
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metailkunde
empa-werkstofftechnologie
epfl-ceramique
epfI-chimie-physue
epfl-micro-/opto6lectronique
eplt-physique-appliquee
ethz-afif
ethz-quantenelektronik
ethz-technische-chemie prins
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi
nib
psi-festkOrperforschung
psi-zurich
rieter-materialprufung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberulâchen
uni-bem-elektronenmikroskopie
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-geneve-dpmc
uni-lausanne-physique-experimentale

flühmann
kistler-instrumente
nib
schlierholz-metallveredelung

XRF X-Ray Fluorescence
B.3.-lV 38a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
empa-werkstofftechnologie
epfl-Imch
estoppey-reber
ethz-afif
hoffmann-Ia-roche
nib
rieter-materialprufung
uni-bern-elektronenmikroskopie

XRF X-Ray Fluorescence
B.3.-IV 38b Forschung & Entwicklung - Theorie

estoppey-reber
rieter-materialprufung

XRD X-Ray Diffraction I XRF X-Ray Fluorescence

B.3.-lV 37b Forschung & Entwicklung - Theorie
B.3-lV 38c Komponenten und Anlagen - Herstellung

dorix
ctha-geigy-physik
ibm-physik/hi
nib
rieter-materialprufung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen
uni-bern-laser

XRF X-Ray Fluorescence
B.3.-lV 38d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

XRD X-Ray Diffraction
XRF X-Ray Fluorescence

B.3.-IV 37c Komponenten und Anlagen - Herstellung
B.3.-lV 38e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung
Keine Nennung

XRD X-Ray Diffraction

I XRF X-Ray Fluorescence
B.3.-IV 37d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

B.3.-lV 38f Lohnanalyse

epfl-physique-apphquee
empa-werkstofftechnologieschaefer
schlierloIz-metallveredelung

XRD X-Ray Diffraction
XRF X-Ray Fluorescence

B.3.-lV 37e Komponenten und Anlagen - Anwendung
B.3.-lV 38g In-situ-Analytik I Proze(3kontrolle

empa-metalikunde
sulzer-innotec-werkstoffe/obertlachen elto

suizer-surface-tech estoppey-reber
fiühmann
galvor
schlierholz-metallveredelung
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B.3.-IV 39a

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine

B.3.-IV 39a Forschung & Entwicklung - Experiment Structure

B.3.-IV 40f Lohnanalyse

Keine Nennung

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

____________________________________________________

B.3.-IV 39b Forschung & Entwicklung - Theorie SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine
Structure

B.3.-IV 40g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

B.3.-IV 39c Komponenten und Anlagen - Herstellung
XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 41 a Forschung & Entwicklung - Experiment

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

B.3.-IV 39d Komponenten und Anlagen - Vertrieb
XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 41 b Forschung & Entwicklung - Theorie

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

B.3.-IV 39e Komponenten und Anlagen - Anwendung
XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 41 c Komponenten und Anlagen - Herstellun

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

B.3.-IV 39f Lohnanalyse
XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 41d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure

B.3.-IV 39g In-situ-Analytik I Proze(3kontrolle
XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 41 e Komponenten und Anlagen - Anwendun

SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine
Structure

B.3.-IV 40a Forschung & Entwicklung - Experiment XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure
B.3.-IV 41f Lohnanalyse

Keine Nennung

SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine

__________________________________________________

Structure XANES X-Ray Absorption Near Edge Fine Structure

B.3.-IV 40b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 41g In-situ-Analytik I Proze(3kontrolle

Keine Nennung Keine Nennung

Keine Nennung

ethz-technische-chemie prins

Keine Nennung

Keine Nerinung

hiIpert-eIectroncs

Keine Nennung

SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine NAA Neutron Activation Analysis
Structure B.3.-IV 42a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-IV 40c Komponenten und Anlagen - Herstellung
nib

Neutron Activation Anal
SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine B.3.-IV

42AA
Forschung & Entwicklung

S;heorie

B.3.-IV 40d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

NAA Neutron Activation Analysis

SEXAFS Surface Extended X-Ray Absorption Fine
B.3.-IV 42c Komponenten und Anlagen - Herstellun

Structure
B.3.-IV 40e Komponenten und Anlagen Anwendung

- B .3. - IV

NAA

Kornpon:ntenundAnlag:n-Vertrieb

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung
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ethz-technische-chemie prins

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

suizer-surface-tech

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung



B.3.-IV 42e

NAA Neutron Activation Analysis NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 42e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-lV 44c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

NAA Neutron Activation Analysis NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 42f Lohnanalyse B.3.-lV 44d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung Keine Nennung

NAA Neutron Activation Analysis NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 42g ln-situ-Analytik / ProzeBkontrolle B.3.-lV 44e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung psi-ethz-ionenstrahiphysik

NMR Nuclear Magnetic Resonance NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 43a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-lV 44f Lohnanalyse

ciba-geigy-physik
empa-organische-cheme
ethz-quantenelektronik
ethz-technische-chemie phns

Keine Nerinung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

ciba-geigy-physik

Keine Nennung

ciba-geigy-physik

ciba-geigy-physik

Keine Nennung

x-tronix

Keine Nennung

Keine Nennung
NOR CEMS Further Nuclear Methods

B.3.-lV44b Forschung & Entwicklung - Theorie Glow Discharge Optical Spectroscopy
Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung

balzers-dunnschicht-komponenten
epfl-physique-des-plasmas
psi-zurich
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Keine Nennung

NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 44g ln-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-IV 43b Forschung & Entwicklung - Theorie

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-lV 45a Forschung & Entwicklung - Experiment

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-IV 43c Komponenten und Anlagen - Herstellung

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-lV 45b Forschung & Entwicklung - Theorie

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-lV 43d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-IV 45c Komponenten und Anlagen - Herstellung

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-IV 43e Komponenten und Anlagen - Anwendung

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-lV 45d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-lV 43f Lohnanalyse

Keine Nennung

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B3.-lV 45e Komponenten und Anlagen - Anwendung

NMR Nuclear Magnetic Resonance
B.3.-lV 43g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

NOR, CEMS, PAC etc. Further Nuclear Methods
B.3.-lV 44a Forschung & Entwicklung - Experiment

psi-festkorperforschung
psi-ethz-ionenstrahlphysik
uni-neuchãtel-physique

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-lV 45f Lohnanalyse

ciba-geigy-physik

EPR Electron Paramagnetic Resonance
B.3.-lV 45g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle
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B.3.-IV 46b

GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy EL Ellipsometry

B.3.-lV 46b Forschung & Entwicklung - Theorie B.3.-IV 47f Lohnanalyse

epfl-physique-des-piasmas ciba-geigy-physik
suizer-innotec-werkstotfe/oberfiâchen

EL Ellipsometry
GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy IB.3.-IV 47g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

B.3.-IV 46c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung
Keine Nennung

LM Light Microscopy
GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy B.3.-IV 48a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.-IV 46d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy

B.3.-IV 46e Komponenten und Anlagen - Anwendung

su(zer-innotec-werkstofte/oberflachen

GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy

B.3.-IV 46f Lohnanalyse

balzers-dunnschicht-komponenten
suizer-innotec-werkstoffe/oberfiãchen

GDOS Glow Discharge Optical Spectroscopy
B.3.-IV 46g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

epfl-physique-des-plasmas

EL Ellipsometry

B.3.-IV 47a Forschung & Entwicklung - Experiment

abb-semiconductors
baizers-eiektronik
baizers-vakuumtechnik&instrumente
ciba-geigy-physik
CSEM
epfl-micro-/optoiectronique
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi

psi-zurich
uni-bern-laser

EL Ellipsometry
B.3.-lV 47b Forschung & Entwicklung - Theorie

ciba-geigy-physik
uni-bern-laser

abb-semiconductors
asuiab
baizers-vakuumtechnik&instrumente
brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metailkunde
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epti-cOramique
epfl-chimie-physique
epfi-physique-apphquee
ethz-hochstfrequenzelektronik
ethz-quanteneiektronik
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
hoffmann-la-roche
ibm-physik/hi
ntD
preci-coat
rieter-materialprufung
senstech
suizer-innotec-werkstoffe/oberflâchen
uni-bem-iaser
viiab
zeiss

ascom-favag
projectina
senstech
zeiss

LM Light Microscopy
B.3.-IV 48d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

EL Ellipsometry
B.3.-lV 47c Komponenten und Anlagen - Herstellung

ascom-favag
hiipert-eiectronics
leica

ascom-favag projectina
zeiss

EL Ellipsometry
LM Light MicroscopyB.3.-IV 47d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

1B.3.-IV 48e Komponenten und Anlagen - Anwendung

EL Ellipsometry
B.3.-IV 47e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennurig

baumer-eiectric
bema
empa-metalikunde
reinhardt-microtech
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen
zeiss

LM Light Microscopy
B.3.-IV 48b Forschung & Entwicklung - Theorie

suizer-innotec-werkstoffe/oberflächen
zeiss

LM Light Microscopy
B.3.-IV 48c Komponenten und Anlagen - Herstellun

ascom-favag
poiyscience
x-tronix
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B.3.-IV 48f

LM Light Microscopy VCM Voltage Contrast Microscopy

B.3.-IV 48f Lohnanalyse B.3.-lV 50b Forschung & Entwicklung - Theorie

ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metailkunde
empa-werkstofftechnologie
preci-coat
schlierholz-metallveredelung
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
w+f

Keine Nennung

VCM Voltage Contrast Microscopy
B.3.-IV 50c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

Voltage Contrast Microscopy

B.3.-IV 48g

LM Light Microscopy
Bkontrolle

B.3.-IV 50d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

In-situ-Analytik / Proze

baumer-mel3technik
CSEM
hartchrom
schlierholz-metallveredelung
senstech
wi-f

Keine Nennung

VCM Voltage Contrast Microscopy
B.3.-IV 50e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung

LSM Laser Scanning Microscopy VCM Voltage Contrast Microscopy

B.3.-IV 49a Forschung & Entwicklung - Experiment IB.3.V 50f Lohnanalyse

ciba-geigy-physik
ethz-werkstoffchemie
zeiss

Keine Nennung

e Contrast Microscopy

B.3.-IV 49b Fo
Laser Scanning Microscopy

B.3.-IV 50g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

rschung & Entwicklung Keine Nennung

ethz-werkstoffchemie
zeiss

LSM Laser Scanning Microscopy
B.3.-IV 49c Komponenten und Anlagen - Herstellung

zeiss

LSM Laser Scanning Microscopy
B.3.-IV 49d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

leica
zeiss

LSM Laser Scanning Microscopy
B.3.-IV 49e Komponenten und Anlagen - Anwendung

zeiss

abb-semiconductors
asulab
balzers-dUnnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
CSEM
epfl-chimie-physique
epfl-Ipas
epfl-physique-appliquee
ethz-afif
ibm-physik/hi
psi-zurich
rieter-materialprufung
uni-zurich-physikalische-chemie
zeiss

IR Infrared Spectroscopy

_________

B3.-lV 51b Forschung & Entwicklung - Theorie
LSM Laser Scanning Microscopy

B.3.-IV 49f Lohnanalyse
epfl-Ipas
zeiss

ciba-geigy-physik
Zeiss IR Infrared Spectroscopy

B.3.-IV 51c Komponenten und Anlagen - Herstellung
LSM Laser Scanning Microscopy

B.3.-lV 49g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

IR Infrared Spectroscopy

_______________________

B.3.-IV 51d Komponenten und Anlagen - Vertrieb
VCM Voltage Contrast Microscopy

B.3.-IV 50a Forschung & Entwicklung - Experiment

ibm-physik/hi

leica
zeiss

Zeiss

Keine Nennung

IR Infrared Spectroscopy
B.3.-IV 51a Forschung & Entwicklung - Experiment
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B.3.-IV 51e

IR Infrared Spectroscopy RAMAN Raman Spectroscopy

B.3.-IV 51e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 53a Forschung & Entwicklung - Experiment

zeiss

IR Infrared Spectroscopy

B.3.-IV 51f Lohnanalyse

CSEM
suizer-innotec-chemie/korrosion

abb-semiconductors
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-organischchemie
epfI-micro-/optolectronique
epfl-physique-appiquee
ibm-physik/hi
psi-zurich
uni-base-elektronenspektroskopie

IR Infrared Spectroscopy I RAMAN Raman Spectroscopy
B.3.-IV 51g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

‘B.3.-IV 53b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung
empa-organsche-chemie

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy I RAMAN Raman Spectroscopy
B.3.-IV 52a Forschung & Entwicklung - Experiment

‘B.3.-IV 53c Komponenten und Anlagen - HersteIIun

Keine Nennung

RAMAN Raman Spectroscopy
FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy B.3.-IV 53e Komponenten und Anlagen - Anwendun

B.3.-IV 52b Forschung & Entwicklung - Theorie

empa-organische-chemie
Keine Nennung

RAMAN Raman
8•3•R5

20F0 : srm B .3 .-IV 5 3f Lohnanalyse

Spectroscopy

ciba-geigy-physik
projectina CSEM

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy RAMAN Raman Spectroscopy

B.3.-IV 52d Komponenten und Anlagen - Vertrieb B.3.-IV 53g In-situ-Analytik I •ProzeBkontrolle

projectina Keine Nennung

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy

B.3.-IV 52e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-IV 54a Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung ciba-geigy-physik

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy

B.3.-IV 52f Lohnanalyse B.3.-IV 54b Forschung & Entwicklung - Theorie

sulzer-innotec-chemie/korrosion Keine Nennung

ETIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy

B.3.-IV 52g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle B.3.-IV 54c Komponenten und Anlagen - Herstellun

Keine Nennung Keine Nennung

SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy
B.3.-IV 54d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy
B.3.-IV 54e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung
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abb-semiconductors
empa-organische-chemie
epfl-ceramique
epfi-physique-appliquèe
ethz-afif
ethz-technische-chemie prins
psi-zurich
rieter-materialprüfung
uni-neuchátel-microtechnique

Keine Nennung

RAMAN Raman Spectroscopy

B.3.-IV 53d Komponenten und Anlagen - Vertrieb



B.3.-IV 54f

SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-IV 54f Lohnanalyse B.3.-IV 56e Komponenten und Anlagen - Anwendung

ciba-geigy-physik Keine Nennung

SERS Surface Enhanced Raman Spectroscopy PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-IV 54g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle B.3.-IV 56f Lohnanalyse

Keine Nennung Keine Nennung

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-IV 55a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-IV 56g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle

abb-semiconductors
epfl-micro-/optoelectronique
ethz-afif
ibm-physik/hi

Keine Nennung

abb-semiconductors

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

empa-organische-chemie

Keine Nennung

Keine Nennung

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-IV 57a Forschung & Entwicklung - Experiment

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-IV 55b Forschung & Entwicklung - Theorie

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-lV 57b Forschung & Entwicklung - Theorie

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-IV 55c Komponenten und Anlagen - Herstellung

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-IV 57c Komponenten und Anlagen - Herstellung

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-lV 55d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-lV 57d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-lV 55e Komponenten und Anlagen - Anwendung

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-IV 57e Komponenten und Anlagen - Anwendung

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-IV 55f Lohnanalyse

Keine Nennung

DLTS Deep Level Transient Spectroscopy
B.3.-lV 55g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-IV 57f Lohnanalyse

Keine Nennung

ASRM Acoustic Scanning Reflex Microscopy
B.3.-IV 57g In-situ-Analytik / ProzeBkontrolle

PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-lV 56a Forschung & Entwicklung - Experiment

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves
B.3.-IV 58a Forschung & Entwicklung - Experiment

PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-lV 56b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B.3.-IV 56c Komponenten und Anlagen - Herstellung

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves
B.3.-IV 58b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves
B.3.-IV 58c Komponenten und Anlagen - Herstellung

PAS Photo Acoustic Spectroscopy
B3.-lV 56d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung

leica

Keine Nennung

Keine Nennung

Keine Nennung
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B.3.-IV 58d

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves TRIBOLOGIE UND SPEZIELLE
B.3.-IV 58d Komponenten und Anlagen - Vertrieb VERFAHREN DER PROZESSKONTROLLE

B.3.-VKeine Nennung

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves
Bestimmung des VerschleiBverhaltens

B.3.-IV 58e Komponenten und Anlagen - Anwendung
B.3.-V Cia Forschung & Entwicklung - Experiment

Keine Nennung

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves

B.3.-IV 58f Lohnanalyse

Keine Nennung

LSTW Laser Stimulated Thermal Waves

B.3.-lV 58g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

Keine Nennung

bazers-verschIeiBschutz
CSEM
empa-werkstofftechnologie
epfl-Imch
epfl-physique-appliquée
estoppey-reber
hartchrom
nt
preci-coat
psi-ethz-ionenstrahlphysik
rieter-materialprufung
steiger-galvanotechnik
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-techWeitere Analyse-/Mel3methoden

B.3.-IV 59

Bestimmung des VerschleiBverhaltens
B.3.-V Olb Forschung & Entwicklung - Theorie

bürox (AAS Atomabsorptions-Spektroskopie)
elfo (MS Atomsbsorptions-Spektroskopie)
empa-organische-chemie (TOF-SIMS lab MOte 1994D
psi-festkorperforschung (Neutronenstreuung)
schaefer (GCMS Gas-Chromato-Massenspektroskopie)
uni-basel-elektronenspektroskopie (Transmissions-! Reflexionsmessungen [250
nm - 3300 nm])

empa-werkstofftechnologie
hartchrom

rieter-materialprufung
suizer-innotec-chemie/korrosion
uni-bern-1aser-werkstotfe/oberflächen

vilab

Bestimmung des VerschleiBverhaltens
8.3.-V 01 c Komponenten und Anlagen - Herstellun

CSEM
sulzer-innotec-werkstoffe/oberfláchen

Bestimmung des VerschleiBverhaltens
B.3.-V Old Komponenten und Anlagen - Vertrieb

CSEM
sulzer-innotec-werkstotfe/oberflächen

Bestimmung des VerschleiBverhaltens
B.3.-V Ole Komponenten und Anlagen - Anwendung

berna
bwb-oberflächentechnik
CSEM
watani-surmetal
maurer
sulzer-innotec-werkstoffe/oberfláchen
sulzer-surface-tech

Bestimmung des Verschleil3verhaltens
B.3.-V Oif Lohnanalyse

CSEM
empa-werkstofftechnologie
mauler
schlierholz-metallveredelung
sulzer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech
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B.3.-V 019

Bestimmung des Verschleil3verhaltens Bestimmung des Reibverhaltens

B.3.-V Olg In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle B.3.-V 02g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

blOsch estoppey-reber
estoppey-reber ttuhmann
flühmann hartchrom
hartchrom steiger-galvanotechnik
schlierholz-metallverede)ung sulzer-tnnotec-werkstoffe/oberflächen
steiger-galvanotechnik
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen Bestimmung des Korrosionsverhal

B.3.-V
o2aBe

rnmung des Reibverhaltens
B.3.-V 03a Forschung & Entwicklung - Experiment

rschung & Entwicklung - Experiment

balzers-verschlet3schutz
CSEM
empa-werkstofftechndogie
epfl-lmch
epfl-physque-appIiquee
estoppey-reber
hartchrom
nib
preci-coat
rieter-materialprufung
steiger-galvanotechnik
sulzer-innotec-chemiefkorrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech
vilab

empa-werkstofftechnologie
nib
rieter-materialprufung
sulzer-innotec-werkstofteloberflächen
uni-bern-laser

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-verschleil3schutz
battelle
brunner-hartchrom
CS EM
epfl-lmch
estoppey-reber
ethz-werkstoffchemie
hartchrom
learonal
nib
preci-coat
psi-ethz-ionenstrahlphysik
neter-materialprufung
sturzenegger-korrosionsschutz
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflâchen
suizer-surface-tech
uni-fribourg-festkOrperphysik

Bestimmung des Korrosionsverhaltens
B.3.-V 03b Forschung & Entwicklung - Theorie

ethz-werkstoffchemie
hartchrom
nib
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachenmung des Reibverhaltens

B.3.-V
o2cBesmponenten

und Anlagen - HersteHung

B.3.V 03c
des

e00nsverhaItens
Komponent Anlagen - HerstellungCSEM

sulzer-innotec-werkstotfelobertlächen

CSEM
epfi-physique-appliquee
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen

balzers-ciunnschicht-komponenten
dorix
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Bestimmung des Korrosionsverhaltens
B.3.-V 03d Komponenten und Anlagen. - Vertrieb

balzers-dünnschicht-komponenten
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachenBestimmung des Reibverhaltens

B.3.-V 02e Komponenten und Anlagen - Anwendung

B.3.V

Bestimmung des
e0:0n5veaIten5

Komponent Anlagen - Anwendungbema
CSEM
iwatani-surmetal
maurer
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
sulzer-surface-tech
v!lab

bea
chromwerk
CSEM
learonal
maurer
sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-surface-techBestimmung des Reibverhaltens

B.3.-V 02f Lohnanalyse

B.3.-VCSEM
empa-werkstofftechnologie
maurer
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen
suizer-surface-tech

CSEM
maurer
schlierholz-metallveredelung
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech
w+f
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Bestimmung des Reibverhaltens

B.3.-V 02b Forschung & Entwicklung - Theorie

Bestimmung des Reibverhaltens

B.3.-V 02d Komponenten und Anlagen - Vertrieb



B.3.-V 03g

Bestimmung des Korrosionsverhaltens Bestimmung der Schichteigenspannungen

B.3.-V 03g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle B.3.-V 04g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

blOsch blOsch
elfo estoppey-reber

fluhmann
learonal
steiger-gavanotechnik

estoppey-reber
ethz-werkstoffchemie
fiuhmann
hartchrom
learonal
mevag-metailveredelung
schlierholz-metatlveredelung
senstech
steger-gaIvanotechnik
sturzenegger-korrosionsschutz
w+f

Bestimmung der Schichteigenspannungen

B.3.-V 04a Forschung & Entwicklung - Experiment

amt
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-verschleil3schutz
CSEM
epfl-céramique
estoppey-reber
ethz-aflf
bm-physik/hI
learonal
ntb
preci-coat
psi-festkOrperforschung
psi-ethz-ionenstrahlphysik
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen
suizer-surface-tech
uni-neuchatel-microtechnique
vilab

Bestimmung der Schichthaftung

B.3.-V 05a Forschung & Entwicklung - Experiment

amt
balzers-dunnschicht-kornponenten
balzers-elektronik
balzers-verschleil3schutz
CSEM
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epfI-ce ramique
epfl-Imch
estoppey-reber
hartchrom
hightec-mc
ibm-physllc/hI
knecht-optik
learonal
ntb
preci-coat
rieter-materialprufung
sgs-thomson-microelectronics
sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchatel-microtechnique
vilab

Bestimmung der Schichthaftung
Bestimmung der Schichteigenspannungen 18.3.-V 05b Forschung & Entwicklung - Theorie

B.3.-V 04b Forschung & Entwicklung - Theorie
empa-organische-chemie

epfl-céramique hartchrom
ntb ntb
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

uni-bem-laser

Bestimmung der Schichteigenspannungen
B.3.-V 04c Komponenten und Anlagen - Herstellungj Bestimmung der Schichthaftung

8.3.-V 05c Komponenten und Anlagen - Herstellun
balzers-dunnschicht-komponenten

Bestimmung der Schichteigenspannungen
B.3.-V 04d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten
polyscience

Bestimmung der Schichteigenspannungen
B.3.-V 04e Komponenten und Anlagen - Anwendung

baumer-electric
bema
dorrer-metallveredelung
learonal
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surlace-tech

Bestimmung der Schichteigenspannungen
B.3.-V 04f Lohnanalyse

ba1zers-dunnschcht-komponenten
CSEM
sulzer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech

ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
CSEM
dorix

Bestimmung der Schichthaftung
B.3.-V 05d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ascom-favag
balzers-dunnschicht-kornponenten
CSEM
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8.3.-V 05e

Bestimmung der Schichthaftung Bestimmung der Härte

B.3.-V 05e Komponenten und Anlagen - Anwendung B.3.-V 06c Komponenten und Anlagen - Herstellung

baumer-electric
bema
brOnnimann-lackierungen
chromwerk
CSEM
iwatan-surmetal
learonal
maurer
reinhardt-microtech
senstech
sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
suizer-surface-tech
vilab

ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
CSEM

Bestimmung der Härte

B.3.-V 06d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
CSEM
leica
polyscience

Bestimmung der Härte
Bestimmung der Schichthaftung

B.3.-V 06e Komponenten und Anlagen - AnwendungB.3.-V 05f Lohnanalyse

bema
balzers-dunnschicht-komponenten bwb-oberflâchentechnik
CSEM CSEM
maurer empa-metaHkunde
schferholz-metauveredelung iwatani-surmetal
sufzer-innotec-chemie/korrosion learonal
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-surface-tech sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

suizer-surface-tech
Bestimmung der Schichthaftu

B.3.-V 05g In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

8.3.-V 06f

Bestimmung der Härte

LohnanalyblOsch
bürox
egro
estoppey-reber
flühmann
galvor
hartchrom
learonal
mevag-metallveredelung
schlierholz-metallveredelung
senstech
steiger-galvanotechnik
sturzenegger-korrosionsschutz

brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metalikunde
empa-werkstofftechnologie
hartchrom
learonal
suizer-innotec-chemie/korrosion
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflãchen
suizer-surface-tech
w+f

vilab

Bestimmung der Härte Bestimmung der Härte
B.3.-V 06a Forschung & Entwicklung - Experiment 8.3.-V 06g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle

amt
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-verschleil3schutz
battelle
blOsch
brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
CSEM
empa-metallkunde
empa-werkstofftechnologie
estoppey-reber
knecht-optik
earonal
n
preci-coat
rieter-materialprufung
sgs-thomson-microelectronics
sturzenegger-korrosionsschutz
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
sulzer-surface-tech
viab

blOsch
bürox
estoppey-reber
fiühmann
earonal
steiger-galvanotechnik
sturzenegger-korrosionsschutz
w+f

weitere mechanische / thermische MeBverfahren
B.3.-V 07a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-verscheil3schutz
battelle
epfl-chimie-physique
ethz-afif
learonal

psi-festkOrperforschung
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Bestimmung der Härte I weitere mechanische / thermische MeBverfahren

B.3.-V 06b Forschung & Entwicklung - Theorie jB.3.-V 07b Forschung & Entwicklung - Theorie

nibsulzer-innotec-werkstoffe/oberflachen
suzer-innotec-werkstofte/oberflttchenun-bern-laser
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B.3.-V 07c

weitere mechanische I thermische Mel3verfahren elektrische I magnetische I optische Eigenschaften

B.3.-V 07c Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-V 08d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

dorix

weitere mechanische I thermische Mel3verfahren

B.3.-V 07d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

leica
polyscience

weitere mechanische I thermische Mel3verfahren

B.3.-V 07e Komponenten und Anlagen - Anwendung

baumer-electric
reinhardt-microtech
sulzer-innotec-werkstoffe!oberflachen

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-optik
epfl-physique-appliquee
leica
mt

elektrische I magnetische / optische Eigenschaften
B.3.-V 08e Komponenten und Anlagen - Anwendun

baumer-electric
mt
reinhardt-microtech
senstech
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflàchen

elektri sche

B.3V07

mechanische Ithermische M&3verfahren B.3.-V 08f
/

:::e
/ optische Eigenschaften

f Lohnanal
empa-werkstofftechnologie
hartchromlearonal

schlapfer-mel3technik mt

weitere mechanische I thermische MeBverfahren I elektrische / magnetische I optische Eigenschaften

B.3.-V 07g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle IB.3.-V 08g In-situ-Analytik / Prozel3kontrolle

egro baizers-dunnschicht-komponenten

earonal baumer-mel3technik

senstech fluhmann
mt
senstech

elektrische I magnetische I optische Eigenschaften
B.3.-V 08a Forschung & Entwicklung - Experiment

B.3.V
Lebensdauertest für VLSI Schaltungen

Forschung & Entwicklung - Experiment
amt
asulab
balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-optik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
battelle
baumer-electric
brunner-hartchrom
empa-werkstofttechnologie
epfl-ceramique
epfl-chimie-physique
epfl-physique-appliquee
ethz-afif
ethz-hOchstfrequenzelektronik
ethz-technische-chemie rys
ethz-werkstoffchemie
ibm-physik/hi
mt
nib
psi-festkOrperforschung
senstech
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen
uni-geneve-dpmc

abb-semiconductors

Lebensdauertest für VLSI Schaltungen
B.3.-V 09b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

Lebensdauertest für VLSI Schaltungen
B.3.-V 09c Komponenten und Anlagen - Herstellun

abb-semiconductors

Lebensdauertest für VLSI Schaltungen
B.3.-V 09d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

sdauertest für VLSI Schaltun

B3.-V08b
I magnetische / optische Eigen:ch:ften B.3.-V 09 Komponenten und Anlagen - Anwendung

Forschung & Entwicklung

epfl-céramique
ethz-werkstoffchemie
mt
nib
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

Keine Nennung

Lebensdauertest für VLSI Schaltungen
B.3.-V 09f Lohnanalyse

Keine Nennung

elektrische I magnetische I optische Eigenschaften
B.3.-V 08c Komponenten und Anlagen - HersteIIunj Lebensdauertest für VLSI Schaltungen

B 3 V 09g In-situ-Analytik I Prozel3kontrolle
balzers-dunnschicht-komponenten

Keine Nennungbaizers-optik
mt
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8.3.-V iOa

Standzeittest für Werkzeuge weitere Feidversuche

B.3.-V 1 Oa Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-V 11 f Lohnanalyse

abb-semiconductors
CSEM
epfl-micro-/optoelectronique
vilab

Keine Nennung

weitere Feidversuche

B.3.-V hg In-situ-Analytik I ProzeBkontrolle

Standzeittest für Werkzeuge

B.3.-V lOb Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung

Standzeittest für Werkzeuge

B.3.-V lOc Komponenten und Anlagen - Herstellung

abb-semiconductors

Standzeittest für Werkzeuge

B.3.-V lOd Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

Standzeittest für Werkzeuge

B.3.-V 1 Oe Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung

optisch spektroskopische Methoden
8.3.-V 12a Forschung & Entwicklung - Experiment

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
battelle
brunner-hartchrom
ciba-geigy-physik
epfl-lpas
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-physique-appliquee
epfl-physique-des-plasmas
ethz-quantenelektronik
ethz-technisch-chemie rys
ibm-physik/hi
n
psi-zurich
sgs-thomson-microelectronics

optisch spektroskopische Methoden

Standzeittest für Werkzeuge B.3.-V 12b Forschung & Entwicklung - Theorie

8.3.-V lOf Lohnanalyse
epfl-lpas
epfl-physique-des-plasmas

CSEM

Keine Nennung

Standzeittest für Werkzeuge
optisch spektroskopische Methoden

8.3.-V lOg In-situ-Analytik I ProzeOkontrolle
8.3.-V 12c Komponenten und Anlagen - Herstellung

sgs-thomson-microelectronics
blösch

weitere Feidversuche
optisch spektroskopische Methoden

8.3.-V ha Forschung & Entwicklung - Experiment
8.3.-V 12d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

abb-semiconductors
Keine Nennung

vilab

___________________________________

spektrosko

B.3.V 11 b F

weitere Feidversuche

Theorie

8.3.-V 12Kt nI’nwendung

orschung & Entwicklung -

Keine Nennung

beg

optisch spektroskopische

8.3.-V 11

weitere Feidversuche

Herstellung

8.3.-V 1 2f Lohnanalyse
Methoden

Komponenten und Anlagen -

burox

abb-semiconductors
ciba-geigy-physik

weitere Feidversuche
8.3.-V lid Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

weitere Feidversuche
B.3.-V lie Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung

B. 62



B3.-V 13a

Massenspektrometrie Sondenmethoden zur Charakterisierung des

B.3.-V 13a Forschung & Entwicklung - Experiment Beschichtungsplasmas

B.3.-V 14c Komponenten und Anlagen - Herstellun
asulab
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrurnente
battelle
ciba-geigy-physik
epfl-Ipas
epfi-physique-appliquée
epfl-physique-des-plasmas
ibm-physik/hi
r
preci-coat
psi-festkOrperfcrschung
psi-zurich
uni-bem-massenspektroskopie
uni-Iausanne-physique.expérimentale
uni-neuchãtel-microtechnique
uni-zurich-physikalische-chemie

Keine Nennung

Sondenmethoden zur Charakterisierung des
Beschichtungsplasmas

B.3.-V 14d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

Keine Nennung

Sondenmethoden zur Charakterisierung des
Beschichtungsplasmas

B.3.-V 14e Komponenten und Anlagen - Anwendun

Keine Nennung

Sondenmethoden zur Charakterisierung des
Massenspektrometrie Beschichtungsplasmas

B.3.-V 13b Forschung & Entwicklung - Theorie IB.3.-v 14f Lohnanalyse

balzers-vakuumtechnik8dnstrumente Keine Nennung
epfl-lpas
epfl-physique-des-plasmas

rom und Neutralteilchenmes

B.3.V 13c

Massenspektrometrie
Herstellung

B.3.-V15: Forschung & Entwicklung -Experiment

Komponenten und Anlagen -

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-vakuumtechnik&instrumente

Massenspektrometrie

B.3.-V 13d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
schaefer

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-elektronik
balzers-vakuumtechnik&instrumente
epfl-physique-des-plasmas
uni-bern-massenspektroskopie
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-lausanne-physique-experimentale

lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

B.3.-V 15b Forschung & Entwicklung - Theorie

balzers-vakuumtechnik&instrumente
epfl-physique-des-plasmasMassenspektrometrie

B.3.-V 13e Komponenten und Anlagen - Anwendung
lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

B.3.-V 15c Komponenten und Anlagen - Herstellunbaizers-vakuumtechnik&instrurnente
baumer-electric
begai
berna
reinhardt-microtech

baizers-vakuumtechnik&instrumente

Neutralteilchenmessungen

B.3.-V 13f Lohnanalyse
8.3.-V 15d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

baizers-vakuumtechnik&instrumente
ciba-geigy-physik

balzers-vakuumtechnik&instrumente

lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

B.3.-V 1 5e Komponenten und Anlagen - Anwendung
ethoden zur Charakterisierung des

ungsplasmas

8.3.-V 14: For::hung& Entwicklung - Experiment
lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

B.3.-V 15f Lohnanalysebalzers-dünnschicht-komponenten
balzers-elektronik
epfl-physique-des-plasmas
psi-zurich
uni-fribourg-festkorperphysik

balzers-vakuumtechnik&instrumente

balzers-vakuurntechnik&instrumente

Sondenmethoden zur Charakterisierung des
Beschichtungsplasmas

B.3.-V 14b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-physique-des-plasmas
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B.3.-V 16a

fotografische Methoden Pyrometrie
B.3.-V 1 6a Forschung & Entwicklung - Experiment B.3.-V 1 7f Lohnanalyse

bazers-dunnschicht-komponenten
balzers-etektronik
baumer-mel3technik
brunner-hartchrom
epfl-physique-des-plasmas

fotografische Methoden
B.3.-V 16b Forschung & Entwicklung - Theorie

epfl-physique-des-pasmas

Keine Nennung

Wirbeistrommessung und induktive Verfahren
B.3.-V 18a Forschung & Entwicklung - Experiment

battelle
brunner-hartchrom
CSEM
epti-physique-des-plasmas
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

fotografische Methoden Wirbeistrommessung und induktive Verfahren
B.3.-V 16c Komponenten und Anlagen - Herstellung B.3.-V 18b Forschung & Entwicklung - Theorie

Keine Nennung epfl-physique-des-piasmas
sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen

fotografische Methoden

8.3.-V 16d Komponenten und Anlagen - Vertrieb Wirbeistrommessung und induktive Verfahren
B.3.-V 1 8c Komponenten und Anlagen - Herstellung

Keine Nennung

fotografische Methoden
B.3.-V 16e Komponenten und Anlagen - Anwendung Wirbeistrommessung und induktive Verfahren

B.3.-V 18d Komponenten und Anlagen - Vertrieb
Keine Nennung

Keine Nennung

fotogratische
B.3.-V 1 6f Lohnanalyse

Methoden

B.3.

Wirbeistrommessung und induktive Verfahren
-V 1 8e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung

balzers-dünnschicht-komponenten
bazers-eIektronik
battelle
CSEM
epfl-physique-des-plasmas
ibm-physik/hi
uni-fribourg-festkOrperphysik

bronnimann-Iackierungen
bwb-oberflãchentechnik
dOrrer-metailveredelung
promat-verzinkerei
suizer-innotec-werkstoffe/oberflachen

Wirbeistrommessung und induktive Verfahren
B.3.-V 18f Lohnanalyse

bürox
suizer-innotec-werkstoffe/oberflbchen
w+f

Pyrometrie
B.3.-V 17b Forschung & Entwicklung - Theorie I Weitergehende Fachthemen

B.3.-V 19
Keine Nennung

baizers-optik
censor (Oberflacheninspektion basierend auf elastischen Streulichtmessungen)
empa-organische-chemie (IRRAS Infrared Reflection-Absorption Spectroscopy,
DRIFT Diffuse Reflectance IR Spectroscopy)
epfl-physique-des-plasmas (Laser für Plasmadiagnostik)
estoppey-reber (LOtfahigkeit)
ethz-festkOrperphysik/elektr.mikroskopie (Strukturelle Charakterisierung)
ethz-quantenelektronik (Second harmonic microscopy. Fluorescense
microscopy)
hilpert-electronics (Kontaktlose Oberfiachenprofilimetrie)
ntb
psi-ethz-ionenstrahlphysik (Ion-Beam Channeling)
schaefer (LD-FTMS [ICR] Laser Desorption
Fourier-Transform-Massenspektoskopie)
suizer-innotec-werkstoffe/oberflâchen (3D-Laser-Profilometrie)
uni-neuchâtel-microtechnique (Schichtdickenmessung, CPM, PDS, TOF)
w÷f (Metallographische Verfahren)
x-tronix (Plasma-Endprodukt Detektoren [optisch, Quadrupol], Langmuir
Sonden mit vollautomat. Auswertung [auch RF-kompensiert],
Schichtdicken-Me13- und Regelgerate [Quarz-Monitors])

Ieica

Pyrometrie

B.3.-V 1 7a Forschung & Entwicklung - Experiment

Pyrometrie

B.3.-V 17c Komponenten und Anlagen - Herstellung

baizers-dunnschicht-komponenten

Pyrometrie
B.3.-V 17d Komponenten und Anlagen - Vertrieb

balzers-dunnschicht-komponenten

Pyrometrie
B.3.-V 1 7e Komponenten und Anlagen - Anwendung

Keine Nennung
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Materialverzeichnis

balzers-dunnschicht-komponenten
berna
blösch
CSEM
empa-metailkunde
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-neuchâtel-physique

ascom-favag
asulab
baumer-mel3technik
berna
epfl-micro-/optoelectronique
kaltbru nn er
leybold
preccoat
reinhardt-microtech
sgs-thomson-microelectronics
uni-fribourg-festkorperphysik

a-C:H (Me) IAIAS

a-Si:H lAluminiumoxid

Acrylics
empa-organische-chemie

balzers-dunnschicht-komporienten
bläsch
dorix
dörrer-metallveredelung
eric-martin
estoppey-reber
flühmann
howigra-dickschichttechnik
Iiechti-metallveredelung
mettler-electronic
mevag-metaliveredelung
mooser-metaliveredelung
schlierholz-metaNveredelung
steiger-galvanotechnik
uni-bern-elektronenmikroskopie
uni-genève-physique-appliquee/biomIdicale
vibro-meter
vilab

AgPd

aloxyd
berna
bürox
bwb-oberflãchentechnik
CSEM
mevag-metaliveredelung
p reci-coat
senstech
suizer-surt ace-tech
vibro-meter
wullimann-anodisierung

Amorphe Legierungen

uni-basel-elektronenspektroskopie

a-C:H

I::;.

uni-bas&-elektronenspektroskopie epfl-micro-/optoelectronique

uni-basel-elektronenspektroskopie epfl-micro-/optoelectronique

a-CN:H IAIInAS

uni-neuchâtel-physique

uni-basel-elektronenspektroskopie

ascom-favag

C.2



Materialverzeichnis

Bronze

ascom-favag
asulab
baumer-electric
baumer-mel3technik
blösch
cmt
dorix
dorrer-metallveredelung
eric-martin
estoppey-reber
ethz-hochstfrequenzelektronik
flühmann
howigra-dickschichttechnik
kaltbrunner
mottler-electronic
mooser-metallveredelung
preci-coat
reinhardt-microtech
schlierholz-metallveredelung
senstech
sgs-thomson-microelectronics
uni-bern-anorganische-chemie
uni-bern-elektronenmikroskopie
uni-fribourg-festkörperphysik
uni-geneve-physique-appliquee/biom4cale
vibro-meter

AuGeNi

epfl-micro-/optoelectronique

I:

CSEM

1!r’

CSEM
epti-physique-des-plasmas

BaF2

ethz-af if

I :T.

observatoi re-cantonal

Bi4Ti3Oi 2

epfl-ceramique

Biologische Substanzen

epfl-chimie-physique

Borkohienstoff (B-C)

uni-basel-elektronenspektroskopie

buhrer-metallspritzwerk

[S

psi-festkorperforschung
uni-bern-elektronenmikroskopie

c-BN

CSEM

Ca F2

ethz-af if

uni-fribourg-festkorperphysik

Chem. Ni

begal
darrer-metallveredelung
steiger-galvanotechnik

Chromoxid

baumer-mel3technik
sulzer-surface-tech

C hr o m schwa rz

energie-solaire
estoppey-reber

I

estoppey-reber
psi-festkarperforschung

asulab
balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-mel3technik
brunner-hartchrom
eg ro
estoppey-reber
ethz-höchstfrequenzelektronik
kaltbrunner
liechti-metallveredelung
mooser-metallveredelung
preci-coat
reinhardt-microtech
steiger-galvanotechnik
uni-bern-elektronenmikroskopie
winkelhausen

0.3



Material yerze john is

“IT. Farbstoffe

berna nergie-soIaire
epti-chimie-physique

[‘fI
Ibalzers-verschleif3schutz

preci-coat

CrTiNO

Cu-Sn-Zn

_______________________

Gläser

CuAgTi

flühmann

sgs-thomson-microelectronics
epfl-microscopie-electronique
uni-lausanne-physique-experimentale

Haibleiter
CulnSe2

CSEM
empa-metalikunde
uni-basel-elektronenspektroskopie
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchâtel-physique

balzers-elektronik
baizers-optik
epfl-microscopie-electronique
uni-lausanne-physique-experimentale

Ebonol

dorrer-metallveredelung

Epoxidmatrix

empa-organische-chemie

preci-coat

uni-bern-laser

psi-festkOrperforschung

observatoire-cantonal —iv

dorix
eg ro
estoppey-reber
ethz-hochstfrequenzelektronik
flühmann
Iiechti-metallveredelung
mevag-metailveredelung
mooser-metailveredelung
psi-festkarperforschung
reinhardt-microtech
schherhoIz-metaflveredeung
uni-fribourg-festkorperphysik

ethz-festkorperphysik/elektr. mikroskopie

balzers-dunnschicht-komponenten

epfl-micro-/opto6lectronique

GaAs

ethz-festkorperphysiklelektr.mikroskopie

observatoire-cantonal Af1 LIIIIj( I

ethz-afif

Diamant

Hartchrom

balzers-optik
howigra-dickschichttechnik

dörrer-metallveredelung

uni-geneve-dpmc

Dielektrika
Hydroxyap.

suizer-su rface-tech

C.4



Materialverzeichnis

InGaAs Messing

epfl-micro-/optoIectronique Iiechti-metallveredelung
mooser-metailveredelung

Karbide

amt
iwatani-surmetal
uni-basel-elektronenspektroskopie

Keramik

balzers-elektronik
battelle
baumann-plasma
empa-werkstofftechnologie
epfl-Imch
epfl-microscopie-electronique
rieter-materialprufung

amt
balzers-elektronik
baizers-optik
battelle
baumann-plasma
ch romwerk
ciposa-microtechniques
empa-werkstofftechnologie
epfl-Imch
epfl-microscopie-électronique
ethz-festkorperphysik
galvanic-wadenswil
hartchrom
iepco-oberfächentechnik
learonal
mt
rieter-materialprufung
surface-protection-consult-engineering
uni-basel-elektronenspektroskopie

KNbO3

ethz-quantenelektronik

Konstantan

vibro-meter

un i-fribourg-festkorperphysik

Mg F2

baumer-mel3technik

Lacke

balzers-dunnschicht-komponenten
brönnimann-lackierungen
ciposa-microtechniques
kaltbrunner
w÷f

LaM n03

epfl-chimie-physique

observatoire-cantorial - ,c

L’ii.

psi-festkörperforschung

I ‘i I.

balzers-dünnschicht-komponenten
empa-metallkunde

galvor
uni-basel-elektronenspektroskopie

LiTaO3

ethz-quantenelektronik

MCrAIY

flühmann

asulab
balzers-dUnnschicht-komponenten

ethz-quantenelektronik

K(NbTa)03

Metalle

M0S2
Legierungen CSEM

vilab

I

sulzer-surface-tech

C.5



Materialverzeichnis

balzers-dünnschicht-komponenten
brunner-hartchrom
cmt
dorix
egro
estoppey-reber
kaltbrunner
Iiechti-metaliveredelung
mevag-metailveredelung
mooser-metailveredelung
preci-coat
psi-festkarperforschung
reinhardt-microtech
schtierholz-metallveredelung
senstech
sgs-thomson-microelectronics
uni-fribourg-festkarperphysik

epfl-chimie-physique

alcolor
amt
balzers-dunnschicht-komponenten
bläsch
CSEM
flühmann
iwatani-surmetal
uni-basel-elektronenspektroskopie

eric-martin
estoppey-reber
howigra-dickschichttechnik
mettler-electronic
reinhardt-microtech
vibro-meter

Ni-P IPhosphate
flühmann w+f

Ni-PTFE IPlasmapolymere
steiger-galvanotechnik uni-basel-elektronenspektroskopie

NiCr IPolyimid
baumer-electric
reinhardt-microtech
senstech

Nitride
abb-semiconductors
iwatani-surmetal
uni-basel-elektronenspektroskopie

Organische NLO-Materialien

abb-semiconductors
ciposa-microtechniques

balzers-elektronik
balzers-optik
battefle
empa-organische-chemie
epfl-lmch
surface-protection-consult-engineering

Polymermatrix

asulab
epfl-ceramique
howigra-dickschichttechnik
kistler-instrumente
preci-coat

PTFE

Oxide

epfl-céramique

PbTiO3

Ni Cermet

blösch

Polymere
NiPd

ethz-quantenelektronik

empa-organische-chemie

observatoire-cantonal — 4/

C.6



Materialverzeichnis

uni-geneve-physique-appIiquee/biomicaIe

I

epfl-ceramique

Quarz

senstech

Si02
abb-semiconductors
balzers-dunnschicht-komponenten
baumer-electric
baumer-mel3technik
CSEM
ethz-af if
leybold
preci-coat
sgs-thomson-microelectronics
vibro-meter

cmt
eric-martin
estoppey-reber

Sipos

abb-semiconductors

darrer-metallveredelung

eric-martin

Selenide
balzers-dunnschicht-komponenten

egro
estoppey-reber
Iiechti-metallveredelung
mevag-metailveredelung
mooser-metaliveredelung

SnPb

abb-semiconductors
balzers-vakuumtechnik&instrumente
epfI-micro-/optoiectronique
ethz-festkorperphysik/elektr.mikroskopie
ethz-technische-chemie rys
leybold
psi-festkorperlorschung

Sii-xGex
ethz-festkorperphysiklelektr.mikroskopie

Si3N4
baumer-electric
CSEM
ethz-af if

dorrer-metallveredelung
estoppey-reber
schlierholz-metallverecielung

Stähle

balzers-dunnschicht-komponenten
flühmann

kistler-instrumente
reinhardt-microtech

CSEM
epfl-physique-des-plasmas
uni-bern-laser

Teflon AF

C

asulab
epfl-céramique ,

epfI-micro-/optodectronique
kaltbrunner
kistler-instrumente
psi-festkärperforschung
reinhardt-microtech
uni-genève-physique-appliquee/biomedicale

bührer-metallspritzwerk

observatoire-cantonal t.A

empa-organisohe-chemie
uni-neuchâtel-microtechnique

kaltbru n ne r

C.7



Materialverzeichnis

Ti (C,N)

blösch psi-festkorperforschung
CSEM

Ti-porös
empa-werkstofftechnologie

suizer-surface-tech iepco-oberflachentechnik

TiAIN

balzers-verschleiBschutz suizer-surface-tech
leybold

wcIc
TIB2

balzers-verschleil3schutz

berna
ethz-werkstoffchemie
leybold
preci-coat
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkarperphysik
vilab

TICN

balzers-verscNeil3schutz
berna
blOsch

balzers-verschleii3schutz
berna
blösch
ethz-werkstoffchemie
leybold
preci-coat
u ni-f ribourg-festkarperphysik
vilab

preci-coat

Ti02

asulab
balzers-dUnnschicht-komponenten
CSEM
leybold

I 11AT

baumer-electric
reinhardt-microtech
senstech

Zi n k

begal
dorrer-metallveredelung
Iiechti-metallveredelung
mevag-metailveredelung
mooser-metaliveredelung
promat-verzinkerei
steiger-galvanotechnik

Verbundwerkstoffe

CSEM

WC-Co

WeiBmetall

buhrer-metailspritzwerk

Y203

suizer-surface-tech

YBaCuO

epfI-micro-/optoIectronique

balzers-dunnschicht-komponenten

Zinn-Nickel (Profectus)

cmt

asulab

Zr02

suizer-surface-tech

I

C.8



Funktionenverzeichnis

vilab
wullimann-anodisierung

w
alcolor
amt

Korrosionsschutz

baize rs-dü n nsch ic ht-kom pon enten
balzers-verschleiF3schutz
battelle
baumann-plasma
berna
blOsch
brannimann-lackierungen
brunner-hartchrom
bürox
bwb-oberflächentechnik
chromwerk
cmt

egro
empa-metalikunde
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epfl-lmch
eric-martin
ethz-werkstoffchemie
flühmann
galvanic-wadenswil
galvor
hartchrom
iepco-oberflachentechnik
imeto
impreva
iwatani-surmetal
kaltbrunner
learonal
leybold
liechti-metallveredelung
mevag-metaliveredelung
observatoire-cantonal .-,A’(—c i..c hf
preci-coat
promat-verzinkerei
rieter-materialprufung
satis-vacuum
schlierholz-metallveredelung
steiger-galvanotechnik
sturzenegger-korrosionsschutz
suizer-innotec-chemie/Icorrosion
suizer-surface-tech
surface-protection-consult-engineering
uni-bern-laser

Reibungsverminderungw
amt
balzers-verschleil3schutz
battelle
baumann-plasma
berna
blösch
bronnimann-lackierungen
brun ner-hartch rom
bwb-oberflächentechnik
chromwerk
cmt
CSEM
dorrer-metallveredelung
empa-metalikunde
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epfl-lmch
epfl-microscopie-électronique
epfl-physique-appliquée
flühmann
galvor
hartchrom
iepco-oberflachentechnik
iwatani-surmetal
kaltbrunner
learonal
leybold
preci-coat
rieter-materialprufung
satis-vacuum
steiger-galvanotechnik
suizer-innotec-chemie/korrosion
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkarperphysik
uni-neuchatel-physique

CSEM
dOrrer-metallveredelung
dorix

w+f
wullimann-anodisierung

C.9



Funktionenverzeichnis

w
alcolor
aloxyd
amt

Verschlei I3schutz

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-optik
balzers-verschleir3schutz
battelle
baumann-plasma
berna
blösch
brunner-hartchrom
buhrer-metallspritzwerk
bwb-oberflâchentechnik
chromwerk
cmt
CSEM
dorrer-metallveredelung
eg ro
empa-metailkunde
empa-organische-chemie
empa-werkstofftechnologie
epfl-Imch
epfl-physique-appliquee
galvanic-wadenswil
galvor
hartchrom
iepco-oberflâchentechnik
iwatani-surmetal
kaltbrunner
leybold
iechti-metallveredelung
mevag-metaliveredelung
preci-coat
rieter-materialprufung
satis-vacuum
schlierholz-metaHveredelung
senstech
steiger-galvanotechnik
sulzer-innotec-chemie/korrosion
suizer-surface-tech
surface-protection-consult-engineering
uni-bern-laser
um-fribourg-festkarperphysik
vilab
w+f
wullimann-anodisierung

Dekoration

aloxyd
balzers-optik
battelle
baumann-plasma
bronnimann-lackierungen
brunner-hartchrom
bürox
bwb-oberflâchentechnik
chromwerk
cmt
CSEM
epfl-Imch
epfl-microscopie-electronique
epfl-physique-appliquee
eric-martin
flühmann
galvor
impreva
kaltbrunner
learonal
leybold
liechti-metaflveredelung
preci-coat
promat-verzinkerei
rieter-materialprufung
satis-vacuum
schlierholz-metallveredelung
steiger-galvanotechnik
uni-bern-laser
uni-fribourg-festkorperphysik
wullimann-anodisierung
x-tronix

w Katalyse

epfl-microscopie-electronique
ethz-technische-chemie prins
ethz-werkstoffchemie
suizer-innotec-chemie/korrosion
uni-lausanne-physique-experimentale
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Funktionenverzeichnis

balzers-dUnnschicht-komponenten
baizers-optik
battelle
baumann-plasma
bwb-oberflächentechnik
cmt
CSEM
empa-metailkunde
empa-werkstofftechnologie
epfl-ceramique
eric-martin
iwatani-surmetal
leybold
observatoi re-cantonal
psi-festkörperforschung
reinhardt-microtech
senstech
sgs-thomson-microelectronics
suizer-innotec-chemie/korrosion
suizer-surface-tech
vibro-meter

berna
blösch
CSEM
epfl-chimie-physique
flühmann
hartchrom
iepco-obertlachentechnik
leybold

Barr i e re-/Permeationse i g ens c h afte n

Biokompatibilität

preci-coat
suizer-surface-tech
uni-bern-laser
uni-geneve-physique-appliquee/biomIdicale

asulab
baize rs-d ü n nschicht- ko mpo ne nten
baizers-optik
battelle
baumer-meI3technik
blösch
cmt
CSEM
empa-metailkunde
epfl-physique-appliquee
knecht-optik
ieybold
satis-vacuum
schaefer
x-tronix

Optische Transmission

balzers-dunnschicht-komponenten
baizers-optik
battelle
baumer-mel3technik
brun ner-hartch rom

cmt

cmt

Optische Reflexion

cmt
empa-metalikunde
epfl-physique-appliquee
galvor
hartchrom
kaltbrunner
leybold
preci-coat
psi-festkorperforschung
satis-vacuum
schaefer
uni-lausanne-physique-experimentale
x-tronix

EK Optische Absorption

baize rs-dQnnsch ic ht- ko m ponente n
baizers-optik
battelle
baumer-meBtechnik
brännimann-Iackierungen
brunner-hartchrom

darrer-metallveredelung
empa-metaNkunde
flühmann
hartchrom
knecht-optik
leybold
satis-vacuum
schaefer
uni-bern-laser
uni-lausanne-physique-experimentale
uni-neuchatel-physique

Ku Magnetische Eigenschaften

battelle
baumann-plasma
brunner-hartchrom

ethz-festkOrperphysik
imeto
observatoire-cantonal — f._c tA
psi-festkorperforschung
schaefer

IL Magnetooptische Eigenschaften

balzers-dü nnsch ic ht- ko m pon enten
batteNe
cmt
leybold
schaefer

Cli



Funktionenverzeichnis

Optoelektronische Eigenschaften
baizers-optik
battelle
cmt
CSEM
epfl-ceramique /
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-microscopie-electronique
ethz-festkorperphysiklelektr. mikroskopie
ethz-quantenelektronik
schaefer

battelle
epfl-chimie-physique
epfl-physique-appliquee
epfl-physique-des-plasmas
ethz-technische-chemie rys
leybold
uni-neuchatel-microtechnique
uni-neuchâtel-physique

Photovoltai k

abb-semiconductors
ascom-favag
balzers-dunnschicht-komponenten
balzers-vakuumtechnik&instrumente
ciposa-microtechniques
cmt
CSEM
dickfi Im-system
epfl-céramique

/
epfl-micro-/optoelectronique
epfl-microscopie-electronique
ethz-hochstfrequenzelektronik
hightec-mc
howigra-dickschichttechnik
kistler-instrumente
leybold
mettler-electronic
psi-ethz-ionenstrahlphysik
reinhardt-microtech
schlierholz-metallveredelung
sgs-thomson-microelectronics
uni-fribourg-festkorperphysik
uni-neuchâtel-physique
vibro-meter

Mikroelektronik

cmt
CSEM
dorrer-metallveredelung
dorix
epfl-ceramique
epfl-chimie-physique
epfI-micro-/optoIectronique
epfl-physique-appliquee
ethz-festkärperphysik/elektr.mikroskopie
galvor
howigra-dickschichttechnik
iepco-oberflächentechnik
imeto
iwatani-surmetal
kaltbrunner
kistler-instrumerite
leybold
mevag-metaliveredelung
mt
observatoire-cantonal — L-(

p red-coat
senstech
steiger-galvanotechnik
suizer-surface-tech
uni-genève-physique-appliquee/biomhcale
uni-lausanne-physique-experimentale
vibro-meter
wullimann-anodisierung

ELI Urn welts c h u tz
brunner-hartchrom
empa-werkstofftechnologie
ethz-technische-chemie prins
iepco-oberflãchentechnik
imeto
impreva
leybold
preci-coat
sulzer-innotec-chen-iie/korrosjon

ELI
battelle
epfl-physique-appliquee
leybold
suizer-innotec-chemje/korros ion
sulzer-surface-tech
uni-genève-dpmc
uni-lausanne-physique-expérimentale
uni-neuchatel-physique

Supraleitung Arbeitssicherheit
balzers-dunnschicht-komponenten
empa-werkstofftechnologie
impreva

Andere elektrische EigenschaftenE1
asulab
balzers-dünnschicht-komponenten
battelle
baumann-plasma
baumer-electric
baumer-mel3technik
brännimann-Iackierungen
bwb-obertlachentechnjk
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Funktionenverzeichnis

p- / Nanostrukturierung

Verbindungstechnik

Anwendung in der Fusionsforschung

Elektrische Kontakte

Sensoren

empa-organische-chemie

ethz-quantenelektronik

impreva

Haftungsverbesserung

Elektrooptik

Abdichtungen (Gas I Wasser)

erge-soIaire

Solar Absorber / Kollektoren

empa-metalikunde

Wärmesenken

uni-genève-physique-appIiquée/biomdicaIe

Biosensoren

battelle

C. 13

Energiespeicherung und -umwandlung

ascom-favag
baumer-electric
baumer-mel3technik
brunner-hartchrom
ciposa-microtechniques
epfl-Imch
epfl-microscopie-electronique
ethz-festkorperphysik
ethz-technische-chemie prins
iepco-oberflâchentechnik
leybold
senstech
sgs-thomson-microelectronics
uni-bern-anorganische-chemie
uni-bern-laser
uni-lausanne-physique-expérimentale

blösch
dorrer-metallveredelung

w
epfl-physique-des-plasmas

CSEM

CSEM
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abb - semiconductors D.1

ABB Semiconductors AG Herrn
FabrikstraBe 3 A. Nilarp

CH- 5600 Lenzburg Tel. 064/ 50 43 75
Fax 064/51 73 18

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. J. Waldmeyer Ron Jervis
Oberfiachen Dr. J. Waldmeyer Ron Jervis

Haibleiter Dr. P. Roggwiller Ron Jervis

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grunthnaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Si Si Mikroelektronik Elektroindustrie
Si02
Sipos
Nitrid
Polyimid

Theorie; - Herstellungsmethoden; - Untersuchungsmethoden
Technologie Leistungshalbleiterbauelemente;
Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle;
Computer Simulation, CAD, Foto-Belichtung, e-Belichtung, Teilchen-Belichtung, Strahlen!LappenlPolieren, nai3chemisches
Atzen, Plasmaatzen, reaktives Plasmaätzen, Ionenstrahlätzen, Aufdampfen, Sputtern, Niedertemperatur-CVD,
dip-coating/spin-coating, Diffusion, lonenimplantation, Ausheilverfahren, Kieben, LOten, Bonden;
TEM, HRTEM, STEM, EBIC, Ellipsometrie, Lichtmikroskopie, Infrarotspektroskopie, Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie,
RAMAN, DLTS;
Lebensdauertest für VLSI-Schaltungen, Standzeittest für Werkzeuge, weitere Feidversuche

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Leistungshalbleiterbauelemente: Dioden, Thyristoren, Gate-turn-off-Thyristoren für Ströme von 500 A - 3000 A, Spannungen von
1000 V - 10000 V.
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alcolor D.2

ALCOLOR SA. Herrn Direktor
Anodische Oxidation Andreas Braun
Via G. Bernasconi 37 Tel. 091/ 43 13 07

CH- 6850 Mendrisio Fax 091/ 46 70 50

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien

Oberflachen Andreas Braun
Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Diverse Al-Legierungen Oxide (anodisch) Korrosionsschutz Bauindustrie
Verschleifischutz Elektroindustrie

Maschinen-/Anlagenbau

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersnchungsmethoden
Verfahren zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften (Messungen)

Selbstdarstellung / Firmenportrait:
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aloxyd D.3

Aloxyd AG Herrn
BozingenstraBe 39 Direktor H. Mäder

CH- 2505 BieUBienne Tel. 032/ 42 18 81
Fax 032/ 41 06 68

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien H. Mader 032/ 42 18 81 H. Mader 032/ 42 18 81

Obeiflachen H. Mader 032/ 42 18 81 H. Mader 032/ 42 18 81
Ho.lbleirer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen. Branchen:

Al A1203 VerschleiBschutz Maschinen-/Anlagenbau
Dekoration

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Foto-Belichtung, UV-Belichtung, StrahlenfLappen!Polieren, dip-coating/spin-coating

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

- Herstellung von anodisierten (eloxierten) Aluminiumteilen; insbesondere Schilder, Skalen und Frontplatten.
- Anodisieren von angelieferten Aluminiumteilen (Lohnbehandlung).
- Chemisch Glänzen,
- Sandstrahlen,
- Iridite-Behandlung (stromlose Oxidation).
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amt D.4

AMT SA (Advanced Material Technology)

Chemin H. C. Forestier 30

CH- 1215 AéroportGenève Tel. 022/ 798 74 74
Fax 022/ 788 08 06

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:

Schichten Ing. J. Merz Ing. J. Merz

Obechen

flaibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schicht,naterial: Funktionen: Branchen:

Stähle Oxide Reibungsverminderung Automobilindustrie

Leichtmetalle Karbide Korrosionsschutz Chem. Industrie

Keramik Metalle VerschleiBschutz Luft-IRaumfahrt
Maschinen-/Anlagenbau

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

StrahlenfLappenlPolieren, Plasmaspritzen, Lichtbogen-Spritzen;
Verfahren zur Bestimmung der Schichteigenspannungen, - der Schichthaftung, - der Harte, elektrische/magnetische/optische
Eigenschaften

Selbstdarstellung I Firmenportrait:
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ascom-favag D.5

Ascom Favag SA, Microelectronics Herm
Ch. Chapons-des-Prés 1 1 Dr. Roif Schuler

CH- 2022 Bevaix Tel. 038/ 46 01 11
Fax 038/ 46 19 30

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Walter Pfeiffer
Oberflächen Walter Pfeiffer
Haibleirer Walter Pfeiffer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Silizium Al Mikroelektronik Automobilindustrie
pi- /Nanostrukturierung Elektroindustrie

A1203 AgPd, Au Luft-/Raumfahrt

Maschinen-/Anlagenbau
Medizintechnik

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmetnoden
CAD, Foto-Belichtung, UV-Belichtung, Strahlen/Lappen/Polieren, naf3chemisches Atzen, Plasmaätzen, Aufdampfen,
Hybridverfahren, Mittel-, Niedertemperatur-CVD, Plasma-CVD, dip-coating/spin-coating, Plasma-Warme-Behandlung, Nitrieren,
Diffusion, lonenimplantation, Ausheilverfahren, Kieben, Löten, Bonden, Lasertrimming;
STEM, SEM, Ellipsometrie, Lichtmikroskopie,
Verfahren zur Bestimmung der Schichthaftung, - der Härte

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Ascom Microelectronics steilt unter Verwendung von Dick- und DUnnschichttechniken sowie unter Verwendung von ASICs, die in
der eigenen Halbleiterlinie (Diffusion, Implantation, Epitaxie, u.s.w.) hergesteilt werden, zusammen mit mikrostrukturierten
Wandlerelementen Sensoren und Sensorsysteme dar. Die dazu notwendigen Technologien und Techniken können als Dienstleistung
auch Dritten angeboten werden.
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asulab D.6

Asulab S.A. Herrn

Capteurs Dr. Rudolf Dinger

Max-Meuron6 Tel. 038/209111

CR- 2001 Neuchâtel Fax 038/ 24 74 38

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. Y. Ruedin

Obetfiachen

Haibleirer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Si02 ITO, Ti02 opt. Transmission Schmuck-/Uhrenind.

Au, Pt, Cr, Ti andere el. Eigenschaften

Si ZnO,A1

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Foto-Belichtung, Laserätzen, Aufdampfen, Sputtern, Kieben. Laser-LOten, Bonden;
SEM, EDS/WDS. XRD, Lichtmikroskopie, IR;
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften, Massenspektrometrie

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

ASULAB ist das zentrale Forschungslabor der SMH (Société de Microtechnique et dHorlogerie) und entwickelt für unsere
Muttergesellschaft Technologien und Komponenten für die Herstellung von Uhren und deren Bestandteile,
Telekommunikationsgeräte (in Uhren integriert und auch auI3erhalb), Konsumguter in verwandten Bereichen und feinmechanische /
elektronische Produkte für medizinische Anwendungen.
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balzers-dünnschicht-komponenten D.7

BALZERS AG Herrn
Geschäftsbereich Dünnschicht - Komponenten Dr. Werner Thöni

FL- 9496Balzers Tel. 075/3884397
Fax 075/ 388 54 05

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schicluen Dr. H. Rudigier 075/ 388 49 15 Dr. R. Pfefferkorn 075/ 388 47 29
Obetflachen

Hoibleirer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grunthnaterial: Schichimaterial: Funktionen: Branchen:

diverse Glä.ser Oxide, Si02, Ti02 Korrosionsschutz Automobilindustrie
Si, Ge Fluoride, Sulfide, a-C:H Verschleil3schutz Elektroindustrie

Selenide Barriere-fPermeat.eigensch. Informationstechnik
Gläser, Quarz Fluoride, Oxide opt. Transmission Luft-fRaumfahrt
Quarz Cr, Ni, Lacke opt. Reflexion Maschinen-/Anlagenbau
div. Kunststoffe Oxide, Fluoride, ITO opt. Absorption Medizintechnik

mag. opt. Eigenschaften Metailgewerbe
Glas ITO, Oxide Mikroelektronik Optik
Gidser Ag, Oxide andere el. Eigenschaften Sonstiges
Cu Mo, Oxide. Fluoride Arbeitssicherheit
Quarzglas ITO, YIG

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Substrat-Herstellung, Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle. Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien,
Hilfsstoffe;
Foto-Belichtung, UV-Belichtung, e-Belichtung, StrahlenlLappenfPolieren, naBchemisches Atzen, Plasmadtzen, Reaktives
Plasmaätzen, Ionenstrahlätzen, Aufdampfen, Sputtern, Plasma-CVD,Ionenstrahlgestutzte Verfahren, lonenpiattieren,
Ionenstrahlpolieren, Plasma-Aktivieren, Ausheilverfabren, Kieben;
SEM, SIMS, RBS, EDS/WDS, GDOS, IR;
Verfahien zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens, - der Schichteigenspannungen, - der Schichthaftung,

- der Härte,
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften, optisch spektroskopische ProzeBkontrolle, Massenspektrometrie, Sondenmethoden
zur Charaktensierung des Beschichtungsplasmas, lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen, fotografische Methoden, Pyrometrie

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Der Geschäftsbereich DUnnschicht - Komponenten der BALZERS AG beliefert weitweit fUhrende Unternebmen der Optik-,
Elektrooptik- und Elektronikindustrie mit beschichteten Komponenten und Dienstleistungen zur Losung von
DUnnschichtproblemen. Die technisch hochwertigen Produkte und Dienstleistungen werden eingesetzt in Systemen der Medizin,
Kommunikation und Information, Beleuchtung. Raumfahrt und in Laseranwendungen.

Das Produkte- und Dienstleistungsspektrum umfaBt:
-Entspiegelungsschichten für optische Elemente.
-Dielektrische Filter und Spiegel für die Lasenndustrie.
-Kaltlichtspiegel zur Trennung von sichtbarem Licht und Warmestrahlung in Operations- und Zahnarztleuchten.
-Beschichtungen im infraroten Wellenlangenbereich für Wdrmebildkameras und Sensoren.
-Wärmeschutzfilter und Ultraviolett-Schutzfilter für die Beleuchtungsindustne.
-Farbfilter und Spiegel für die Foto- und Filmindustrie, für Bahnsignale und Flughafenbeleuchtungen.
-Beleuchtungsfilter für Theater, Diskotheken und Fernsehen.
-Entspiegelte Vorsatzscheiben für Bildschirme und TV.
-Elektrisch leitende transparente Schichten für Flüssigkristallanzeigen.
-Komplette Produktionsanlagen für Dünnschicht-Produkte mit Verfahrens- und Produktionsgarantien.
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balzers-elektronik D.8

Baizers AG Herm

Geschaftsbereich Elektronik H. Kundert

FL- 9496 Baizers Tel. 075/ 388 48 84

Fax 075/ 388 54 26

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97 Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97

Oberflachen Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97 Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97

Ha.Ibleiter Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97 Dr. G. Strasser 075/ 388 44 97

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Glaser, Haibleiter Metalle alle Automobilindustrie

Metalle, Polymere Bauindustrie

Keramiken Chem. Industrie

sonstige Werkstoffe Elektroindustrie
Energietechnik

Haibleiter Informationstechnik

Polymere Kunststoffverarbeitung

Kerainiken Luft-/Raumfahrt
Maschinen-/Anlagenbau
Medizintechnik
Metailgewerbe
Schmuck-/Uhrenind.
Hochschulenllnstitute
Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Plasmaätzen, Aufdampfen, Sputtern, Plasma-CVD, Plasmapolymerisation, Ionenstrahlgestutzte Verfahren, lonenstrahideposition,
Plasma-Aktivieren;
TEM, Ellipsometrie, IR;
Verfahren zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens, - der Schichteigenspannungen, - der Schichthaftung, - der Härte, optisch
spektroskopische ProzeBkontrolle, Massenspektrometrie, Sondenmethoden zur Charakterisierung des Beschichtungsplasmas,
lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen, fotografische Methoden, Pyrometrie

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Baizers Geschäftsbereich Elektronik

Baizers, Liechtenstein, zählt zu den weitweit führenden Anbietern von DUnnschicht- und Vakuumproze6anlagen. Die Entwicklung
und Herstellung von Produktionsanlagen für optische Datenspeicher (Compact Disks, Minidisks, Laser Disks, magnetische und
magnetooptische Speicher etc.), Elektronik-Komponenten und Automobilteilen ist im Geschäftsbereich Elektronik
zusammengefaBt.
Die zahireichen neuen Produkte des Bereiches tragen den heutigen Anforderungen nach kompakten, kostengUnstigen, einfach
bedienbaren und dennoch flexiblen Anlagen Rechnung.
Intensive Forschung und Entwicklung wird in den Bereichen SputterprozeI3technik, PECVD, Plasmapolymerisation und
Plasmabehandlung von Oberflächen betrieben.
Die Baizers-Gruppe beschaftigt weitweit ca. 3000 Mitarbeiter; die Kunden können sich aufein Servicenetz von 47 Filialen in 34
Landem auf der ganzen Welt stützen.
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baizers-optik D.9

BALZERS AG Heim
Geschaftsbereich Optik Anlagen Dr. Michael Reinhold

FL- 9496 Baizers Tel. 075/ 388 49 29
Fax 075/ 388 54 15

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten DrM. Dubs 075/ 388 42 94
Oberflachen Dr, Francis Thjébaud 075/ 388 49 23

1-ia)bleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grunthnaterkji: Schichtmaterial: Funkrionen: Branchen:

Gläser Dielektrika, Haibleiter Verschleil3schutz Kunststoffverarbeitung
Metalle Dekoration Medizintechnik

Barriere-/Permeat.eigensch. Optik
Polymere Dielektrika, Polymere opt. Transmission Schmuck-fUhrenind.

opt. Reflexion Verpackungsindustrie
opt. Absorption
optoel. Eigenschaften

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Schichtausgangsmaterialien;
Aufdampfen, Sputtern, Plasma-CVD, Plasmaenhanced CVD (PE-CVD), Plasmapolymerisation, Ionenplattieren, Reactive Low
Voltage Ion Plating (RLVIP);
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

BALZERS “Geschäftsbereich Optik Anlagen” ist em weltweit führender Anbieter von Produktionssystemen,
Produktionstechnologien und Dienstleistungen zur Oberflachenvergutung optischer Elemente in den Marktsegmenten Augenoptik
und ailgemeine Optik, namentlich Instrumentenoptik, optische Kommunikation, Laser, Schutzschichten und SchmucklUhren.
Schlusseltechnologien sind Aufdampftechnik (inklusive Plasmaunterstutzung), PE-CVD, Sputtern sowie andere zukunftstrachige
Fertigungstechnologien.
In enger Anlehnung an das gesamte Anlagengeschaft bietet der Geschäftsbereich Optik Anlagen Aufdampfmaterialien und Targets
an. Das Beschichtungsmaterial ist em Bestandteil der Gesamtleistung Produktionssysteme und Verfahren.
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balzers-vakuumtechnik&instrumente D. 10

BALZERS AG Herrn

Geschäftsbereich Vakuumtechnik & Instrumente Dr. I. A. Koprio

FL- 9496 Baizers Tel. 075/ 388 47 24

Fax 075/ 388 54 14

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. J. Ramm 075/ 388 46 73

Obetflachen D. M. BOsch 075/ 388 47 69

Haibleiter D. M. BOsch 075/ 388 47 69

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Si Si Mikroelektronik Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle;
Plasmaätzen, Reaktives Plasmaätzen, Aufdampfen, MBE, Niedertemperatur-CVD, Plasma-Aktivieren;
TEM, HRTEM, STEM, SEM, SIMS, SNMS, RBS, XRD, Ellipsometrie, Lichtmikroskopie, IR;
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften, Massenspektrometrie, lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

BALZERS Instrumente ist em weitweit führender Anbieter in der Vakuume6- und Verfabrenstechnik.
Das Produktespektrum, das auf Hoch- und Ultrahoch-Vakuumtechnologie abgestimmt ist, umfaBt neben den spezifisch für die
Vakuumtechnik entwickelten Komponenten, Sensoren, MeBinstrumenten, Systemen und Prozessen auch daraus abgeleitete
Produkte für Gasanalytik, Lecksuche, Verfahrens- und Uberwachungstechnik.
Die Anwendung für unsere hochentwickelten Quadrupol-Massenspektrometer erstrecken sich von der Forschung und Entwicklung
bis zur industriellen Fertigung. In vielen dieser Gebiete verfugen wir über anwenderspezifisches Know-how und erarbeiten ebenfalls
kundengerechte Problemlosungen.
BALZERS ist em Unternehmen der Oerlikon-Bührle Holding mit Sitz in Zurich.
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balzers-verschleifischutz D.1 1

BALZERS AG Herrn
Geschaftsbereich Verschleil3schutz Dr. Helmut Kaufmann

FL- 9496 Baizers Tel. 075/ 388 44 81
Fax 075/ 388 54 19

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. E. Bergmann 075/ 388 46 83 Dr. R. Schmid 075/ 388 47 86
Oberfiachen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Stahl. Hartmetall TiN Reibungsverminderung Automobilindustrie
TiCN, TiAIN Korrosionsschutz Kunststoffverarbeitung
CrN, WC/C VerschleiBschutz Maschinen-/Anlagenbau

Metailgewerbe

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Sputtern, Hybridverfahren, Ionenplattieren;
SEM, XRD;
Verfahren zur Bestimmung des Verschlei6verhaltens, - des Reibverhaltens, - des Korrosionsverhaltens, der Schichteigenspannungen,
- der Schichthaftung, - der Härte, weitere mechanisch/thermische Met3verfahren

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Die Firma BALZERS AG ist mit ibrem Geschaftsbereich Verschleif3schutz’ Weltmarktfdhrer in der PVD-Beschichtung von
Werkzeugen, Formen sowie von Prazisionsbauteilen für Maschinen und Apparate. In Europa, Japan und in den USA wird in derzeit
20 Beschichtungszentren den Kunden aus alien Bereichen der Industrie die PVD-Beschichtung als Dienstleistung angeboten. Mit der
BALINIT-Beschichtung kann die Lebensdauer und die Leistung von Prazisionswerkzeugen und Präzisionsbauteilen urn em
Mehrfaches verbessert werden. Die Wirtschaftlichkeit beim Zerspanen, Stanzen, Umformen, in der Kunststoffverarbeitung und beim
MetalldruckguB wird entscheidend gesteigert. Der VerschleiB von Bauteilen wie Lager, Ventile, Steuerkolben, Pumpflugel,
Zahnräder, Dicht- und Gleitelemente wird stark reduziert.

Zudem entwickelt und baut BALZERS die Anlagen zur Herstellung der hochwertigen Verschleil3schutzschichten selbst und verkauft
dese inklusive der erforderlichen Fertigungstechnologien sowohi für die Produktion als auch für Forschung und Entwicklung. Auch
die Planung und Einrichtung kompletter Beschichtungszentren wird übernomrnen.

Weiter werden spezielle FCKW-freie Uitraschall-Reinigungsanlagen gebaut und angeboten, urn Metailteile vollautomatisch,
ruckstandsfrei und schonend zu reinigen.
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Battelle Geneva Heim

Advanced Materials Department D. Richon

7RtedeDrize Tel. 022/3070337

CR- 1227 Carouge GE Fax 022/ 307 03 10

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:

Schichten D. Richon 022/ 307 03 37

Obeiflachen

Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grunthnaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Gläser Keramik / Metalle Reibungsverminderung Automobilindustrie
Korrosionsschutz Bauindustrie

Gläser / Keramik Keramik I Metalle Verschleil3schutz Elektroindustrie

Dekoration Energietechnik

Metalle Keramik / Metalle Barriere-/Permeat.eigensch. Informationstechnik

Metalle / Keramik Keramiken opt. Transmission Luft-/Raumfahrt

Glas/Keramik/Metall Keramik I Metalle opt. Reflexion Maschinen-/Anlagenbau

Polymere Polymere /Keramik opt. Absorption Metaligewerbe

Polymere Keramik / Metalle mag. Eigenschaften Schmuck-/Uhrenind.

mag. opt. Eigenschaften Verpackungsindustrie

optoel. Eigenschaften
Photovoltaik
Supraleitung
andere el. Eigenschaften
Energiespeicherungl-umwandlung

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Schichtausgangsmaterialien, Behandlungsverfahren für

Schichtausgangsmaterialien, Hilfsstoffe, Verfahren zur Praparation der Hilfsstoffe;
Fotobelichtung, UV-Belichtung, Strahlen/Lappen!Polieren, Elektropolieren, naBchemisches Atzen, Plasmaatzen. Reaktives

Plasmaätzen, Ionenstrahlätzen. Reaktives Ionenstrahlätzen, Aufdampfen, Sputtern, Arcverfahren, Hoch-. Mittel-,

Niedertemperatur-CVD, Metall-Organisches CVD, Plasma-CVD, Metall-Organisches Plasma-CVD, Plasmaspritzen,

Niederdruck-Plasmaspritzen, elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom, Gleichstrom, mit Dispersion harter Materialien),

dip-coating/spin-coating, Kieben, Bonden, sonstige Verfahren;
SEM, XRD, XRF;
Verfahren zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens, - der Härte, weitere mechanischlthermische MeBverfahren,
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften, optisch spektroskopische ProzeBkontrolle, Massenspektrometrie, Pyrometrie,
Wirbeistrommessung und induktive Verfahren

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

BATfELLE GENEVA Research Centre is one of the European laboraties of BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, the largest
worldwide Contract Research Organization (Turn Over 850 Mio $, Staff around 8500).
The Geneva operation conducts research programes mainly for industries in the fields of Advanced Materials, including a strong
activity in Coatings for product/component development and testing.
- Technologies cover PVD, CVD and electrodeposition.
- Applications range from optical, wear resistant, functional coatings to decorative layers.
- Client companies are mainly part of the automotive, aerospace, energy, machining and jewellery industries.
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baumann-plasma D.13

Baumann AG Herm
Plasma-Flame-Technic Fritz Baumann
Dollikerstr. 36 Tel. 01/ 923 33 09

CH- 8706 Meilen Fax 01/ 923 33 58

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Oberflächen F. Baumann F. Baumann
Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Keramiken, Metalle Reibungsverminderung Automobilindustrie
Korrosionsschutz Bauindustrie
VerschleiBschutz Chem. Industrie
Dekoration Elektroindustrie
Barriere-/Permeat.eigensch. Energietechnik
mag. Eigenschaften Informationstechnik
andere el. Eigenschaften Kunststoffverarbeitung

Luft-/Raumfahrt
Maschinen-/Anlagenbau
Medizintechnik
Metaligewerbe
Verpackungsindustrie
Hochschulenflnstitute
Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Thermische Beschichtungsverfahren;
Strahien, Plasmaspritzen, Lichtbogenspritzen, sonstige Verfahren

Selbstdarstellung/ Firmenportrait:

Unsere Werkstatt ist in der Lage, für Sie sämtliche Spritzschichten herzustellen:
Vorbeugender VerschleiBschutz, Wai-meleitfahigkeit und -isolation, Elektrische Leitfahigkeit und -isolation, Aufspritzen
verschlissener Teile, Korrosionsschutz, Sandstrahlen

Unser Verkaufsprogramm beinhaltet:
Anlagen für das Flamm-, Lichtbogen und Plasmaspritzen, sämtliche Draht- und Pulverwerkstoffe für das ‘therrnische Spritzen”,
Absaug- und Filteranlagen, Sandstrahleinrichtungen, Strahimittel
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sulzer-innotec-werkstoffe/oberflächen D.1 10

Suizer Innotec AG Herrn

Werkstoffe und Oberflachen 1511 Dr. I. Peters

Postfach 65 Tel. 052/ 262 51 16

CH- 8404 Winterthur Fax 052/ 262 00 12

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Dr. J. Peters 052/ 262 51 16 E. Muller 052/ 262 42 86

Obeiflächen Dr. J. Peters 052/ 262 51 16
Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Schichtausgangsmatenalien, Behandlungsverfahren für
Schichtausgangsmaterialien;
StrahlenlLappenlPolieren, naBchemisches Atzen, Sputtern, Plasmaspritzen, Lichtbogenspritzen, Laser-Legieren, elektrochemische
Abscheidung (Gleichstrom, mit Dispersion hailer Materialien), Laserhärten, Aufkohlen, Einsatzhärten, Nitrieren, Nitrocarbuneren
und Carbonitrieren, Diffusion, Kieben, Löten, Elektronenstrahl-SchweiBen, Laser-SchweiBen,
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen, sonstige Verfahren;
TEM, STEM, SEM, EMP, XRD, GDOS, Lichtmikroskopie;
Verfahren zur Bestimmung des Verschleil3verhaltens, - des Reibverhaltens, - des Korrosionsverhaltens, - des
Schmiermittelverhaltens, - der Schichteigenspannungen, - der Schichthaftung, - der Hrte, weitere mechanischlthermische
Mel3verfahren, elekthsche/magnetische/optische Eigenschaften, Wirbeistrommessung und induktive Verfahren,
3D-Laser-Profilometrie

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Suizer-Innotec ist der Dienstleistungsbereich des Sulzer-Konzerns für Forschung und Entwicklung. Tm Rahmen dieser
Aufgabenstellung stützt sich Innotec im wesentlichen auf zwei Säulen. Die Konzernabteilung Forschun und Entwicklung, die
erste Säule, bildet die wissenschaftliche Basis. Auf Wissensgebieten, die fur die verschiedenen Produktbereiche von Bedeutung sind,
werden die notwendigen Fahigkeiten gepflegt und für zukunftige Anforderungen verstärkt. Für die Fachgebiete
Strömungstechnik, Schwingungsmechanik, Akustik, Mechanik, Physik, Mefitechnik, Chemie,
Mathematik, Werkstoffe und Oberflächen, Tribologie usw. stehen Spezialistenteams und modernste Labors zur
Verfügung. Mit der zweiten Säule, der Konzernabteilung Applikationen und Systeme, offeriert Innotec modernste Technologie auf
den Gebieten Verbindungstechnik und Wärmebehandlung, Beschichtungstechnik, Produktlecktests und
Fertigungsservice sowie Materialprüfung. Suizer-Innotec beteiligt sich aktiv an nationalen und internationalen Forschungs
und Entwicklungsprojekten und beschaftigt Ca. 300 Mitarbeiter aus 21 Nationen.
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suizer-surface-tech D.111

Suizer Surface Tech Hen-n
RigackerstraBe 16 B. Walser

CH- 5610 Wohien AG Tel. 057/22 02 12
Fax 057/ 22 70 52

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten G. Barbezat P. Huber
Obeflachen G. Barbezat
Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundrni2terkll: Schicht,naterial: Funktionen: Branchen:

Stahle,Ni- und Ti-Basis Zr02IY203 Korrosionsschutz Elektroindustrie
Ti-Basis Hydroxyap., Ti-poros VerschleiBschutz Luft-IRaumfahrt
Ni-Basis MCrA1Y Barriere-JPermeat.eigensch. Maschinen-/Anlagenbau
Stähle Cr203, A1203 Biokompatibilitat Medizintechmk
Epoxy (verst.) Cr203 Supraleitung
alle Metalle WC-Co andere el. Eigenschaften
Zr02 YlBa2Cu3O7

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Hilfsstoffe;
Plasmaspritzen, Niederdruck-Plasmaspritzen, Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen;
SEM, XRD, EXAFS;
Verfahren zur Bestimmung des VerschleiBverhaltens, - des Reibverhaltens, - des Korrosionsverhaltens, der Schichteigenspannungen,
- der Schichthaftung, - der Harte

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

PLASMA-TECHNIK AG gehort zum Suizer Konzern und ist Leader auf dem Gebiet des Thermischen Spritzens. Niederlassungen
in England, Frankreich, USA, Singapur und Japan.
Die Aktivitäten konnen in folgende Bereiche aufgeteilt werden:
- Applikationsengineering mit Entwicklung von Beschichtungen und Produktionskonzepten, Forschung und Entwicklung im
Bereich Thermisch Spntzen, Technologie-Transfer.
- Bau von Plasmaspritzanlagen für Atmospharisches Plasma Spritzen (APS), Vakuum Plasma Spritzen (VPS) und CAPS
(Controlled Atmosphere Plasma Spraying).
- Bau von Systemen für Hochgeschwindigkeitsflammspritzen (CDS).
- Herstellung und Vertrieb von Pulvermaterialien für Thermisches Spritzen und andere Anwendungen (Metalle, Legierungen,
Keramikpulver, biocompatible Pulver, Hydroxylapatite, Composites u.s.w.).
- Education Center zur Ausbildung von Fachpersonal für Kunden.
- Beteiligung an nationalen und internationalen Forschungsprojekten und zahlreichen Kooperationen mit Hochschulen in Europa
und Ubersee.
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surface-protection-consult-engineering D. 112

Surface Protection Consult Engineering Herrn

SpeerstraBe 24 Dip!. Ing. I. Wuiff

CH- 8634 Hombrechtikon Tel. 055/ 42 27 47
Fax 055/ 42 44 20

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:

Schichten

Oberfl&hen

Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Metalle, Polymere Korrosionsschutz Bauindustrie
VerschleiBschutz Energietechnik

Maschinen-/Anlagenbau
Metailgewerbe
Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

SCE Surface-Protection Consult Engineering, 8634 Hombrechtikon

Die SCE wurde 1974 durch den heutigen Inhaber I. Wuiff, Dipi. Ing. ETHZ, gegrundet. Heute ist die SCE em flexibles
Kleinunternehmen, besetzt mit Elektro- und Maschinenbauingenieur, Lackchemiker und Sekretärin, und bei Bedarf erganzt durch
exteme Spezialisten.
Unsere unabhanige Dienstleistung wird für Korrosionsschutzfragen im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau beansprucht:

- Beratung von Bauherren, Projektleitern und Ingenieuren in der Planungsphase für konstruktive und konzeptionelle
Korrosionsschutzmaf3nahmen, Evaluation von geeigneten Korrosionsschutzsystemen unter Berucksichtigung der geforderten
Lebendauer, der zu erwartenden Korrosionsbeanspruchung, von Okologie und Okonomie, sowie die Begleitung in der
Submissionsphase (Qualitatssicherung).
- Kontrolle von Korrosionschutzarbeiten in den Ausfuhrungsphasen (Neubau oder Sanierung) hinsichtlich Material- und
Applikationsqualitaten (Qualitatskontrollen).
- Untersuchung von Korrosionsschäden an Metallen, Stahibeton und Beschichtungen, hinsichtlich Versagensgrunde und dem
weiteren Vorgehen.

Die SCE ist Mitglied der CEOCOR (BrUssel, Belgien), ASTM und NACE (USA), VDKORR, Deutschland, und bei der
Schweizerischen Kammer technisch wissenschafflicher Gerichtsexperten.
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uni-basel-elektronenspektroskopie D.1 13

Universität Basel Herm
Institut für Physik / Elektronenspektroskopie Prof. Dr. Peter Oelhafen
Klingelbergstr. 82 Tel. 061/ 267 37 13

CH- 4056 Basel Fax 061/ 267 37 84

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Obeiflachen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundinaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Metalle Metalle
Si Legierungen
Ge amorphe Legierungen
Saphir Diamant
Quarz a-C
Glas a-C:H

a-C:H(Me); Me=TM
a-CN:H
Nitride, Karbide, Oxide
Borkohienstoff (B-C)
Plasmapolymere

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Aufdampfen, Sputtem, Niedertemperatur-CVD, Photo-CVD. Ionenstrahl-CVD, Plasma-CVD, Plasmapolymensation,
lonenstrahideposition, dip-coating/spin-coating, Ionenstrahlmischen, lonenimplantation;
EELS, AES, XPS, UPS, LAMMA, ISS, RAMAN, Transmissions-/ Reflexionsmessungen (250 nm - 3300 nm)

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die Gruppe “Elektronenspektroskopie” befaBt sich mit der experimentellen Bestimmung der Elektronenstruktur kondensierter
Materie, mit Grenzflachenphanomenen und der Präparation von Schichten. Experimentelle Hauptmethoden:
Photoelektronenspektroskopie UPS, XPS, Anregung mit Synchrotronstrahlung, Augerelektronenspektroskopie, optische
Spektroskopie. Die verschiedenen Projekte umfassen folgende Forschungsschwerpunkte:
Oberfiachenanalytik bei hohen Temperaturen
• Elektronenspektroskopie und Massenspektrometrie an gepuist aufgeheizten Oberflächen bis zu extrem hohen Temperaturen
Metalle
• Elektronenstruktur von Metallen und Legierungen in der flussigen Phase, Oberflachen fiuissiger Metalle und Legierungen
• Elektronenstruktur amorpher Legierungen
• Temperatureffekte in der Elektronenstruktur amorpher und flussiger Legierungen
• Adsorptionsphanomene und Segregationseffekte amorpher Legierungen
Kohlenstoff-Schichten
• Abscheidung und in-situ Charakterisierung von Diamant und diamantartigen Kohlenstoffschichten (a-C:H) sowie polymerartigen
Filmen
• Plasmapolymerisation und direkte lonenstrahideposition von Polymeren
• SchichtlSubstrat Grenzflacheneigenschaften und Oberflacheneigenschaften von Diamant, diamantartigen Schichten und
Polymerfilmen
• Korrelation zwischen Schicht/Substrat Adhäsion und den mikroskopischen Grenzflacheneigenschaften
Anorganische Schichten
• in-situ Charakterisierung von anorganischen Schichten wie Karbiden, Nitriden, Oxiden; hergesteilt durch Sputtern, reaktives
Sputtern und Plasma CVD (‘Chemical Vapor Deposition”)
• Abscheidung und optische Charakterisierung von Schichten für die Anwendung in der Solartechnologie
• Charakterisierung der Reaktivität und der Erosionseigenschaften von anorganischen Schichten und Materialien für
Fusionsreaktoren.
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Schwarz- und Hartverchromen
Verkupfern Patinieren
Vollautomatisch Vernickein und
Verchromen bis 6,5 Meter
Verzinken bis 3,2 Meter
Ghemisch Vernickein bis 3 Meter NOVOTECT®

-GalvanicwadenswiI

• Luff-/Raumfahrl
• Maschinen-/Anlagenbau
• Medizinaltechnik
• Metaligewerbe

Galvanic Wädenswil
Feusi+Federer AG
Zugerstrasse 160• GH-8820 Wädenswil

Telefon 01 781 27 27
Telefax 01 781 22 81

Korrosions- und VerschleiBschutz in:



Von A bis U zu
Ihren Diensten.

Akustik/ Larmbekampfung
Berechnungen
Charakterisierung von Werkslotlen
Chemische Analytik
Diagnosesysteme für Maschinen und Anlagen
Dichtheitstechnik
Einkristalline Gussteile
Elektronik
Elektronenstrahlschweissen
Engineering
Ercibebenprufstancl
Fast Prototyping
Faserverbundwerkstotfe
Fertigungstechnologie
Fugetechnik
Informationsvermitflung/ Recherchen
Konstruktion
Korrosionsschutztechnik
Korrosionsuntersuchungen
Kriechen und Zeitstandfestigkeit
Kunststoffuntersuchungen
Künstl. Intelligenz im Maschinenbau
Laser-Obertlachenbehandlung
Life Cycle Engineering
Lättechnik
Maschinendynamik
Materialverhalten und Bauteilprufung
Mechanische PrUfung
Numerische Modellierung und Simulation
Oberflãchenbehandlungen
Obertlãchenuntersuchungen
Physikal. Messtechnik und Analytik
Prototypenentwicklung und -fertigung
Schadensanalyse
Schweisstechnik
Schwingungsanalysen (numerisch und experimentell)
Softwareentwicklung
Spannungsanalysen (numensch und experimentell)
Stromungserregte Schwingungen
StrOmungstechnik (numerisch und experimentell)
Strukturdynamik/Modalanalyse
Struktumiechanik
Thermische Spritzverfahren
Tribologische Untersuchungen
Umweltanalytik
Vakuumlöten
Warmebehandlung rn Schutzgas oder Vakuum
Weissmetall ausgiessen
Werlcstottuntersuchungen
Werkstoffentwcklungen
Zerstorungsfreie Prufungen
Ungewohnliche neue Problemlösungen

SULZERIPINC=TEC
Suizer Innotec AG, Postfach, CH-8401 Winterthur
Telefon 052/262 21 21, Telefax 052/262 00 15

Mit dem Stichwortverzeichnis
von A bis U vermittein wir
em rundes Bud von unserer
Tatigkeit.

Suizer Innotec,
das technologieorientierte
Dienstleistungszentrum des
Sulzer-Konzerns, steht
auch lhnen gerne zur Verfugung



uni-bern-anorganische-chemie D.1 14

Institut für Anorganische Chemie Herm

Elektrochemie Prof. Andreas Ludi

FreiestraBe 3 Tel. 031/ 65 42 44

CH- 3000 Bern9 Fax 031/ 65 44 99

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichen

Oberflachen Prof. Siegenthaler
flaibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Silizium Gold p.- /Nanostrukturierung

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom);
STM, AFM

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Grundlagenforschung:
Oberflhchenuntersuchungn elektrochemischer Phasenbildungsprozesse mit STM und AFM.
Optimierung der Morphologie galvanisch gebildeter Metallschichten.
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uni-bern-elektronenmikroskopie D. 115

Universitat Bern Herm
Lab. für Elektronenmikroskopie Prof. Dr. R. Giovanoli
FreiestraBe3 Tel. 031/654317

CH- 3000 Bern9 Fax 031/654499

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Prof. Dr. R. Giovanoli
Oberflachen Prof. Dr. R. Giovanoli
Ho.lbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Glaser Au, Ag, C, Cr
Keramiken Au, Ag, C, Cr
Metalle Au, Ag, C, Cr

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Aufdampfen, Sputtern;
TEM, STEM, SEM, ECP, HEED, XRD, XRF

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die Forschungstatigkeit im Laboratorium für Elektronenmikroskopie der Universität Bern umfaBt feinteilige, feste Stoffe und ihre
Reaktionen. In den letzten Jahren betraf dies hauptsachlich Oxide und Oxidhydroxide von Mangan und Eisen.

Tm Auftrag anderer Arbeitsgruppen (im Institut für anorganische, analytische und physikalische Chemie sowie im Institut für
angewandte Physik u.a.) wurde das Instrumentarium der Elektronenmikroskopie, der Pulver- und Laue-Rontgenographie, der
Mikrorontgenspektroskopie und der Metallaufdampfung auf verschiedenen Substraten zur Anwendung gebracht.

In unregelmal3igen Abständen wurden auch Auftrage aus Industrie, Gewerbe und Handel bearbeitet.
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uni-bern-laser D.1 16

Universitat Bern Herrn

Institut für angew. Physik (Abt. Laser) Prof. Dr. H.P. Weber

SidlerstraBe 5 Tel. 031/ 65 89 13

CH- 3012 Bern Fax 031/ 65 37 65

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Dr. A. Blatter

Obeiflachen Dr. A. Blatter
Haibleirer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtrnaterial: Funktionen: Branchen:

W, Ta, Si, SiC Diamant Reibungsverminderung

Korrosionsschutz

WC TiC Verschlei6schutz

Sj / Stahl SiC Dekoration

Si / A1203 / Stahl CrTiNO Biokompatibilitat
opt. Absorption

p.- fNanostrukturierung

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Berechnung der räumlichen Anordnung von Elektronen- und lonen- Verteilungen, Thermodynamik der Schichtbildung,
Absorptions-, Emissions- und Streuprozesse von Teilchen an Oberflachen;
Computer Simulation, Laserätzen, Plasma-CVD, Laser-PVD, Laser-CVD, Laser-Legieren, Laserumschmelzen, Laserglasieren,
Nitrieren;
SEM, XRD, Ellipsometrie, Lichtmikroskopie;
Verfahren zur Bestim.mung des Verschleil3verhaltens, - des Reibverhaltens, - der Scbichthaftung, - der Härte

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Eine Ca. 5-kopfige Gruppe beschaftigt sich permanent mit Themen urn die Wechselwirkung von Laserlicht mit Schichten und
Oberflächen. Mit gepuister, intensiver Laserstrahlung werden Prozesse ausgelost, welche dUnne Oberfläehenschichten auf einer
sub-Mikrosekundenskala lokal chemisch und physikalisch modifizieren.

Em gutes Verständnis der Prozesse ermoglicht die gezielte Erzeugung funktionell und strukturell optimierter Oberflächen. So zum
Beispiel:
- kontrollierte Variation elektrooptischer Eigenschaften,

(Mikro-) Bearbeitung barter Schichten, z.B. effizientes Trockenätzen, Polieren und Kontaktieren von Diamantschiehten,
- Ablation homogener Cermet Schichten mit exakt kontrollierbarer Stöchiometrie,
- Diagnostik schnell ablaufender (thermodynamischer) Prozesse.

Die Infrastruktur umfaBt verschiedene moderne Hochleistungslaser sowie analytische Geräte zur Herstellung und physikalischen
Charakterisierung dUnner Schichten.

Wir pflegen weltweite Kontakte und punktuelle Zusammenarbeiten. Kürzlich wurden wir ins internationale Beraterkomitee für
Diarnant und diamantähnliche Schiehten gewahlt.
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uni-bern-massenspektroskopie D.1 17

Universitat Bern / Physikalisches Institut Herrn
Massenspektroskopie + Raumforschung Prof. Dr. P. Eberhardt
SidlerstraBe 5 Tel. 031/ 65 44 04

CH- 3012 Bern Fax 031/ 65 44 05

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Oberflächen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterkd: Schichttnaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Absorptions-, Emissions- und Streuprozesse von Teilchen an Oberflachen, Plasma - Wand - Wechselwirkungen;
SIMS;
Massenspektrometrie, lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die Abteilung Massenspektroskopie und Raumforschung des Physikalischen Instituts der Universität erforscht mit Experimenten
auf Satelliten und Raumsonden den Sonnenwind, die Wechselwirkung des Sonnenwindes mit Planeten und Kometen sowie die
Koma der Kometen. Die Haufigkeit und Isotopenzusammensetzung von Edelgasen im Sonnenwind und im interstellaren Gas wird
mit der Folienmethode untersucht. Diese Raumforschungsexpenmente werden ergänzt durch Laboruntersuchungen an Meteoriten,
Mondproben, interplanetarem Staub und interstellaren Körnern aus Meteoriten. Die Abteilung entwickelt ihre eigenen Experimente
für die Raumforschungsprojekte, z.T. in Zusammenarbeit mit Partnerinstituten. In diesem Zusammenhang spielen Probleme der
Oberflachenphysik oft eine wichtige Rolle, wie z.B. die Wechselwirkung niederenergetischer lonen und Neutralteilchen mit
Oberflachen (Einfang, Streuung, Sputtering, Sekundärelektronenemission) und die optischen Eigenschaften von Oberflächen vom
IR bis zum UV.
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uni-fribourg-chimie-physique D.1 18

Université de Fribourg Hen-n

Institut de Chimie Physique Prof. Dr. E. Haselbach

Pérolles Tel. 037/ 82 64 82

CH- 1700 Fribourg Fax 037/ 82 64 88

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Oberflachen Prof. M. Allan 037/ 82 64 91

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Schichtausgangsmaterialien;
HREELS

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die Forschungsrichtung ‘ElektronenstoB-Spektroskopie” am Physikalisch-Chemischen Institut der Universitat FreiburglSchweiz
befaBt sich mit der Messung der vibratorischen und elektronischen Anregungen, sowie Dissoziation in reaktive Produkte (Radikale,
Anionen), von gasformigen Molekulen durch Stol3 von langsamen (0 - 50 eV) Elektronen. Es werden unter anderem Molekule
untersucht, die (cv. potentiell) Anwendung in Plasmen zur Oberflachenherstellung oder Behandlung finden.
Die Messungen werden mit hoher Auflosung und auch bei niedrigen Energien (Schwellennähe) ausgefUhrt. Auch quantitative Daten
(absolute Streuquerschnitte) werden ermittelt. Diese Daten bilden eine notwendige Grundlage für das Verständnis, die Simulation
und Optimierung von oberflachenrelevanten Plasmen.
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uni-fribourg-festkörperphysik D.1 19

Physik. Institut Uni Fribourg Herrn
Festkörperphysik Prof. L. Schellenberg
Perolles Tel. 037/ 82 62 24 (Sekretariat)

CH- 1700 Fribourg Fax 037/ 82 65 19

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Dr. P. Groning 037/ 82 65 59
Obeiflachen Prof. L. Schlapbach 037/ 82 62 25

Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

rostfr. Stahl TiN, TiC Reibungsverminderung Chem. Industrie
Polymere Mg, Al, Ce, Au Verschleillschutz Kunststoffverarbeitung
Ni, Cu Diarnant Dekoration Hochschulenllnstitute
Diamant Cu, Ni Mikroelektronik

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Plasmabehandlung;
Plasmaätzen, Reaktives Plasmaatzen, Ionenstrahlatzen, Aufdarnpfen, Sputtern, Plasma-CVD, Plasmapolymerisation,
lonenstrahideposition, elektrochernische Abscheidung (Gleichstrom), Plasrna-Aktivieren, Nitrieren, Kieben;
SEM, STM, AFM, AES, XPS, UPS, LEED, XRD;
Verfahren zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens, - der Schichthaftung, Sondenmethoden zur Charaktensierung des
Beschichtungsplasmas, lonenstrom- und Neutralteilchenmessungen, Pyrornetne

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die Forschungseinheit “Festkorperphysik’ an der Universitat Freiburg wurde 1988 aufgebaut. Es werden sowohi grundlegende wie
angewandte Fragestellungen vorwiegend an Phänomenen von Oberflachen und Grenzflachen bearbeitet. Dainit soil zum einen
grundlegendes Wissen an Modelisystemen erarbeitet, zurn anderen deren Bezug zu praktischen Problemen hergesteilt werden. Durch
dieses breite Angebot kann auch in der Ausbildung von Diplomanden und Doktoranden auf die Präferenzen und Eignung des
einzelnen eingegangen werden. Es bestehen intensive Industriekontakte.
Mit Photoelektronenspektroskopie und der von uns wesentlich rnitentwickelten Methode der Photoelektronendiffraktion werden
strukturelle und elektronische Eigenschaften an einkristallinen Oberflächen untersucht. Dabei konnten neue Informationen Ober
strukturelle Phasenubergange, partielle Zustandsdichten, Energiebander, Fermiflächen und Valenzfluktuationen erarbeitet werden.
Metalihydride als Speicher des zukunftigen Energietragers Wasserstoff sowie als neues Elektrodenmaterial in reversiblen Batterien
bilden em anderes Forschungsgebiet. Hier geht es urn em besseres Verstandnis der Wasserstoffabsorbtion sowie urn die
Entwicklung leichter, zyklisch stabiler und billiger Metalihydride. Irn dritten Arbeitsgebiet interessieren wir uns für die Adhäsion
und das Wachstum von Schichten, insbesondere unter dern Aspekt einer Plasmabehandlung. Als Materialen untersuchen wir dazu
Metall-Polyrner Grenzflächen, harte Schichten auf Stahl sowie Diamantschichten. Mittels Tunnel- und Kraftrnikroskopie versuchen
wir, diese Phänomene auf mikroskopischem MaBstab zu verstehen.
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Université de Genève Herrn

D. P. M. C. Prof. 0. Fischer

24, quai Ernest-Ansermet Tel. 022/ 702 62 40

CH- 1211 Genève Fax 022/7812192

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Prof. 0. Fischer
Oberflachen Prof. 0. Fischer
[laibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

MgO, SrTiO3 HTC Supraleitung Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Substrat-Herstellung, Kristall-Herstellung, Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Schichtausgangsmatenalien,
Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien, Hilfsstoffe, Verfahren zur Praparation der Hilfsstoffe;
Fotobelichtung, StrahlenlLappenlPolieren, nal3chemisches Atzen, Aufdampfen, Sputtern;
SEM, STM, AES, SAM, XPS, LEED, HEED, EMP, XRD;
elektrische/magnetische/optische Eigenschaften

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Enseignement et recherche dans le domaine de physique de Ia matière condensée: métaux, supraconductivité, magnétisme.
Croissance épitaxiale et étude de couches minces et superréseaux métalliques; étude de surfaces et d’ interfaces notamment par
microscope a effet tunnel (STM) a tempéature ambiante et a basses tempéatures.

uni-genève-dpmc D.120
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•uni-geneve-physique-appliquee/biomedicale D.121

University of Geneva Herrn
Group of Applied Physics / Physique Biomgiicale Prof. P. Descouts
20 rue de 1 Ecole de Médecine Tel. 022/ 702 65 94

CH- 1211 Genève4 Fax 022/7810980

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Dr. M. Taborelli
Obeiflachen Dr. M. Taborelli
HalbleIter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

PUR Biokompatibilitat Medizintechnik
Ti Ti andere el. Eigenschaften Hochschulenllnstitute
V Au Biosensoren Sonstiges
PUR Ag
div. Polymere
Biomoleküle Self Assembly Systems

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Schichtausgangsmaterialien;
Aufdampfen, Sputtem;
TEM, SEM, STM, AFM, SXM, AES, LEED, SIMS

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Als Teil der Universität Genf nimmt die noch relativ junge Gruppe für Angewandte Physik eine Sonderstellung innerhalb der
Hochschulforderung em, werden hier doch grundlegende Probleme in verschiedenen technologischen Gebieten mit neueren
Methoden und Apparaturen unter dem Aspekt des anwendungstrachtigen Produktes erforscht. Unsere Gruppe ist nun in der Lage,
mit modernsten Raster-Sondentechniken (Elektronenmikroskopie, Raster- Kraft- und Tunnelmikroskopie, etc.) Fragestellungen der
Biomedizin (z.B. Adhasionseigenschaften, Knochen-Implantat-Interfaces, Biokompatibilitat von Polymeren und Metallen, u. v. m.)
zu untersuchen und gegebenenfalls auch zu beantworten. Neu daran ist die ungewohnt hohe Auflosung der für diese Studien
verwendeten Geräte, limitiert ist die Anwendung dieser Techniken auf Oberflächen und Interfaces.
Mit dem Aspekt der Ausbildung eines Studenten zum kompetenten Wissenschafter sind wir finanziell auf die Unterstutzung
nationaler FOrderprogramme angewiesen, während der Know-How Transfer die europaischen Grenzen bei weitem übersteigt.

D.122



I ONCOTE-Vorteile: CLEANVAC-Vorteile:
- optimale Schichthärte - wasserabstossend

d.h. bessere Kratzfestigkeit - schmutzabweisend
- höhere Haftfestigkeit - fettabstossend (z. B. bei
- gleichmassigere Schichtdicke Fingerabdrücken)
- bessere Reproduzierbarkeit - Gläser sind einfacher

zu reinigen und bleiben
Iänger sauber!

Kratzfest, wasser- und
schmutzabweisend - im gleichen

Vakuumzyklus
IONCOTE ist em patenierter Tieftemperatur-Prozess von SATIS, mit dem
nicht nur hochbrechende Kunststoffglaser problemlos beschichtet werden
können, sondern auch Mineralglaser und CR 39 zusammen im gleichen
Arbeitsgang. Für den Brillentrager ist die deutlich erhöhte Krazfestigkeit die
“augenfälligste” Eigenschaft.

Und nun kornmt noch neu CLEANVAC dazu: im gleichen Vakuum-Zyklus

kann - direkt nach der Entspiegelung - eine schmutz
und wasserabstossende Schicht aufgedampft werden:

Dieser Prozess verlangert den vollautomatischen Ab
lauf urn lediglich 5 Minuten und erhöht die Resistenz

gegen Fremdstoffe (Wasser, Fett, Schrnutz) erheblich.
Resultat: das Glas bleibt langer sauber und Iässt sich

viel Ieichter reinigen.

SATIS ist nicht nur in der Vakuum-Technologie

fiihrend, sondern bietet als einziges Unternehmen
das ganze Spektrum der Veredelung mit Bera

tung, Hardware, Verfahrenstechnologie und Service

aus einer Hand. Weitweit.

Satis Vacuum
Satis Vacuum Industries AG . Postfach • CH-8700 Küsnacht/Zürich Schweiz . Tel 1 - 912 03 33 • Fax I - 912 0339

SATIS meint:
“Lieber kiar und sauber - als zerkratzt

und verschmiert!”

ohne IONCOTE mit IONCOTE ohne CLEANVAC mit CLEANVAC





uni-lausanne-physique-expérimentale D.122

Universitd de Lausanne Herrn

Institut de physique experimentale Prof. Dr. W.-D. Schneider

CH- 1015 Lausanne-Dorigny Tel. 021/ 692 23 21
Fax 021/692 23 07

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichen Dr. U. Heiz 021/ 692 23 29

Oberflachen Dr. F. Patthey 021/ 692 23 73

Halhieiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Haibleiter, Gläser Haibleiter, Glaser Katalyse Hochschulen/Institute
opt. Reflexion
opt. Absorption
Supraleitung
andere el. Eigenschaften
j.t- fNanostrukturierung

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Substratherstellung, Kristallherstellung, Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Schichausgangsmaterialien,
Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien, Hilfsstoffe, Verfahren zur Praparation der Hilfsstoffe;
StrahlenlLappenlPolieren, Elektropolieren, Ionenstrahlatzen, Laserätzen, Aufdampfen, Sputtern, IonenstrahlgestUtzte Verfahren,
lonenstrahideposition, Abscheidung ionisierter Cluster, Laser-PVD;
SEM, EELS, STM, SXM, HREELS, AES, XPS, UPS, LEED, EMP, XRD;
Massenspektrometrie, lonenstrom- und Neutralteilchenmessung

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Das Hauptinteresse unserer Aktivitäten ist auf die Erforschung der elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Oberflächen,
dunnen Schichten und kleinen Teilchen auf Festkorperoberflächen, die wir mit Hilfe von Elektronenspektroskopie (XPS, UPS) und
Tunnelmikroskopie (-spektroskopie) charakterisieren, gerichtet. Insbesondere studieren wir in Abhangigkeit von der TeilchengrbBe,
dem Substrat und der Substrattemperatur die lokalen Aspekte der besetzten und unbesetzten elektronischen Zustande, ausgehend von
einem einzelnen Atom bis hin zu massenselektierten Clustern (bis zu etwa 100 Atomen pro Cluster), die auf charakterisierten
Oberflächen mittels einer lonenoptik weich gelandet werden.
Mit dieser Forschung hoffen wir zu einem vertieften Verständnis z.B. der Bildung eines Metalls oder des Kristallwachstums
beizutragen.
Dieses Forschungsprogramm ist eingebettet in mehrere Projekte innerhaib des NFP24 und des NFP24+ (mit IBM Rüschlikon), des
FNRS, und, in Zusammenarbeit mit der Universität Uppsala, im europäischen Forderprogramm SCIENCE PLAN.
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uni-neuchâtel-microtechnique Di 23

Université de Neuchâtel
Institut de Microtechnique (Groupe Prof. Shah)
2, rue A.-L. Breguet t / ?0 ( cr Tel. 038/ 20 54 51

CH- 2000 Neuchâtel Fax 038/ 25 42 76

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten )
Obetflachen /6 P, 072 / 2 c ‘— ( r 1
Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

alkalifreies Glas Silan-Si Photovoltaik Energietechnik

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Bandstruktur - Rechnungen, Theorie der Strukturdefekte, Plasma - Wand - Wechselwirkungen, Transporttheorie;
Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle, Behandlungsverfahren für Schichtausgangsmaterialien;
Plasmaatzen, Aufdampfen, Sputtern, Plasma-CVD, Plasma-Aktivieren, Silizieren und Titanieren;
FTIR;
Verfahren zur Bestimmung der Schichteigenspannungen, - der Schichthaftung, Massenspektrometrie, Schichtdickenmessung, CPM,
PDS, TOF

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Das Institut für Microtechnik (IMT) an der Universität Neuchâtel hat in den letzten 7 Jahren (seit anfangs 1985) eine
Forschungsaktivitat in amorphem Silizium aufgebaut: Es hat dabei eine neue Methode zur schnellen Abscheidung von amorphem
Silizium eingefuhrt, die sog. VHF-Plasmaabscheidung. Diese findet heute weitweit Beachtung und wird iT. auch nachgeahmt. Die
VHF-Plasmaabscheidung ist eine der ganz wenigen praktikablen Methoden, urn die Abscheidungsgeschwindigkeit von amorphem
Silizium auf den prozet3technisch erwünschten Wert von Ca. 20 AngströmlSekunde zu erhohen; damit kann die Depositionszeit für
die intrinsische Schicht in der amorphen p-i-n Solarzelle gegenUber Standardmethoden urn einen Faktor 5 auf wenige Minuten
gesenkt und potentiell der Durchsatz in der Solarzellenfabrikation gesteigert werden. Die VHF-Plasrnaabscheidung zeigt neben der
hohen Depositionsrate eine ganze Reihe von weiteren ungewohnten (und z.T. vorteilhaften) Eigenschaften, so z.B. bei der
Abscheidung von dotierten und mikrokristallinen Schichten,
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uni-neuchâtel-physique D.124

Université de Neuchâtel Herrn

Institut de Physique Prof. Y. Baer

l,rueA.-L.Breguet Tel. 038/25 69 91

CH- 2000 Neuchâtel Fax 038/ 24 49 13

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:

Schichten Dr. J. Weber 038/ 25 69 18

Oberflächen

Halbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterzal: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

c-Si a-Si:H Reibungsverminderung Hochschulenflnstitute

c-Si a-C:H, diamond opt. Absorption

SrTiO3, MgO High-Tc Photovoltaik
Mikroelektronik
Supraleitung

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

RBS, further nuclear methods

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

We are interested in the diffusion processes of hydrogen and/or of metallic impurities in amorphous and microcrystalline thin films.
We use ionic beams methods with our 3 MeV van de Graaff accelerator:
RBS: (Rutherford Backscattering Spectroscopy) for measuring the concentration depth profiles of medium of heavy elements.
ERDA: (Elastic Recoil Detection Analysis) for measuring the hydrogen concentration depth profile.
Other related methods can be implemented:
NRA: (Nuclear Reaction Analysis) to increase the concentration sensitivity.
Channeling: to investigate the crystalinity of the film.
We have more than 7 years of experience in this field. We have collaboration or Service relation with other University and/or R+D
laboratories in Switzerland and abroad. We are member of the DACH collaboration (Germany, Austria and Switzerland) which
focuses on diamond and diamond like films.
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uni-zürich-physikalische-chemie D.125

Universität ZUrich Herrn
Physikalisch - Chemisches Institut Prof. Dr. I. Robert Huber
WinterthurerstraBe 190 Tel. 01/ 257 44 61

CH- 8057 Zurich Fax 01/ 362 01 39

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Dr. P. Felder 01/ 257 44 71
Obeiflachen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundinaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Schichtausgangsmaterialien;
MetaIl-Organische Molekularstrahlepitaxie, Laser-CVD;
IR;
Massenspektrometrie

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Am Laboratorium für Laserspektroskopie und Molekuldynamik (Prof. J. Robert Huber) befassen wir uns mit
physikalisch-chemischer Grundlagenforschung. Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes (NFP 30)
“Hochtemperatur-Supraleitung wenden wir die von uns entwickelten Untersuchungsmethoden auf die Herstellung dünner Schichten
an, speziell bei Verwendung flUchtiger metallorganischen Verbindungen als Ausgangssubstanzen. Insbesondere untersuchen wir die
Zersetzungsmechanismen der Ausgangssubstanzen unter Laserbestrahiung sowie geeignete MolekUistrahiquellen zur
Schichtherstellung. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Gruppen von Prof. H. Berke (Anorganisch-Chemisches
Institut) und Dr. G. Bednorz (IBM) durchgefuhrt.
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vacotec D.126

Vacotec SA Herrn

Ave. Charles-Name 36 Remy Paroz

CH- 2300 La Chaux-de-Fonds Tel. 039/ 26 44 70
Fax 039/ 26 75 77

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Obe,flachen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtrnaterial: Funktionen. Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Schichtausgangsmaterialien;
Plasmaätzen, Reaktives Plasmaätzen, Aufdampfen. Sputtern, Plasma-CVD. Laser-PVD

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Fabricant de machines spéciales PVD et d installation de depOt sous vide.
Représantant pour la Suisse d’ Alcatel SDG.
Installation de sputtering et de gravure.
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vibro-meter D.127

Vibro-Meter SA Helm
Abt. Forschung und Technologie Peter Schneuwly
Postfach 1071 Tel. 037/8711 11

CH- 1701 Fribourg Fax 037/ 87 17 31

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien Dr. R. Bichsel H. Baumgartner
Obeiflachen Dr. R. Bichsel H. Baumgartner
Hoibleirer Dr. R. Bichsel H. Baumgartner

Verwendete Materialien Anwendung der Materiallen
Grundmaterial: Schicht,naterial: Funktionen: Branchen:

17-4-PH Gold Barriere-/Permeat.eigensch. Luft-/Raumfahrt
Piezokeramik Silber Mikroelektronik Industrie
Titan Palladium andere el. Eigenschaften
Inconel 600 Konstantan
Einkristalle Si02, A1203

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Substrat-Herstellung;
StrahlenfLappenlPolieren, Aufdarnpfen, Sputtern, Kleben, Löten, Bonden, Elektronenstrahl-Schweit3en

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Vibro-Meter ist Entwickler, Produzent und Anbieter von MeB- und Uberwachungstechniken für physikalische GröBen in
anspruchsvollen analytischen und diagnostischen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Industrie.

Die Systeme setzen sich aus Sensor, Verstärker und digitaler Auswerte- und Analyseelektronik zusammen.

Dtinne Schichten werden von Vibro-Meter in der Elektronik und für die Herstellung von DMS verwendet.

Hauptkunden sind die Luftfahrt und Hersteller resp. Betreiber von Energie produzierenden Anlagen.

Unsere Markleistungen - Komponenten, Systeme und Dienstleistungen - werden eingesetzt, urn Maschinen und Anlagen
verschiedenster Art hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Sicherheit optimal zu testen, zu betreiben und zu warten.
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vilab D.128

VilabAG Herm

Stauffacherstr. 130a Dr. Paul Brunner

CH- 3014 Bern Tel. 031/ 333 12 44
Fax 031/ 333 08 32

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:

Schicluen Dr. J. Rechberger H. U. Lauener

Oberflachen

Halbleirer

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen.

Stahl TiC, TiN Reibungsverminderung Luft-/Raumfahrt

Hartmetall TiC, TiN VerschleiBschutz Sonstiges

Kerarnik TiN

Stahl, Polymere MoS2

Stahl Ag

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Schichtausgangsmaterialien;
Sputtern, Hochtemperatur-CVD;
Lichtmikroskopie;
Verfahien zur Bestimmung des Verschleil3verhaltens, - des Reibverhaltens, - der Schichteigenspannungen, -der Schichthaftung, - der

Härte, Standzeittest für Werkzeuge, weitere Feidversuche

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Die Vilab AG ist em innovatives. dynamisches Unternehmen, weiches spezialisiert ist auf Beschichtungen im Lagersektor. Die
Firma ist zertifiziert nach ISO 9001 und zählt zu ibren namhaften Kunden die weitweit wichtigsten Zulieferanten für
Lagerbestandteile der Luft- und Raumfahrt.
Als Hauptprodukte werden angeboten: Hartstoff beschichtete Prazisionswalzkorper aus Stahl, Hartmetall und Keramik, sowie
Festschmierstoff-Beschichtungen als Lohnauftmge. Als Beschichtungsverfahren werden sowohi CVD wie auch PVD Verfahren
angewendet.
Für den Werkzeugsektor wurden weiche Schichten entwickelt zur Zerspanung von Problemlegierungen. Em spezielles
Tieftemperatur-Sputterverfahren erlaubt dabei auch das Beschichten von gelateten Werkzeugen.
Die Vilab AG profiliert sich auch gerne in Zusammenarbeitsprojekten mit anderen Industriepartnern zur Ausarbeitung von
Problemlosungen.
Die Abscheidung katalytischer Schichten steht momentan noch auf Stufe Forschung und Entwicklung und wird zum Teil von
nationalen Forschungsprogrammen unterstützt.
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vuilleumier-galvanik D.129

René Vuilleumier Herrn
Galvanik René Vuilleumier
SolothurnerstraBe 87 Tel. 065/ 52 96 71

CH- 2540 Grenchen Fax 065/ 53 04 69

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Oberflachen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundrnaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Elektropolieren, elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Visitenkarte:
El .-polieren, verzinnen, verkupfern, vemickeln, verzinnbleien, vergolden, versilbern
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w+f D.130

w+f Bern
StauffacherstraBe 65

CH- 3000 Bern 22 Tel. 031/3247216
Fax 031/32473 56

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten W. Brand (Verkauf)

Obeiflachen W. Brand (Verkauf)

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Fe - Basis Lacke, Phosphate Korrosionsschutz Maschinen-/Anlagenbau
Diffusionsschichten VerschleiBschutz Metaligewerbe

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Behandlungsverfahren für Substrate;
StrahlenlLappenlPolieren, Aufkohlen, Einsatzhärten, Entkohlen, Nitrieren, Nitrocarburieren und Carbonitheren, Löten,
S chweiBen, AuftragsschweiBen, Lackieren, Phosphatieren, BrUnieren;
SEM, Lichtmikroskopie;
Verfahren zur Bestimmung des Korrosionsverhaltens, - der Härte, Wirbeistrommessung und induktive Verfahren, Metallographische
Verfahren

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Die w+f Bern befaBt sich als mitteigroBer bundeseigener Industnebetrieb mit traditionellem Industriewaffenbau, Forschung,
Entwicklung, Konstruktion, Sondertechnik in Mechanik und Elektronik, Optik und Optronik sowie industrieller Instandhaltung
und Unterhalt.
Eine Stärke der w+f Bern ist die spanabhebende Komplettbearbeitung von Bauteilen aus verschiedensten Werkstoffen und deren
spezifische Wärrne- und Oberflachenbehandlung. Dazu setzt die w+f Bern modernste Produktionsmittel und -verfahren em:
CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Drehmaschinen, CNC-AuBenrund- und Flachschleifmaschinen, Säulen- und
Tieflochbobrmaschinen, Roboter für SchweiB- und Entgratungsarbeiten, thermische Behandlungsanlagen für das Harten, Verguten
und Glühen sowie für das Gasnitrieren, Oberflachenbehandlungsanlagen für das Phosphatieren, Brunieren, Lackieren usw.
Damit die w+f Bern ihren hohen und sehr innovativen Leistungsstandard aufrechterhalten kann, ist sie auf positiv eingestellte
Mitarbeiter angewiesen. Mit flexiblem Handein und Verhalten, der Optimierung von Strukturen, Weiterbildung und der Gewahrung
von Freiraum werden w+f Bern - Mitarbeiter motiviert. Die Erfabrung zeigt, daB dies nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den
Kunden der w+f Bern zugute kommt.
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winkeihausen D.131

Winkeihausen + Co. Heim
Langackerstr. 1 S. Winkeihausen, El. ing. HTh

CH- 2545 Selzach Tel. 065/61 13 30
Fax 065/ 61 21 33

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten

Oberflichen

Ho.lbleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Stahl Chrom Automobilindustrie
Bauindustrie

Buntmetalle Chrom Chem. Industrie
Aluminium Chrom Luft-/Raumfahrt

Maschinen-/Anlagenbau
Medizintechnik
Metailgewerbe

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
StrahlenlLappen/Polieren, elektrochemische Abscheidung (gepuister Strom, Gleichstrom)

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Wir sind spezialisiert auf die Abscheidung von Hartchrom auf diverse metallische Substrate. Die Behandlung komplizierter
Geometrien ist für uns eine Herausforderung.
Es können Teile von einigen Millimetern bis zu 3 Metern behandelt werden.
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wullimann-anodisierung D. 132

Albert Wullimann Herrn

Anodisierbetrieb Dipl.-Ing.(FH) Albert Wullimann

BielstraBe 8 Tel. 065/ 52 17 87 (Privat)

CH- 2540 Grenchen Fax 065/52 4040 (Geschäft Tel + Fax)

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichten Albert Wullimann

Oberflächen Albert Wullimann

Hoibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grundmaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Aluminium Al-Oxid Reibungsverminderung Automobilindustrie
Korrosionsschutz B auindustrie
VerschleiBschutz Elektroindusthe
Dekoration Luft-/Raumfahrt
andere el. Eigenschaften Maschinen-/Anlagenbau

Medizintechnik
Optik
Schmuck-/Uhrenind.
Sonstiges

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Behandlungsverfahren für Substrate und Kristalle;
naBchemisches Atzen, elektrochemische Abscheidung (Gleichstrom)

Selbstdarstellung / Firmenportrait:

Tatigkeit: Anodische Oxidation von Klein- und Kleinstteilen aus Aluminium.

Anodisierverfahren: GleichstromlSchwefelsäure-Verfahren (GS).

Färbeverfahren: Mit organischen Farblösungen (chemisches Verfahren).
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x-tronix D.133

X-Tronix AG
Alte SteinhauserstraBe 19

CH- 6330 Cham Tel. 042/416320
Fax 042/ 41 8884

Ansprechpartner Forschung & Entwicklung: Produktion:
Schichien

Obechen

Haibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materiallen
Grunthnaterioi: Schicht,naterial: Funktionen: Branchen:

PVD Targets Dekoration Elektroindustrie
Sputter Targets opt. Transmission Optik

opt. Reflexion Hochschulenllnstitute

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden
Substrat-Herstellung, Kristall-Herstellung, Schichtausgangsmaterialien;
Reaktives Plasmaätzen, Aufdampfen, Sputtern, Molekularstrahlepitaxie (MBE), Metall-organische MBE, Plasma-CVD,
Plasmapolymerisation, Laser-PVD;
SEM, Cathodoluminescence, EELS, AES, SAM, XPS, LEED, HEED, RHEED, SIMS (TOF [Time of flighti SIMS), SNMS,
TDS, PSD/ESD, EMP, EDS/WDS, EPR, Ellipsometrie;
Plasma-Endprodukt Detektoren (optisch, Quadrupol), Langmuir-Sonden mit vollautomat. Auswertung (auch RF-kompensiert),
SchichtdickenmeB- und Regelgerate (Quarz-Monitors)

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

X-TRONIX ist eine Handeisfirma, weiche die Hochtechnologieanwender in Industrie und Wissenschaft bedient.
Die Hauptaktivitaten liegen dabei auf Vakuumtechnologie, Haibleiterherstellungs- und Testgerdte, Oberflächenanalysengerate und
Elektronik für die Nukleartechnologie.
Kundenunterstutzung in alien Bereichen ist unser oberstes Ziel.
Unser Personal ist bereit, die Kundschaft durch volien personiichen Einsatz zufrieden zu steilen sowie einwandfreie Produkte und
Dienstleistungen zu liefern.
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zeiss D.134

Carl Zeiss AG
Grubenstr. 54, Postfach

CH- 8021 Zurich Tel. 01/ 465 9191
Fax 01/ 465 93 14

Ansprechpartner Forschung & Eniwicklung: Produktion:

Schichien

Obeiflachen

Ilaibleiter

Verwendete Materialien Anwendung der Materialien
Grunthnaterial: Schichtmaterial: Funktionen: Branchen:

Theorie; Herstellungsmethoden; Untersuchungsmethoden

Substrat-Herstellung, Kristall-Herstellung;
mM, HRTEM, STEM, SEM, Cathodoluminescence, EBIC, EELS, HREELS, EMP, Lichtmikroskopie, LSM, IR

Selbstdarstellung I Firmenportrait:

Carl Zeiss beschaftigt sich neben anderen Produktelinien mit der Entwicklung und Herstellung von Lichtmikroskopen,
Mikroskop-Systemen und von Elektronenmikroskopen für die Anwendungsbereiche in der Industrie (Halbleiterfertigung,
Oberflachen- und Gefugeanalysen), sowie in der Biologie und der Medizin.

Carl Zeiss hat mit den Hauptstandorten in Deutschland (Forschung, Entwicklung und Fertigung), weitweit Ca. 16000 Mitarbeiter.

Die Carl Zeiss AG, mit Standorten in Zurich, Lausanne und Wetzikon, betreut alle Produktegruppen in der ganzen Schweiz mit
Experten, die in der Anwendungs- und Geratetechnik fundiert ausgebiltet sind.

D.135



Folgende Firmen haben in diesem Handbuch inseriert

Balzers AG, 9496 Balzers

Blosch W. AG, 2540 Grenchen

CHC Hutterli & Co. AG, 2560 Nidau

Galvanic Wädenswil, Feusi+Federer AG, 8820 Wädenswil

Galvor SA, 2557 Studen

Hartchromwerk Brunner AG, 9016 St. Gallen

Hilpert Electronics AG, 5432 Neuenhof

Knecht, 8260 Stein am Rhein

Leybold AG, 8050 Zurich

Mevag Metallveredlung AG, 5300 Turgi

RMT Reinhardt Microtech AG, 7323 Wangs

Satis Vacuum Industries AG, 8700 KUsnacht

Steiger SA, 1800 Vevey

Sturzenegger AG, 4652 Winznau

Sulzer Innotec AG, 8404 Winterthur

Zeiss Carl AG, 8021 Zurich



Bitte Ubersenden Sie uns

zusätzliche

Unterlagen über die Schweizerische Gesellschaft

für Oberfiächentechnik - SGO.

Stk. Handbucher ,,Oberflächen und Schichten”

Stk. Diskettenversion vom Handbuch ,,Oberflächen und

Schichten”

Für die nächste Ausgabe des Handbuches ,,Obertlächen und

Schichten” bestellen wir

Stk.

Fragebogen für die Aufnahme unserer Firma in der nächsten

Ausgabe des Handbuches ,,Oberflächen und Schichten”

mOchten

wir em Inserat erscheinen lassen. Bitte nehmen Sie

mit uns Kontakt auf.

soilte

unsere Anschrift wie folgt abgeandert werden

Sonstige Mitteilungen

Absender:

Antwort

Hrma

________________________________

Schweizerische Gesellschaft

NameNorname

________________________________

für Oberflächentechnik

Strasse/Nr.

__________________________________

Bachteen 8

PLZIOrt

_____________________________

CH-3254 Messen

Tel/Fax Nr.
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